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(54) 발명의 명칭 멀티플 커패시터를 이용한 감시 장치
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본 발명은 병력적으로 또는 직렬적으로 연결되는 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치, 그러한 장치를 제

조하는 방법 및 사용하는 방법에 연관된다.  병렬적으로 연결되는 커패시터들 중, 한 커패시터는 상대적으로 두

꺼운 커패시터 유전체로 제작되고, 다른 한 커패시터는 상대적으로 얇은 커패시터 유전체로 제작됨으로써, 높은

정확도의 커패시턴스와, 상대적으로 쉬운 감시 태그 비활성화를 위한 낮은 파괴 전압의 모두가 달성된다.  커패

시터들을 직렬적으로 연결하는 경우, 소형 커패시터의 측면 치수가 증가한다.  이 경우, 상기 커패시터는 상대적

으로 한정된 분해 능을 갖는 기술을 이용하여 보다 쉽게 제조된다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

감시 또는 식별 장치에 있어서,

a) 기판 상의 전기적 전도 스트랩;

b) 상기 스트랩에 연결되며, 상기 기판 상에 또는 상기 기판 상측에 배치되는 하단 커패시터 전극;

c) 상기 기판 상에 배치되고, 상기 스트랩의 일부 상에 또는 상기 스트랩의 일부 상측에 배치되는 제1 유전체

필름 - 상기 제1 유전체 필름은 상기 스트랩의 일부를 노출시키고 상기 하단 커패시터 전극의 일부의 상측에 개

구부를 가짐 -;

d) 상기 개구부 내에 배치되는 커패시터 유전체 필름 - 상기 커패시터 유전체 필름은 상기 제1 유전체 필름에

비해 작은 두께를 가짐 -;

e) 상기 제1 유전체 필름 및 상기 커패시터 유전체 필름 상에 배치되는 상단 커패시터 전극 - 상기 상단 커패시

터 전극은 상기 하단 커패시터 전극과 용량형 결합을 이루고, 상기 하단 커패시터 전극과 상단 커패시터 전극은

병렬로 연결된 제1 커패시터 및 제2 커패시터를 형성하고, 상기 제1 커패시터는 상기 커패시터 유전체 필름을

포함하며, 상기 제2 커패시터는 상기 제1 유전체 필름을 포함하고 상기 제1 커패시터보다 큰 커패시턴스를 가짐

-; 및

f) 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩에 전기적으로 연결되는 안테나 또는 인덕터

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 스트랩 및 상기 하단 커패시터 전극은 동일한 재질을 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 커패시터 유전체 필름은 20 내지 1000 Å의 두께를 갖는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 제1 유전체 필름은 5000 내지 20,000 Å의 두께를 갖는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 제1 유전체 필름 내의 상기 개구부는, 상기 제1 유전체 필름을 수용하는 상기 상단 커패시터 전극 및 상기

하단 커패시터 전극 사이의 면적의 20% 이하의 면적을 갖는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 6 

감시 또는 식별 장치의 제조 방법에 있어서,

a) 기판 상에 또는 상기 기판의 상측에 전기적 전도 스트랩 및 하단 커패시터 전극을 형성하는 단계;

b) 상기 기판의 상부에 제1 유전체 필름을 형성하고, 상기 스트랩의 일부 상에 또는 상기 스트랩의 일부의 상측

에 제1 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 제1 유전체 필름은 상기 스트랩의 일부를 노출하고 상기 하단 커패
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시터 전극의 일부의 상측에 개구부를 가짐 -;

c) 상기 개구부 내에 커패시터 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 커패시터 유전체 필름은 상기 제1 유전체

필름에 비해 작은 두께를 가짐 - ;

d) 상기 제1 유전체 필름 및 상기 커패시터 유전체 필름 상에 상단 커패시터 전극을 형성하는 단계 - 상기 상단

커패시터 전극은 상기 하단 커패시터 전극과 용량형 결합을 이루고 병렬로 연결된 제1 커패시터 및 제2 커패시

터를 형성하며, 상기 제1 커패시터는 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 포함하고, 상기 제2 커패시

터는 상기 상대적으로 두꺼운 제1 유전체 필름을 포함하고 상기 제1 커패시터보다 큰 커패시턴스를 가짐 -; 및

e) 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩 상에 안테나 또는 인덕터를 형성하거나 또는 상기 상단 커패시터

전극 및 상기 스트랩에 상기 안테나 또는 상기 인덕터를 부착하는 단계

를 포함하는 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 스트랩을 형성하는 단계는, 상기 기판 상에 전도체 잉크를 프린팅하는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별

장치의 제조 방법.

청구항 8 

제6항에 있어서,

상기 상단 커패시터 전극을 형성하는 단계는, 상기 커패시터 유전체 필름 및 상기 제1 유전체 필름에 금속 잉크

를 프린팅하는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 9 

제6항에 있어서,

상기 안테나 또는 인덕터를 형성하는 단계는 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩 상에 연속적인 금속 또는

전도체 잉크 패턴을 프린팅하는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 10 

제6항에 있어서,

상기 제1 유전체 필름을 형성하는 단계는,

(i) 액상 유전체 프리커서 잉크를 피복하는 단계; 및

(ii) 상기 유전체 프리커서가 상기 제1 유전체 필름을 형성하도록 건조시키거나, 경화시키거나, 또는 건조 후

경화시키는 단계

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 11 

감시 또는 식별 장치에 있어서,

a) 기판상의 안테나 또는 인덕터; 

b) 상기 기판 상에 또는 상기 기판 상측에 위치하며 상기 안테나 또는 인덕터와 전기적으로 접촉되는 하단 커패

시터 전극;

c) 상기 안테나 또는 인덕터와 상기 하단 커패시터 전극 상에 또는 상측에 위치하는 제1 유전체 필름 - 상기 제

1 유전체 필름은 내부에 상기 안테나 또는 인덕터의 일부를 노출하는 홀, 및 상기 하단 커패시터 전극 상측의

개구부를 가짐 -;

d) 상기 제1 유전체 필름 내의 상기 개구부 내에 배치되고, 상기 제1 유전체 필름보다 작은 두께를 갖는 상대적

으로 얇은 커패시터 유전체 필름; 
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e) 상기 하단 커패시터 전극과 용량형 결합을 이루는 상단 커패시터 전극 - 상기 하단 커패시터 전극과 함께 상

기 상단 커패시터 전극은 병렬로 연결된 제1 커패시터 및 제2 커패시터를 형성하고, 상기 제1 커패시터는 상기

상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 포함하며, 상기 제2 커패시터는 상기 제1 유전체 필름을 포함하고 상

기 제1 커패시터보다 큰 커패시턴스를 가짐 -; 및

f) 상기 상단 커패시터 전극과 상기 안테나 또는 인덕터 사이에 전기적 통신을 제공하는, 전기적 전도 스트랩

을 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 12 

제11항에 있어서,

상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름은 상기 하단 커패시터 전극을 형성하는 금속에 대응하는 금속 산화

물을 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 13 

감시 또는 식별 장치의 제조 방법에 있어서,

a) 기판 상에 안테나 또는 인덕터를 형성하고, 상기 안테나 또는 인덕터의 제1 단부와 전기적으로 통신하는 하

단 커패시터 전극을 형성하는 단계;

b)  상기 하단 커패시터 전극의 적어도 제1  일부분 상에 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 형성하는

단계; 

c) 상기 하단 커패시터 전극의 제2 일부분 상에, 또는 상기 하단 커패시터 전극의 제2 일부분의 상측에 상대적

으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 하단 커패시터 전극의 상기 제2 일부분은 상기 하단

커패시터 전극의 상기 제1 일부분과 오버랩 되지 않음 -;

d) 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름 및 상기 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름 상에, 상기

하단 커패시터 전극과 용량형 결합을 이루는 상단 커패시터 전극을 형성하는 단계 - 상기 하단 커패시터 전극과

함께 상기 상단 커패시터 전극은 병렬로 연결된 제1 커패시터 및 제2 커패시터를 형성하고, 상기 제1 커패시터

는 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 포함하며, 상기 제2 커패시터는 상기 상대적으로 두꺼운 커패

시터 유전체 필름을 포함하고 상기 제1 커패시터보다 큰 커패시턴스를 가짐 -; 및

e) 상기 상단 커패시터 전극과 상기 안테나 또는 인덕터의 제2 단부 사이에 전기적 통신을 제공하는 전기적 전

도 스트랩을 형성하는 단계

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 14 

제13항에 있어서,

상기 하단 커패시터 전극을 형성하기에 앞서서, 상기 안테나 또는 유전체 상에 제1 유전체 필름을 형성하는 단

계 - 상기 제1 유전체 필름은 내부에 상기 안테나 또는 인덕터의 일부를 노출하는 컨택트 홀을 가짐 -

를 더 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 15 

제13항에 있어서,

상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 형성하는 단계는, 열적으로 또는 화학적으로 상기 하단 커패시터

전극의 노출면을 산화시키는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 16 

제14항에 있어서,

상기 하단 커패시터 전극을 형성하는 단계는, 상기 안테나 또는 인덕터의 상기 제1 단부를 노출하는 상기 제1
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유전체 필름 내의 개구부 내에 금속 잉크를 프린팅하는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 17 

제13항에 있어서,

상기 안테나 또는 인덕터를 형성하는 단계는, 금속 또는 전도체 잉크를 프린팅하는 단계를 포함하는, 감시 또는

식별 장치의 제조 방법.

청구항 18 

제13항에 있어서,

상기 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름을 형성하는 단계는,

(i) 액상 유전체 프리커서 잉크를 피복하는 단계, 및

(ii) 상기 유전체 프리커서를 건조시키거나, 경화시키거나, 또는 건조 후 경화시키는 단계

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 19 

아이템 감지 방법에 있어서,

a) 상기 제1항의 장치가, 감지가능 전자기 방사를 방사하거나, 흡수하거나, 또는 후방산란하기에 충분하도록 상

기 장치에 전류를 발생시키거나 유도하는 단계;

b) 상기 감지가능 전자기 방사를 감지하는 단계; 및

c) 선택적으로, 상기 장치를 선별적으로 비활성화하는 단계

를 포함하는, 아이템 감지 방법.

청구항 20 

감시 또는 식별 장치의 제조 방법에 있어서,

a) 전기적으로 기능하는 기판 상에 제1 유전체 필름을 형성하는 단계;

b) 상기 제1 유전체 필름 상에 제2 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 제2 유전체 필름은 개구부를 가지며 상

기 제1 유전체 필름보다 큰 두께를 가짐 -;

c) 상기 제1 유전체 필름 상에 그리고 상기 제2 유전체 필름의 상기 개구부 내의 적어도 일부분에 복수 개의 커

패시터 전극을 형성하는 단계 - 상기 복수 개의 커패시터 전극은 서로 이격되어 있으면서 상기 기판과는 용량형

결합을 이룸 -;

d) 상기 커패시터 전극 상에 또는 상기 커패시터 전극의 상측에, 그리고 상기 제2 유전체 필름 상에 또는 상기

제2 유전체 필름의 상측에, 제3 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 제3 유전체 필름은 내부에 상기 복수 개의

커패시터 전극들과의 전기적 연결을 가능하게 하는 홀을 가짐 -; 및

e) 상기 복수 개의 커패시터 전극의 각각과 전기적으로 연결되는 인덕터를 형성하는 단계

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 21 

제20항에 있어서,

상기 기판, 상기 제1 유전체 필름, 및 상기 복수 개의 커패시터 전극은 직렬 연결된 복수 개의 커패시터를 형성

하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 22 

삭제
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청구항 23 

삭제

청구항 24 

제20항에 있어서,

상기 복수 개의 커패시터 전극을 형성하는 단계는, 상기 제3 유전체 필름 내의 개구부에 금속 잉크를 프린팅하

는 단계를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 25 

제20항에 있어서,

상기 전기적으로 기능하는 기판은 금속 판 또는 금속 박편을 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 26 

제25항에 있어서,

상기 복수 개의 커패시터 전극은 상기 금속 판 또는 금속 박편을 공통 전극으로서 공유하는, 감시 또는 식별 장

치의 제조 방법.

청구항 27 

제24항에 있어서,

상기 제3 유전체 필름을 형성하는 단계는,

(i) 액상 유전체 프리커서 잉크를 피복하는 단계, 및

(ii) 상기 제3 유전체 필름을 형성하기 위하여, 상기 유전체 프리커서를 건조시키거나, 경화시키거나, 또는 건

조 후 경화시키는 단계

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치의 제조 방법.

청구항 28 

감시 또는 식별 장치에 있어서,

a) 전기적 전도성 기판; 

b) 상기 전기적 전도성 기판 상에 배치되는 제1 유전체 필름;

c) 상기 제1 유전체 필름 상의 제2 유전체 필름 - 상기 제2 유전체 필름은 개구부를 갖고 상기 제1 유전체 필름

보다 큰 두께를 가짐 -;

d) 상기 제1 유전체 필름 상에 그리고 상기 제2 유전체 필름의 상기 개구부 내의 적어도 일부분에 배치된 복수

개의 커패시터 전극 - 상기 복수 개의 커패시터 전극은, 서로간에 격리되고, 상기 기판과는 용량형 결합을 이룸

-;

e) 상기 커패시터 전극 상에 또는 상기 커패시터 전극의 상측에, 그리고 상기 제2 유전체 필름 상에 또는 상기

제2 유전체 필름의 상측에, 배치된 제3 유전체 필름 - 상기 제3 유전체 필름은 내부에 홀을 가짐 -; 및

f) 상기 복수 개의 커패시터 전극과 상기 홀을 통해 전기적으로 연결되는 인덕터

를 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 29 

제28항에 있어서,

상기 기판, 상기 제1 유전체 필름, 및 상기 복수 개의 커패시터 전극은 직렬 연결되는 복수 개의 커패시터를 형

성하는, 감시 또는 식별 장치.
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청구항 30 

삭제

청구항 31 

삭제

청구항 32 

제28항에 있어서,

상기 제1 유전체 필름은 상기 인덕터를 형성하는 금속에 대응하는 금속 산화물을 포함하는, 감시 또는 식별 장

치.

청구항 33 

제28항에 있어서,

상기 제3 유전체 필름은, 제2 그룹 IVA 원소의 산화물, 질화물, 또는 산화질화물을 포함하는, 감시 또는 식별

장치.

청구항 34 

제28항에 있어서,

상기 전기적으로 기능하는 기판은 금속 판 또는 금속 박편을 포함하는, 감시 또는 식별 장치.

청구항 35 

제34항에 있어서,

상기 복수 개의 커패시터 전극은, 공통 전극으로서 상기 금속 판 또는 금속 박편을 공유하는, 감시 또는 식별

장치.

청구항 36 

아이템 감지 방법에 있어서,

a) 상기 제28항의 장치가 감지가능 전자기 방사를 방사하거나, 흡수하거나, 또는 후방산란하기에 충분하도록 상

기 장치에 전류를 발생시키거나 유도하는 단계;

b) 상기 감지가능 전자기 방사를 감지하는 단계; 및

c) 선택적으로, 상기 장치를 선별적으로 비활성화하는 단계

를 포함하는, 아이템 감지 방법.

청구항 37 

삭제

청구항 38 

삭제

청구항 39 

삭제

청구항 40 

삭제
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청구항 41 

삭제

청구항 42 

삭제

청구항 43 

삭제

청구항 44 

삭제

발명의 설명

기 술 분 야

본 출원은, 2008년 5월 15일자 미국가출원 61/127,899호 및 2008년 5월 28일자 미국가출원 61/056,804호 (각각[0001]

변리사 내부참조번호 IDR1831 및 IDR1811)에 대한 우선권에 기초하여 출원되었다.

본 발명은 일반적으로 감시(surveillance) 및/또는 식별(identification) 태그 및 장치 분야에 연관된다.  보다[0002]

특정하게는, 본 발명의 실시예들은 병렬적으로 또는 직렬적으로 연결된 멀티플 커패시터들을 갖는 무선(예를 들

어, EAS, RF, RFID, HF, VHF, UHF, 등) 태그/장치, 그리고 그 구조나 제조 및/또는 생성 방법 및 태그 및/또는

장치의 사용 방법에 연관된다.

배 경 기 술

EAS(Electronic Article Surveillance) 장치 또는 태그와 같은 감시 장치는, 통상적으로 커패시터 및/또는 다[0003]

이오드로 만들어지며, 이것들은 디튜닝되거나(permanently altered to de-tune) 또는 상기 감시 장치를 비활성

할 수 있다(or deactivate the surveillance device).  낮은 파괴 전압(breakdown voltage)을 가지며, 따라서

상대적으로 얇은 유전층을 가지면서도 높은 커패시턴스의 정확성을 달성하도록 커패시터를 만드는 일은 어렵다.

특히나, 커패시터가 무기물 유전층 필름을 유전체로서 포함하는 경우에는 더욱 그러하다.  게다가, 높은 정확도

를 가지면서도 매우 작은 크기를 갖는 커패시터를 만드는 것도 어렵다.

발명의 내용

해결하려는 과제

쉽게 만들어질 수 있는 감시 및/또는 식별 장치가 제공된다.[0004]

높은 정확도의 커패시턴스를 가지고, 상대적으로 신뢰할 수 있는 태그 비활성화를 제공하도록 낮은 파괴 전압을[0005]

가지며, 및/또는 매우 작은 크기(들)을 갖는 커패시터를 높은 정확도로 프린팅하는 방법이 제공된다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예들은 감시/식별 태그 및 장치에 연관된다.  보다 특정하게는, 본 발명의 실시예들은 무선(EAS,[0006]

RF, RFID, HF, VHF, 및/또는 UHF) 장치들, 그것들의 구성요소들(이를 테면, 커패시터, 안테나, 인덕터 등), 및

그것들의 생산방법 및 사용방법에 연관된다.  본 발명의 일측에 따르면, 종래의 무선 장치들에 연관되는 도전들

을 해결하도록, 쉬운 비활성화를 위해(for easy deactivation) 높은 정확도의 커패시턴스와 낮은 파괴 전압을

달성하도록 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를 제공하고, 또한 그러한 장치들을 형성하

고 사용하는 방법을 제공한다.

본 발명의 다른 일측에 따르면, 종래의 무선 장치들에 연관되는 도전들을 해결하도록, 작은 커패시터의 측면 크[0007]

기를 증가시키도록 직렬 연결된 커패시터들을 갖고,  따라서 상대적으로 한정된 분해능을 가질 수 있는 기술

(techniques that may have relatively limited resolution capabilities)을 이용하여 상기 커패시터가 더 쉽

게 만들어지도록 하는 감시 및/또는 식별 장치를 제공한다.
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본 발명의 제1측에 따르면, 멀티플 커패시터를 갖는 감시 및/또는 식별 장치를 만드는 방법이 제공된다.  본 발[0008]

명의  일부  실시예에서는,  상기  커패시터들은  병렬로  연결된다.   커패시터들을  병렬  연결하여  장치를

만듦으로써, 감시 태그의 쉬운 비활성화(easy  surveillance  tag  deactivation)가 가능하도록, 높은 정확도의

커패시턴스와 낮은 파괴 전압을 달성할 수 있다.

예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 감시 및/또는 식별 장치에 일반적으로 사용되는 단일의 커패시터가, 병[0009]

렬 연결된 복수 개의 커패시터들로 대체된다.  본 발명의 다른 일부 실시예들에서, 상기 커패시터들은 직렬로

연결된다.   커패시터들을  직렬  연결하여  장치를  만듦으로써,  소형  커패시터의  측면  치수(the  lateral

dimensions of a small capacitor)를 효과적으로 증가시킬 수 있다.

이러한 조정은 상대적으로 한정된 분해 능을 가질 수 있는 기술을 이용해서 커패시터가 더 쉽게 생산될 수 있도[0010]

록 한다.  예를 들어, 본 발명의 일부 실시예에서, 감시 및/또는 식별 시스템에 사용되는 단일의 커패시터가 직

렬로 연결된 복수 개의 커패시터들로 대체된다.

본 발명의 제1 실시예에 따르면, 병렬로 연경된 복수 개의 커패시터를 갖는 무선 감시 및/또는 식별 장치의 제[0011]

조 방법은, (a) 기판 상에 또는 상기 기판의 상측에(on or over a substrate) 전기적 전도 스트랩 및 하단 커패

시터 전극(a lower capacitor electrode)을 형성하는 단계; (b) 상기 기판의 상부에 제1 유전체 필름을 형성하

고, 상기 스트랩 상에 또는 상기 스트랩 상부에(on or over a portion of the strap) 제1 유전체 필름을 형성

하는 단계 - 상기 제1 유전체 필름은 상기 스트랩의 일부를 노출하고 상기 하부 커패시터 전극의 일부의 상측에

개구부를 가짐 -; (c) 상기 개구부 내에 커패시터 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 커패시터 유전체 필름은

상기 제1 유전체 필름에 비해 현저히 작은 두께를 가짐 - ; (d) 상기 제1 유전체 필름 및 상기 커패시터 유전체

필름 상에 상단 커패시터 전극을 형성하는 단계 - 상기 상단 커패시터 전극은 상기 하단 커패시터 전극과 용량

형 결합을 이룸(capacitively coupled) - ; 및 (e) 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩 상에 안테나 및/또

는 인덕터를 형성하거나 또는 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩에 상기 안테나 및/또는 상기 인덕터를

부착하는 단계를 포함한다.

본 발명의 실시예들에 따른 장치 제조 방법은, 병렬 연결 커패시터들, 상기 전기적 전도 스트랩, 및 상기 하단[0012]

커패시터 전극을 갖는 장치를, 단일 공정 절차(이를 테면, 프린팅)으로 수행하며, 상기 하단 커패시터 전극은

상기 병렬 연결 커패시터들에 의해 공유된다.

프린팅 공정은, 많은 공정 단계를 감소시키고, 제조 공정을 위한 시간을 감축시키며, 및/또는 상기 커패시터들[0013]

및/또는  감시/식별  장치의  제조에  사용되는  재료비를  감소시키기  때문에,  종래의  블랭킷  피복(blanket

deposition), 포토리소그래피, 및 에칭 공정에 걸쳐서 선호된다.

본 발명의 제2 실시예에 따르면, 병렬 연결 커패시터들을 갖는 무선 감시 및/또는 식별 장치는, (a) 기판 상에[0014]

안테나 및/또는 인덕터를 형성하고, 하단 커패시터 전극이 상기 안테나/인덕터의 제1 단부와 전기적으로 통신하

게 하는 단계; (b) 상기 하단 커패시터 전극의 적어도 제1 일부분 상에 상대적으로 얇은 커패시터 필름을 형성

하는 단계; (c) 상기 하단 커패시터 전극의 제2 일부분 상에 또는 상측에 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체

필름을 형성하는 단계 - 상기 하단 커패시터 전극의 상기 제2 일부분은 상기 제1 일부분과 오버랩되지 않음 -;

(d) 상기 얇은 커패시터 유전체 필름 및 상기 두꺼운 커패시터 유전체 필름 상에 상단 커패시터 전극을 형성하

는 단계 - 상단 커패시터 전극은 상기 하단 커패시터 전극에 용량형 결합을 이룸 -; 및 (e) 상기 상단 커패시터

전극 및 상기 안테나/인덕터의 제2 단부 사이에 전기적 통신을 제공하는 전기적 도체 스트랩을 형성하는 단계에

의해 제조된다.

상기 장치의 상기 구조 및/또는 레이어들을 이러한 배치로 형성하는 단계(이를 테면, 하단 커패시터 전극, 상기[0015]

상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름, 상기 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름, 및 상단 커패시터 전극

을 형성하는 단계)는, 포토리소그래피 없이도 프린팅에서 동일한 공정을 사용하여, 서로 다른 두께의 유전체 필

름을 갖는 병렬 연결 커패시터들의 배치가 제어 가능하고 재생산 가능하도록 한다.

본 발명의 제3 실시예에 따르면, 직렬 연결되는 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치는, (a) 전도성 (이[0016]

를 테면, 전기적으로 기능하는) 기판 상에 제1 유전체 필름을 형성하는 단계; (b) 서로 간에 격리되고 상기 기

판과는 용량형으로 결합되는 복수 개의 커패시터 전극을 상기 제1 유전체 필름 상에 형성하는 단계; (c) 상기

커패시터 전극들 상에 또는 상측에 제2 유전체 필름을 형성하는 단계 - 상기 제2 유전체 필름은 상기 커패시터

전극들과 전기적 연결을 돕는 홀을 가짐 -; 및 (d) 상기 커패시터 전극들의 각각에 전기적으로 연결되는 인덕터

또는 안테나를 형성하는 단계에 의해 제조된다.  이러한 실시예들에서, 상기 직렬 연결된 커패시터들은 바람직
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하게는 공통 하단 커패시터 전극으로서 상기 전도성 기판을 공유한다.

본 발명의 제2 측면은 멀티플 커패시터(이를 테면, 병렬로 연결되거나 및/또는 직렬로 연결되는 커패시터들)을[0017]

갖는 감시/식별 장치에 연관된다.  제1 일반적 실시예에서, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별

장치는, (1) 기판 상에 배치되는 전기적 전도 스트랩; (2) 상기 기판 상에 또는 상측에 배치되며 상기 전도 스

트랩에 전기적으로 연결되는 하단 커패시터 전극; (3) 상기 스트랩의 일부의 상에 또는 상측에 배치되며 상기

기판 상에 배치되는 제1 유전체 필름 - 상기 제1 유전체 필름은 상기 스트랩의 일부를 노출시키고 상기 하단 커

패시터 전극의 일부 상에 개구부를 가짐 -; (4) 상기 개구부 내에 상기 하단 커패시터 전극 상에 배치되는 커패

시터 유전체 필름 - 상기 커패시터 유전체 필름은 상기 제1 유전체 필름보다 현저히 작은 두께를 가짐 -; (5)

상기 제1 유전체 필름 및 상기 커패시터 유전체 필름 상에 배치되는 상단 커패시터 전극 - 상기 상단 커패시터

전극은 상기 하단 커패시터 전극에 용량형 결합을 이룸 -; 및 (6) 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩에

전기적으로 연결되는 안테나 및/또는 인덕터를 포함한다.

제2 일반적 실시예에서, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치는, (1) 기판 상에 배치되는 안[0018]

테나 및/또는 인덕터; (2) 상기 기판 상에 또는 상측에 배치되며 상기 안테나 및/또는 인덕터와 전기적으로 접

속되는 하단 커패시터 전극; (3) 상기 안테나 및/또는 인덕터 및 상기 하단 커패시터 전극 상에 또는 상측에 배

치되는 제1 유전체 필름 - 상기 제1 유전체 필름은 상기 안테나 및/또는 인덕터의 일부를 노출시키는 홀, 및 상

기 하단 커패시터 전극 상의 개구부를 가짐 -; (4) 상기 제1 유전체 필름의 상기 개구부 내의 상기 하단 커패시

터 상에 배치되며 상기 제1 유전체 필름보다 현저히 작은 두께를 갖는 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름;

(5) 상기 하단 커패시터 전극에 용량형 결합을 이루는 상단 커패시터 전극; 및 (6) 사기 상단 커패시터 전극과

상기 안테나 및/또는 인덕터 사이에 전기적 통신을 제공하는 전기적 전도 스트랩을 포함한다.

제3 일반적 실시예에서, 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치는, (1) 전기적 전도성 기판;[0019]

(2) 상기 전기적 전도성 기판 상에 배치되는 제1 유전체 필름; (3) 서로 물리적으로 이격되고 상기 기판에는 용

량형 결합을 이루며, 상기 제1 유전체 필름 상에 배치되는 복수 개의 커패시터 전극들; (4) 내부에 하나 또는

그 이상의 홀을 가지며 상기 커패시터 전극들 상에 또는 상측에 배치되는 제2 유전체 레이어; 및 (5) 상기 홀들

을 통해 상기 복수 개의 커패시터 전극들에 전기적으로 연결되는 인덕터를 포함한다.

본 발명의 제3 측면은, 본 발명의 감시 및/또는 식별 장치로 아이템을 감지하는 방법에 연관된다.  일반적으로,[0020]

감시/식별 장치는, 상기 장치가 감지가능 전자기 방사를 방사하거나, 흡수하거나, 또는 후방산란하기에 충분하

도록 상기 장치에 전류를 발생시키거나 유도하고, 선택적으로, 상기 장치를 선별적으로 비활성화하거나 또는 상

기 장치가 액션을 수행하도록 지시함으로써 감지될 수 있다.

본 명세서에서 설명되는 실시예들은, 높은 정확도의 커패시턴스를 가지고, 상대적으로 신뢰할 수 있는 태그 비[0021]

활성화를  제공하도록  낮은  파괴  전압(low  breakdown  voltage)을  가지며,  및/또는  매우 작은 크기(들)(very

small dimension(s))을 갖는 커패시터를 높은 정확도로 프린팅한다.  본 발명의 효과 및 장점들은 이하의 상세

한 설명을 참조하여 서술되는 설명들에 의해 명확해진다.

발명의 효과

쉽게 만들어질 수 있는 감시 및/또는 식별 장치가 제공된다.[0022]

높은 정확도의 커패시턴스를 가지고, 상대적으로 신뢰할 수 있는 태그 비활성화를 제공하도록 낮은 파괴 전압을[0023]

가지며, 및/또는 매우 작은 크기(들)을 갖는 커패시터를 높은 정확도로 프린팅하는 방법이 제공된다.

도면의 간단한 설명

도  1은  본  발명의  일실시예에  따라,  병렬  연결된  커패시터들을  갖는  무선  감시  및/또는  식별  장치의[0024]

회로도이다.

도  2는  본  발명의  일실시예에  따라,  직렬  연결된  커패시터들을  갖는  무선  감시  및/또는  식별  장치의

회로도이다.

도 3A 내지 3B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를

제조하는 제1 예시적 방법의 예시적 중간 생성물(intermediate)의 평면도 및 단면도이다.

도 3C는 본 발명의 일실시예에 따른 예시적인 멀티-레이어 기판의 단면도이다.
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도 4A 내지 4B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를

제조하는 제1 예시적 방법의 다른 예시적 중간 생성물의 평면도 및 단면도이다.

도 5A 내지 5B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치의

평면도 및 단면도이다.

도 6A 내지 6B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를

제조하는 제2 예시적 방법의 예시적 중간 생성물의 평면도 및 단면도이다.

도 6C는 내부에 형성된 제1 유전체 필름을 갖는 도 6B에 도시된 장치의 단면도이다.

도 6D는 상기 제1 유전체 필름 내에 형성된 컨택 홀을 갖는 도 6C의 장치의 단면도이다.

도 7A 내지 7B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를

제조하는 제2 예시적 방법의 다른 예시적 중간 생성물의 평면도 및 단면도이다.

도 7C는 내부에 형성된 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름을 갖는 도 7B의 장치의 단면도이다.

도 7D는 내부에 형성된 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름을 갖는 도 7C의 장치의 단면도이다.

도 8A 내지 8B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를

제조하는 제2 예시적 방법의 또 다른 예시적 중간 생성물의 평면도 및 단면도이다.

도 8C는 상기 안테나 및/또는 인덕터를 노출하는 제1 유전체 레이어 내에 형성되는 컨택 홀을 갖는 도 8B의 장

치의 단면도이다.

도 9A 내지 9B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 제2 예시적 감시 및/또는

식별 장치의 평면도 및 단면도이다.

도 10A 내지 10B는 각각, 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 예시적 감시 및/또는 식

별 장치들의 단면도이다.

도 11은 본 발명의 일실시예에 따라, 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 예시적 감시 및/또는 식별 장치의 단면도

이다.

도 12는 도 11의 감시 및/또는 식별 장치의 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명의 실시예들은 첨부되는 도면들을 참조하여 상술된다.  이하에서 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하지[0025]

만, 본 발명이 이러한 실시예들에 의해 제한적으로 해석되어서는 안 된다.

본 발명의 사상을 변경하지 않는 범위에서 다양한 변형이나 응용, 균등한 실시도 가능하며, 이러한 범위도 본[0026]

발명의 범위에 포함되므로, 본 발명의 범위는 일부 실시예가 아닌, 청구범위에 기재된 사항에 의해서 판단된다.

나아가, 이하에서는 이해를 돕기 위해 많은 세부적 사항들을 포함하는 실시예들이 서술되지만, 본 발명이 속하

는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면, 이러한 세부적 사항들에 한정되지 않고 본 발명이 구현될 수 있음

을 명백히 알 수 있다.

또한, 본 발명의 측면들을 이해하는 데에 도움이 되지 않거나, 또는 이미 잘 알려진 방법, 절차, 요소 및 회로[0027]

등에 관해서는 자세한 언급을 생략한다.  또한, 이하에서 설명되는 내용 중 구성 요소의 치환이나 조합이 본 발

명을 제한하는 것을 의미하지 않는다.  특히, 상호 조화되지 않는 변형들도 본 명세서 내에서 함께 서술되거나

매칭되어 서술될 수 있으나, 이러한 서술이 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니다.

설명의  편의와  단순성을  위해,  "커플링되는(coupled  to)",  "연결되는(connected  to)",  "통신하는(in[0028]

communication with)"의 용어들은, 문맥상 다른 의미로 사용되는 경우를 제외하고는, 직간접적으로(direct or

indirect) 커플링되고, 연결되고, 통신하는 것을 의미한다.  이러한 용어는 이하에서 서로 혼용하여 사용될 수

도 있으나, 이러한 경우에도 본 기술 분야에서 이해될 수 있는 의미로 해석되어야 한다.

또한, 설명의 편의와 단순성을 위해, "감시(surveillance), "식별(identification)", "EAS", "RF", 및 "RFID"[0029]

의 용어가 장치(device) 및/또는 태그(tag)의 의도되는 사용 예 및/또는 기능들에 대해 서로 혼용되어 사용될

수도 있으며, "EAS 태그" 또는 "EAS 장치"의 용어는, 어떠한 형태라도, EAS 및/또는 감시 태그 및/또는 장치를
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의미하는 것으로 해석될 수 있다.  또한, "아이템", "오브젝트", 및 "물품(article)"의 용어도 서로 혼용되어

사용될 수 있으며,  이들 중 한 용어를 사용하더라도 이는 다른 용어들의 예를 포함하는 것으로 이해되어야

한다.

나아가, "커패시터 전극(capacitor electrode)", 및 "커패시터 판(capacitor plate)"도 서로 혼용될 수 있다.[0030]

또한, "특징(feature)", "모양(shape)", "라인(line)", 및 "패턴(pattern)" 들도 서로 혼용되며, 반도체 장치

(semiconductor device)의 전기적 전도성 구조(electrically conductive structure)를 가리키는 것으로 해석된

다.  "(반)도체", "(반)도체성" 및 이러한 용법과 등가적 관계에 있는 것들은, 도체성(conductive) 및/또는 반

도체성(semiconductive)을 갖는 재료, 프리커서, 레이어, 특징, 종류(species) 또는 구조들을 가리키는 것으로

해석된다.

본 발명에서, "피복(deposit)"이라는 용어나 그 문법적 변형 단어들은, 블랭킷 피복(blanket deposition) (이를[0031]

테면, CVD, ALD, 및 PVD), (스핀)코팅, 및 프린팅을 포함하는 모든 피복 형태(all forms of deposition)를 포

함하는 개념으로 해석된다.  일반적으로, "코팅"은 잉크나 다른 물질이 실질적으로 기판이나 표면 전체에 피복

(deposited on)되는 것을 가리키며, "프린팅"은 일반적으로 잉크나 다른 물질이 상기 기판이나 표면의 일정 영

역에 소정의 패턴을 가지고 피복되는 것을 가리킨다.

본  발명의  다양한  실시예에서,  코팅은 스핀-코팅(spin-coating),  스프레이 코팅(spray-coating),  슬릿  코팅[0032]

(slit coating), 분출 코팅(extrusion coating), 메니스커스 코팅(meniscus coating), 및/또는 펜 코팅(pen-

coating)을 포함한다.  본 발명의 다른 실시예들에서, 프린팅은 잉크젯 프린팅(inkjet printing), 그라비어 프

린팅(gravure printing), 오프셋 프린팅(offset printing), 플렉소그래픽 프린팅(flexographic printing), 스

크린 프린팅(screen printing), 마이크로스팟팅(microspotting), 스텐실(stenciling), 스탬핑(stamping), 주사

분배(syringe dispensing), 펌프 분배(pump dispensing), 레이저 지향 전사(laser forward transfer), 로컬 레

이저 CVD, 및/또는 펜 코팅을 포함한다.

또한, 문맥에서 다른 것을 의미하는 경우를 제외하고는, "알려진(known)", "고정된(fixed)", "주어진(given)",[0033]

"일정한(certain)" 및 "소정의/미리결정된(predetermined)" 등의 용어는, 일반적으로 값, 양, 파라미터, 제약사

항, 조건, 상태, 공정, 과정, 방법, 실시, 또는 그들의 조합이, 이론적으로는, 변경될 수 있으나, 미리 통상적

으로 세팅될 수 있고 사용하는 경우나 그 이후에는 변경되지 않음을 의미한다.

나아가, "도핑된(doped)"의 용어는, 어떠한 물질(material)이 실질적으로 통제되는 정도의(이를 테면, 라이트[0034]

도핑(lightly doped), 헤비 도핑(heavily doped) 및 그 사이의 어떠한 수준의 도핑) 불순물(dopant) 도핑이 이

루어짐을 가리킨다.

본 명세서에서, "본질적으로 Group IVA 원소를 구성하는(consisting essentially of a Group IVA element)"이[0035]

라는 구문은, Group IVA 원소에 요구되는(그리고 잠재적으로는 약간 다른) 전기적 성질을 제공하는 내부 첨가

불순물 도핑의 경우는 무시하고 해석되어야 한다.  그리고 "(폴리)실레인"은 (1) 실리콘 및/또는 게르마늄 및

(2) 수소, 및 적어도 10-15 개의 실리콘 및/또는 게르마늄 원자를 갖는 주요 종류를, 실질적으로 포함하는 화합

물(compounds) 또는 화합물의 혼합물(mixtures of compounds)을 가리킨다.

이러한  종류들(species)은,  선형적이거나(linear),  가지형태(branched)이거나,  또는  상호  링크형(cross-[0036]

linked), 이거나 또는 일정한 하나 또는 그 이상의 환형(cyclic rings)일 수 있다.  "(사이클로)실레인"은, (1)

실리콘 및/또는 게르마늄 및 (2) 수소, 및 하나 또는 그 이상의 환형 링(more cyclic rings)과 10-15 개 미만의

실리콘 및/또는 게르마늄 원자를 갖는 것을, 실질적으로 포함하는 화합물 또는 화합물의 혼합물을 가리킨다.

바람직한 실시예에서, 상기 실레인은 SixHy의 식으로 표현되며, 여기서 x는 3 내지 약 200이고, y는 x 내지

(2x+2)이고, 이 경우 x는 상기 실레인 분자량(molecular weight)의 평균 수로부터 구해진다.

그리고 "헤테로(사이클로)실레인"은, (1) 실리콘 및/또는 게르마늄 및 (2) 수소, 및 (3) B, P, As 또는 Sb 종래[0037]

의 탄화수소(hydrocarbon), 실레인 또는 적절한 대체물에 의해 대체될 수 있고 하나 또는 그 이상의 환형 링

(cyclic rings)을 갖는 불순물 원자를 실질적으로 포함하는 화합물 또는 화합물의 혼합물을 가리킨다.

본 발명의 다양한 실시예들은, 병렬 연결된 복수 개의 커패시터들을 포함하는 감시 및/또는 식별 태그 또는 장[0038]

치에 연관되며, 이러한 태그나 장치의 형성(forming) 방법에 연관된다.  그리고, 본 발명의 다른 일부 실시예들

은, 직렬 연결된 복수 개의 커패시터들을 포함하는 감시 및/또는 식별 태그 또는 장치에 연관되며, 이러한 태그

나 장치의 형성 방법에 연관된다.  나아가, 본 발명의 또 다른 일부 실시예들은, 상술한 다양한 감시 및/또는

식별 태그를 이용하여, 아이템을 감지하는 방법에 연관된다.

등록특허 10-1634819

- 13 -



이하에서 본 발명의 다양한 측면들을, 다양한 실시예들을 참고하여 구체적으로 설명한다.  비록 이러한 실시예[0039]

들에 따른 구조나 방법이 주로 감시 및/또는 식별 태그/장치에 연관되기는 하지만, 그 밖에 하나 또는 그 이상

의 안테나들 및/또는 인덕터들, 커패시터들, 및 그들의 결합으로 이루어진 다른 형태의 무선 장치의 식별에 유

용하게 사용될 수도 있다.

[멀티플 커패시터를 갖는 예시적인 감시 및/또는 식별 장치 회로][0040]

본 발명의 일실시예에 따른 장치는, 병렬 연결된 복수 개의 커패시터들 및/또는 직렬 연결된 복수 개의 커패시[0041]

터들을 갖거나, 또는 이들을 이용하여 제조될 수 있다.  도 1은 본 발명의 일실시예에 따라, 병렬 연결된 커패

시터들로  제조되는  장치의  회로도이다.   도  1에  도시된  바와  같이,  두  개의  커패시터  C1  및  C2는  병렬

연결되며, C1은 C2 보다 더 큰 커패시터일 수 있다.

본 발명의 일부 실시예에서, C1은 C2보다 실질적으로 큰 커패시터이다.  C1과 C2의 상대적 커패시턴스를 불문하[0042]

고, 큰 커패시터인 C1은 두꺼운 유전체로 제조될 수 있으며, 이렇게 해서 커패시터 C2보다 실질적으로 큰 커패

시턴스를 갖는 커패시턴스 C1이 만들어진다.

이렇게 큰 면적(large-area)으로 커패시터를 만드는 경우, 큰 면적으로 인해서 커패시터를 형성하는 과정에서의[0043]

프린팅이나 패터닝 공정에 대한 톨러런스(tolerances)가 좋아지기 때문에, 높은 정확도의 커패시턴스를 이룰 수

있다.  또한 큰 면적의 커패시터 C1을 상대적으로 두꺼운 유전체 필름으로 만드는 경우, 일반적으로 매우 얇은

유전체 필름이 허용하는 것 이상의 정확도를 갖는 커패시턴스를 보인다.

한편, 작은 커패시터 C2는 C1보다 훨씬 얇은 유전체로 형성되는데, 이렇게 함으로써 작은 커패시터는 상대적으[0044]

로 낮은 파괴 전압을 갖게 된다.  일반적으로 상대적으로 낮고, 제어 가능한 커패시터 파괴 전압은 감시 또는

보안 태그의 비활성화에 유용하다.  한편, 커패시터 C2는 커패시터 C1에 비해 커패시턴스가 훨씬 작아서, C2는

C1보다는 열악한 커패시턴스 정확성을 갖지만, 전체 커패시턴스 C1+C2에는 미미한 영향을 가지므로 문제되지 않

는다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따라, 직렬 연결된 커패시터들로 제조되는 장치의 회로도이다.  도 2를 참조하면,[0045]

두  개의  직렬  커패시터  C1  및  C2는  직렬로  연결되며,  도  2에서  "foil"으로  라벨링  된  공통  전극(common

electrode)을 공유한다.

본 실시예에서, 두 커패시터가 직렬 연결되는 경우의 실효 커패시턴스 CT는, 1/CT = 1/C1 + 1/C2의 공식에 의해[0046]

구해진다.  만약 C1= C2이면, C1이나 C2는 실효 커패시턴스 CT의 두 배가 되고, (면적의 측면에서) CT 크기를

갖는 단일의 커패시턴스 보다 두 배의 면적을 갖게 된다.  결과적으로, 이러한 실시예에 따르면 커패시터를 형

성하는 데에 사용되는 프린팅 또는 패터닝 과정을 위한 치수(dimensions)와 그에 따른 공정 마진(manufacturing

margins) 또한 커지게 된다.

[멀티플 커패시터를 갖는 감시 및/또는 식별 장치의 제조 방법의 실시예][0047]

이하에서는, 병렬 및 직렬 연결 커패시터들을 이용하여 장치를 제조하는 실시예들이 설명된다.  또한, 개별적[0048]

장치 구조뿐 아니라, 본 발명의 다양한 실시예에 따라 어떠한 형태의 장치를 형성하는 일반적인 방법에 관련된

내용도 서술된다.

[병렬 연결 커패시터를 이용하여 장치를 제조하는 방법의 제1 실시예][0049]

도 3A 내지 5B를 참조하여 병렬 연결된 커패시터들을 이용하여 감시 및/또는 식별 장치를 제조하는 방법이 제시[0050]

된다.  도 3A는, 전기적 전도 스트랩(120)(이를 테면, "특징(feature)", "라인", "패턴", 및/또는 "모양")을

갖는 기판(110)과, 기판(120) 상에 형성되는 하단 커패시터 전극(122)을 도시하는 평면도이다.  도 3A의 사각형

으로 표현된 점선(dashed lines)은, 각각에 집적 회로를 갖는 기판들의 어레이가 분리되는 모습을 표현한다.

이러한 점선들은, 중합체 판이나 웹(web) 내에서, 반도체 웨이퍼 내에서, 또는 유리 판이나 슬릿 상에서, 개별[0051]

적인 집적 회로가 다른 개별적 집적 회로들로부터 분리되도록, 금속 판(sheet)이나 박편(foil)이 커팅되는 절취

선을 대표할 수 있다.  도 3B는 도 3A의 A-A' 축에 대한 단면도를 도시한다.  전기적 전도 스트랩(120)이 기판
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상에 형성되어 상단 커패시터 전극(들)과, (이하에서 도 4A 내지 도 5B를 통해 서술하는) 안테나/인덕터 사이의

전기적 통신을 제공한다.

i. 기판의 준비[0052]

일반적으로,  무선  태그 또는 장치에 사용되는 기판은,  장치를 제조하는 방법에 따라,  전도성 물질,  반도체[0053]

물질, 또는 절연성 물질을 포함한다.  본 발명의 제1 실시예에 따른 방법에서, 바람직하게는, 상기 기판은 절연

물질을 포함한다.  그러나, 상기 기판은 도 3C에 도시된 바와 같이, 내부에 하나 또는 그 이상의 절연 레이어를

갖는 전도성 물질, 또는 반도체 물질을 또한 포함할 수 있다.

도 3C를 참고하면, 상기 기판(110)은 층을 이루는 구조를(layered structure) 포함한다.  예를 들어, 상기 기판[0054]

(110)은,  내부에  하나  또는  그  이상의  절연  층들(레어어  104a  및/또는  104b)을  갖는,  금속(이를  테면,

알루미늄,  스테인리스  스틸,  구리  등)  박편,  또는  판(102)(또는  다른  전도성/반도체성  물질도  가능)을

포함한다.

이러한 실시예에서, 절연 레이어(104a)는 금속 기판 내의 금속 산화물(이를 테면 산화 알루미늄), 또는 이에 대[0055]

신하여, 블랭킷-피복된 또는 코팅된 절연체 층(이를 테면, 세라믹 또는 이산화규소와 같은 유리, 중합체, 무기

물 절연체, 유기물 절연체 등)일 수 있다.  도시된 바에 따르면, 제2 레이어(104b)는 기판의 일부일 수 있으며,

본 발명의 일실시예에 따르면, 레이어(104b)는 제1 절연 레이어(104a)와 동일한 물질을 포함할 수 있다.

이하에서는, 멀티플 커패시터들을 갖는 예시적인 감시/식별 장치 및/또는 그의 형성 방법에 관하여, 적당한 전[0056]

도성, 반도체성, 및 절연성 물질이 서술된다.  전도성 기판을 포함하는 구현에서, 상기 전도성 기판을 위한 금

속은,  적어도  부분적으로는,  실효적  유전체에  산화되는  능력(ability  to  be  anodized  into  an  effective

dielectric)에 기초하여 선택될 수 있다.

본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 기판은 1-200 μm의 명목상 두께를 가질 수 있다(바람직하게는, EAS 및/또[0057]

는 감시 장치와 같이, 높은 Q가 선호되는 실시예에서는 20-100 μm).  나아가, 전도성 기판은, 0.1-100 μohm
-cm

의 저항도(resistivity) 범위를 가질 수 있다(바람직하게는 0.5-80 μohm
-cm
).  또한, 다음 단계를 수행하기에

앞서서, 상기 전도성 기판은 종래의 방법에 따라 세척되고 매끄럽게 가공(cleaned and smoothed)될 수 있다.

이러한 표면 준비과정은, 케미칼 폴리싱(chemical polishing), 일렉트로폴리싱(electropolishing) 및/또는 산[0058]

소 스트리핑(oxide  stripping)에 의해 수행되어, 표면 거칠기를 줄이고, 저질의 기 존재 산소들을 제거한다.

이러한 과정은, "The Surface Treatment and Finishing of Aluminum and Its Alloys," P. G. Sheasby and R.

Pinner, 6th ed., ASM International, 2001, 에서 자세히 소개하고 있다.

한편, 이러한 과정 대신, 절연 레이어(104a 및 104b)는 상기 기판 상에 액상 절연 프리커서 용액(liquid phase[0059]

insulator precursor solution)(이를 테면, 스핀-온 글래스 [SOG] 포뮬레이션)을 스핀- 코팅(spin-coating) 또

는 딥-코팅(dip-coating)함으로써 형성될 수 있다.  일부 구현에서는, 절연 레이어(104a)는 이하에서 서술되는

플랭킷 피복(이를 테면, CVD,  PVD,  ALD  등)을 사용하여 형성될 수 있다.  다른 몇몇 예에서는, 접착 레이어

(adhesive layer)(이를테면 도 3C의 104b)가 기판의 표면에 첨가되어(이를 테면, 안테나 및/또는 인덕터 또는

다른 회로 구성요소들의 반대 표면에 첨가되어), 일반적으로 상기 태그가 제조된 후에, 상기 기기를 아이템에

붙이도록 할 수 있다.

ii. 전기적 전도 스트랩의 형성[0060]

도 3B를 참고하면, 전기적 전도 스트랩(120)이 기판(110)  상에 형성된다.  일반적으로, 전기적 전도 스트랩[0061]

(120)은 일반적으로 본 기술분야에서 알려진 어떤 적당한 방법에 의해 형성될 수 있다.  예를 들어, 본 발명의

일실시예에  따르면,  상기  스트랩(120)은  잉크젯  프린팅,  마이크로스팟팅,  스텐실,  스탬핑,  시린지 디스펜싱

(syringe dispensing), 펌프 디스펜싱(pump dispensing), 스크린 프린팅, 그라뷰어 프린팅(gravure printing),

오프셋 프린팅, 플렉소그래피(flexography), 레이저 지향 전사(laser forward transfer), 및/또는 로컬 레이저

CVD에 의해 형성될 수 있다.

이러한 프린팅 과정에서, 상기 스트랩(120) 및 하단 커패시터 전극(122)는 전도체 잉크(이를 테면, 금속 잉크,[0062]

금속 프리커서 잉크 등)을 기판 상에 선택적으로 프린팅함으로써 형성될 수 있다.  예시적인 컨덕터 잉크 및 잉
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크 포뮬레이션들은 이하에서 상술된다.

일부 실시예서, 전도성 기판(110), 상기 스트랩(120)은 이하에서 "유전체 필름 레이어 형성"이라고 타이틀이 붙[0063]

여진 알려진 기술에 따른 적절한 어떤 방법을 사용하여 상기 기판 상에 미리 피복되는 절연체 레이어(이를 테면

도 3C의 104a) 상에 프린트 될 수 있다.

본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 스트랩을 형성하는 단계는, 상기 기판(110) 상에(또는 전도성 기판 상의 절[0064]

연 레이어(104a) 상에) 전도성 금속을 피복하는 단계, 그리고 나서 요구되는 패턴(이를 테면 120/122)를 형성하

도록 상기 전도성 금속을 에칭(etching)하는 단계를 포함할 수 있다.

예를 들어, 전도성 금속이 상기 기판(110) 상에 블랭킷 피복되거나 또는 코팅될 수 있다.  그리고 나서, 마스크[0065]

에 의해 커버되지 않는 상기 전도성 금속의 일부(이를 테면, 상기 전도성 금속의 언마스크 영역)들이 선택적으

로 에칭된다.  이에 대신하여, 상기 스트랩(120)이 전도성 시드 레이어(conductive seed layer)를 프린팅하고,

그 위에 벌크 전도체를 전자적 플래이팅 또는 비전자적 플래이팅함으로써(electroplating  or  electrolessly

plating a bulk conductor thereon) 형성될 수 있다.

상기 전기적 전도 스트랩(120)은 이하에서 서술되는 전도성 물질/금속 중 어떤 것을 사용해서라도 형성될 수 있[0066]

다.  일부 구현에서, 상기 스트랩(120) 및 상기 하단 커패시터 전극(이를 테면, 도 3A의 122 구조)은, 동시에,

단일의 제조 공정으로 형성될 수도 있다.  일부 실시예에 따르면, 상기 하단 커패시터 전극(122)는 상기 병렬

연결된 커패시터들에 의해 공유될 수 있다(또는 공통(common) 단자로 활용).

이러한 구현에서, 상기 스트랩(120) 및 상기 하단 커패시터 전극(122)는 은, 금, 구리, 팔라듐, 알루미늄, 텅스[0067]

텐, 티타늄, 그것들의 멀티레이어 박층(multilayer laminate), 또는 그것들의 전도성 합금으로 구성되거나, 이

들을 포함할 수 있다.  예시적인 실시예들에서, 상기 스트랩(120) 및 상기 하단 커패시터 전극(1220)는 하나 또

는 그 이상의 단계 뒤에서 형성되는 상단 커패시터 전극 및/또는 안테나/인덕터와 동일한 재질로 형성될 수도

있다.

그러나, 본 발명은 이러한 실시예에 의해 한정되지 않으며, 상기 스트랩(120) 및 하단 커패시터 전극(122)는 상[0068]

단/하단 커패시터 전극(들) 및/또는 상기 안테나/인덕터와는 서로 다른 재질로 형성될 수도 있다.

iii. 커패시터 유전체 필름 형성[0069]

도 3B를 참조하면, 상기 방법은, 상기 기판(110)의 적어도 일부 상에, 그리고 상기 스트랩(120) 및 상기 하단[0070]

커패시터 전극(122)의 일부 상에 또는 상측에, 제1 (커패시터) 유전체 필름(130/132)를 피복하거나, 또는 형성

하는 단계를 포함한다.  일부 구현에서, 상기 제1 유전체 필름(130/132)는 층간 유전체 필름(ILD; interlayer

dielectric film)을 포함할 수 있다.

따라서, 일부 예시적인 실시예에서, 상기 유전체 필름(130/132)은 2,000 내지 20,000 Å의 두께, 또는 그 범위[0071]

내의 어떠한 값의 범위를 갖는 두께를 갖도록 형성될 수 있다.  어떤 구현에서는, 상기 유전체 필름(130/132)이

3,000 to 5,000 Å의 두께를 갖도록 형성될 수도 있다.

본 발명의 일실시예에 따르면, 상기 제1 유전체 필름(130/132)은 상기 스트랩(120)의 일부(이를 테면, 소정의[0072]

영역)을 노출하고, 상기 하단 커패시터 전극(122)의 일부분(이를 테면, 소정의 영역)을 노출하는 홀 또는 개구

부(hole or opening)을 형성한다.  내부에 상기 컨택 홀을 갖는 제1 유전체 필름(130/132)은, 이하에서 상술되

는 어떠한 형태의 방법으로도 형성될 수 있다(이를 테면, 블랭킷 피복, 포토리소그래피와 에칭, 프린팅에 의한

선택적인 피복 등).

제1 유전체 레이어(130/132)는 이하에서 서술되는 안테나 및/또는 인덕터와, 상기 전기적 전도 스트랩(120) 사[0073]

이에 전기적 분리(이를 테면, 누설 전류나 커패시턴스가 없도록)를 제공한다.

다음으로, 커패시터 유전체 필름(140)이, 이하에서 서술되는 바와 같이 상기 제1 유전체 필름(130) 내의 상기[0074]

개구부에 의해 노출되는 영역을 포함하여, 상기 전기적 전도 스트랩(120) 상에 형성된다.  상기 커패시터 유전

체 필름(140)은 일반적으로, 상기 제1 유전체 필름(130/132)에 비해서, 현저히 작은 두께를 가진다.

일부 다른 실시예에서는, 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(140)은 상기 스트랩(120) 및 상기 하단[0075]

커패시터 전극(122) 상에서, 상기 제1 유전체 필름(130/132)를 형성하는 단계에 앞서서, 이하에서 서술하는 어

떤 방법을 사용하여, 소정의 패턴으로 형성될 수 있다.
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일부 다른 실시예에서는, 상기 스트랩(120) 상에 형성된 상기 커패시터 유전체 필름의 일 부분(들)이, 요구되는[0076]

바에 따라 선택적으로 에칭되어 제거됨으로써 상기 스트랩(120)의 일부를 노출해서, 일반적으로 (예를 들어, 도

1의 커패시터 C2를 위한) 얇은 커패시터 유전체로서 사용되도록, 상기 컨택트 홀을 보존하는 마스킹 부분(140)

다음에 형성되는 인덕터 및/또는 안테나에 전기적 연결을 주도록 한다.

일반적으로, 상기 유전체 필름 레이어(이를 테면, 상기 층간 유전체 및/또는 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전[0077]

체 레이어 (130/132) 등) 및 그 내부에 형성되는 상기 컨택트 홀들은, 일반적으로 알려진 기술에 따른 기술과

재료를 사용하여 얻어질 수 있다.  예를 들어, 일부 실시예에서, 전체 장치에 있어서, 상기 유전체 필름은 본

기술 분야에서 알려진 블랭킷 피복 기술에 의해 코팅되거나 또는 피복될 수 있다.

예를 들어, 유전체 필름 레이어들의 블랭킷 피복은, 익스트럭션 코팅(extrusion coating), 블래이드 코팅(blade[0078]

coating), 딥 코팅(dip coating), 리니어 코팅(linear coating), 스핀 코팅(spin coating) 또는 다른 코팅 기

술들이나, 이에 대신하여, 프린팅 또는 디스펜싱과 같은 로컬 피복 기술들에 의해 수행될 수 있다.  상기 유전

체 필름의 선택된 일부분은, (이를 테면, 종래의 포토리소그래피 및 에칭에 의해) 제거되어서, (이를 테면, 커

패시터 전극(들) 122, 상기 스트랩(120) 등과 같은) 언더라인된 전도성 구조의 요구되는 영역들 상에(또는 이들

을 노출하는) 컨택 홀들이나 개구부들을 형성할 수 있다.

일부  실시예에서,  상기  유전체  필름(들)  (130/132및/또는  140/142)들은,  진공  피복  방법(이를  테면,[0079]

CVD(chemical  vapor  deposition),  PECVD(plasma-enhanced  chemical  vapor  deposition),  LPCVD(low-pressure

chemical  vapor  deposition),  sputter  deposition  등)에  의해  피복될  수  있다.   상기  얇은  유전체  필름

(140/142)을  형성하는  다른  방법에서는,  MOS  유전체  및/또는  deactivation  dielectric을  형성하는  산화

(anodization)가 이용된다.

0054] 다른 실시예들에서는, 상기 유전체 필름(들) (130/132및/또는 140/142)들은, 유전체 프리커서 물질을[0080]

피복하고(이를 테면, 프린팅 또는 chemical bath deposition 과정에 의해), 상기 프리커서를 (이를 테면, 건조,

경화 및/또는 어닐링에 의해) 유전체 필름으로 전환함으로써 피복될 수 있다.

그러나, 상기 전도성 기판이 고온(이를 테면, 200 ℃, 250 ℃, 550 ℃, 600 ℃ 이상의 온도, 또는 200 ℃ 이상[0081]

의 다른 어떤 온도)에서 처리될 수 없는 것이라면, 프린팅 또는 진공 피복(이를 테면, CVD, PDV(physical vapor

deposition)) 방법이 선호될 수 있다.  상기 유전체 프리커서 물질은 액상 유전체 프리커서 잉크를 포함할 수

있다.  일 실시예에서, 상기 액상 유전체 프리커서 잉크는 AnHy식으로 표현되는 화합물을 포함할 수 있으며, 여

기서, n은 3 내지 12이고, 각각의 A는 Si 또는 Ge가 독립적으로 선택되고, y 는 n 내지 2n+2의 짝수이며, 바람

직하게는, (AHz)n 식으로 표현되는 화합물이고, 이 경우에 n은 5 내지 10이고, A는 Si 또는 Ge가 독립적으로 선

택되고, z는 1 또는 2이다.

대응되는 실리콘 및/또는 게르마늄 산화 필름은, 이하에서 서술되는 프리커서 필름을 경화함으로써 형성될 수[0082]

있다.   상기 프리커서 물질이 상기 유전체 필름으로 전환된 후에,  추가적 금속 산화물들(이를 테면,  TiO2,

ZrO2, HfO2 등) 또는 다른 유전물질(이를 테면, 실리콘, 실소, 실리콘 산화질소, 알루미늄 산화질소, 알루미늄

실리콘물질(aluminosilicates) 등)이 상기 필름에 피복될 수 있다.  따라서, 일부 변형 예에서는, 상기 유전체

필름은 복수 개의 레이어를 포함할 수 있다.

프린팅을 하는 경우에, 상기 과정은 상기 유전체 필름을 패터닝하는 목적을 제공할 수도 있다.  상기 유전체 필[0083]

름의 패터닝은, 하나 또는 그 이상의 유전체 프리커서 물질들을 프린팅 함으로써(이를 테면, 잉크젯 프린팅, 스

크린 프린팅, 그라뷰어 프린팅, 플렉소그래피, 레이저 지향 전사 등에 의해) 수행될 수도 있고, 또는 간접적인

패터닝 (이를 테면, 포토 및/또는 열적 패터닝 가능한 프리커서 물질이 포토마스크에 의해 노출되고, 열적 또는

레이저 패턴이 성장하거나, 또는 종래의 포토리소그래피, 에칭, 엠보싱 또는 유사한 기술들과 같은 패터닝 프로

세서를 통해 부수적(extrinsically)으로) 수행될 수도 있다.  이러한 일부 구현에서, 상기 에칭 프로세스는 종

래에 알려진 바에 따라, 레이저 절개(ablation), 기계적 침식(penetration) 또는 다른 에칭이나 유전체 제거 기

술들을 포함할 수 있다.

다른 실시예들에서는, 상기 유전체 필름들(130/132 및/또는 140/142)들은, 상기 구조(이를 테면, 상기 기판, 상[0084]

기 스트랩 및/또는 상기 하단 전극)의 하나 또는 그 이상의 소정의 일부분에 선택적으로 피복되어, 요구되는 패

턴을 형성할 수 있다.

바람직한 실시예들에서, 선택적인 피복은 이하에서 서술되는 다양한 프린팅 과정 및 기술들을 이용하여 수행될[0085]

수 있다.  특히, 일부 구현에서는, 상기 유전체 필름 레이어는 (i) 액상 화합물(composition) (이를 테면, 용액
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(solution), 서스펜션, 에멀전, 잉크 등, 유전체 프리커서를 함유하는 것들)을 상기 장치의 적어도 소정의 일부

분 상에 프린팅 하여, 요구되는 특징적 리솔루션(이를 테면, 최소의 레이아웃 치수, 공간확보(spacing), 오류

마진 정렬, 또는 그들의 조합)으로 소정의 패턴을 형성하고, (ii) (예를 들어, 어닐링에 의해) 상기 유전체 화

합물을 건조하거나 및/또는 경화하여 상기 유전체 필름을 형성함으로써 만들어진다.  이러한 실시예에서, 스핀-

온-글래스(spin-on-glasses) 및/또는 보론 니트라이드(boron nitride)와 같은 물질들이 선택적으로 상기 장치

위에 요구되는 바대로 프린트 될 수 있다.  다른 적절한 유전체 물질 및 유전체 프리커서 잉크가 이하에서 서술

된다.

바람직한 변형 예에서, 액상 유전체 물질 (이를 테면, 이하에서 서술되는 유전체 프리커서 잉크)가 선택적으로,[0086]

상기 하단 전도성 구조(이를 테면 120 및/또는 122)의 하나 또는 그 이상의 일부분에 노출되는 컨택트 홀이나

또는 개구부와 같은 구조 상에, 요구되는 바에 따라 프린트 될 수 있다.

또한, 이에 대신하여, 상기 유전체 필름/레이어들은 전체의 기판을 커버하도록 프린팅 되고, 상기 요구되는 유[0087]

전체 필름 패턴을 형성하기 위해 마스크로서의 구조로 나중에 형성되는 구조들을 이용하여 에칭될 수 있다.

일부 실시예들에서, 상기 유전체 필름들(130/132 및/또는 140/142)은 열적 및/또는 화학적 산화 프로세스에 의[0088]

해 형성될 수 있다.  일부 구현에서, 상기 유전체 필름들은, 전도성 필름, 기판 또는 다른 구조(이를 테면 액상

산화/질화 프리커서)를 산화(oxidizing) 및/또는 질화(nitriding)하여, (이를 테면, 성장(grown))되어 형성될

수 있다.

일반적으로, 이러한 과정은, 산화 및/또는 질화 가스(oxidizing and/or nitriding atmosphere) 내에서 수행될[0089]

수 있다.  예를 들어, 상기 유전체 필름들은 상기 구조 상에 프린트 되는 액상 실레인(liquid silane)을 산화시

킴으로써 형성되거나, 또는, 산화되거나 질화될 수 있는 다른 어떤 전도성 물질(이를 테면, 실리콘, 알루미늄,

크롬, 하프늄 등)으로 상기 구조를 코팅함으로써 수행될 수 있다.

이에  대신하여,  상기  유전체  필름은,  유전체  프리커서  물질(이를  테면,  tetraalkylsiloxane  또는[0090]

tetraalkoxysilane  같은  SiO2  프리커서들)을  피복(이를  테면,  액상으로  프린팅하거나  또는  chemical  bath

deposition processes으로)하고, 그 다음에 상기 프리커서를 유전체 필름으로 (건조하거나, 경화하거나 및/또는

어닐링하여) 전환함으로써 형성될 수 있다.

일 실시예에서, 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(140)은, 이하에서 설명하는 바에 따라, 상기 스트[0091]

랩(120) 및 상기 하단 커패시터 전극(122) 상에서, 상기 스트랩 및 상기 하단 커패시터 전극(120/122)를, 산화

(anodization),  또는  이에  대신하여  화학적  또는  열적으로  산화  및/또는  질화(chemically  or  thermally

oxidizing and/or nitriding)함으로써 성장되고, 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(130/132)는 이하에서 설명되는

블랭킷 피복 또는 프린팅 과정에 의해 상기 기판 상에 피복된다.  일부 대체적 실시예에서, 상기 유전체 필름

(130/132) 및/또는 상기 유전체 필름(140/142)는 ALD(atomic layer deposition)에 의해 형성될 수 있다.

상기한 프린팅 및/또는 코팅 프로세스에서 사용되는, 상기 액상 유전체 프리커서 잉크는, 이하에서 설명하는,[0092]

글래스 포밍 포뮬레이션(glass-forming formulation), 유기물 유전체, 산화된 실리콘 프리커서, 또는 분자 및/

또는 나노입자 기반의 실리콘 포뮬레이션을 포함할 수 있다.  대응하는 유전체 필름은, 상기 산화 가스 내에서,

300  ℃, 350  ℃ 또는 400  ℃, 또는 그 이상으로, 상기 프리커서 필름(이를 테면, Group  IVA  원소 프리커서

필름)을 경화하여 형성될 수 있으나, 다만, 전도성 기판을 포함하는 실시예들에서는 상기 기판의 용융점 이하여

야 한다.

경화(curing)는,  불활성 운반 가스,  이를테면 질소,  아르곤 또는 헬륨과 같은 것에 희석될 수 있는,  산소,[0093]

오존, N2O, NO2, 또는 다른 산화 가스들의 존재 하에서 수행된다.  다른 실시예에서, 다른 용액-기반 유전체들

(이를 테면, 유기물 유전체들)이 프린팅되거나 종래 기술에 따라 코팅되어 사용될 수 있다.

상기 유전체 필름은,  이하에서 서술되는,  어떤  적당한 전기적 절연성 유전체 물질을 사용하여 형성될 수도[0094]

있다.  다양한 실시예들에서, 상기 상대적으로 얇은 유전체 필름(이를 테면, 도 3B의 구조 140)은, 50 내지 500

Å 의 두께를 가지고, 5 V 내지 50 V미만의 파괴 전압을 가지도록 형성되며, 바람직하게는 이러한 파괴 전압은

Q 팩터와 상기 유전체 필름의 두께 등에 따라서는 4 V 내지 15 V의 파괴 전압을 가지도록 형성될 수 있다.  이

러한 얇은 필름들은 열적 및/또는 화학적 산화에 의해 편리하게 형성될 수 있다.

그러나, 상기 각각의 유전체 필름(이를 테면, 상기 제1 유전체 필름, 상기 커패시터 유전체 필름, 상기 ILD[0095]

등)의 두께는 커패시턴스를 제어하거나, 및/또는 상기 유전체 필름이 파괴되도록 의도되는 전압을 제어하기 위
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해 필요한 정도로 조정될 수 있다.

iv. 상단 커패시터 전극(들)의 형성[0096]

도 4A는 상기 제1 유전체 필름(130/132) 및 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(140) 상에 형성되는 상[0097]

단 커패시터 전극(160)의 평면도이다.  도 4B는 도 4A의 A-A' 축에 대한 단면도이다.  일반적으로, 상기 상단

커패시터 전극(160)은 상기 하단 커패시터 전극(122)와 용량형으로 결합되어, 병렬 연결되는 제1 및 제2 커패시

터들을 형성한다.

예시적인 실시예들에서, 상기 제2 커패시터는 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름(이를 테면 상기 제1 유[0098]

전체 필름 130/132)을 포함하고, 커패시터 유전체 필름(140)에 걸쳐 형성되는 상기 제1 커패시터보다 훨씬 큰

면적을 갖는다.  따라서, 상기 제2 커패시터는 상기 제1 커패시터보다 큰 커패시턴스를 갖는다.

다양한 실시예들에서, 일반적으로, 상기 커패시터 전극(들)(이를 테면 상단 및/또는 하단 커패시터 전극들)은,[0099]

본 기술 분야에서 알려진 적당한 기술들(이를 테면, 블랭킷 피복, 포토리소그래피와 에칭, 프린팅 등)을 이용하

여 형성된다.  예를 들어, 다양한 구현에서, 전도성 물질은 전도성 물질(이를 테면 유기금속 프리커서 및/또는

금속 나노입자와 같은 화합물 및/또는 나노 입자의 금속)을 함유하는 잉크(이를 테면 전도성 잉크, 금속 프리커

서 잉크, 반도체 잉크 등)을 스핀-코팅함으로써 블랭킷 피복되고, 이러한 잉크가 경화되거나 또는 어닐링됨으로

써 형성된다.

바람직한 다른 실시예들에서, 상기 금속 잉크는, 용매 내에 있는 요구되는 금속(이를 테면 silicide-forming[0100]

metal)의 프리커서를 포함하는 잉크를 프린팅함으로써 선택적으로 피복되고, 그 뒤에 건조되거나, 경화되거나,

및/또는 어닐링된다.

상기 전도성(이를 테면 금속 함유) 물질은, 이하에서 설명되는 어떠한 기술들을 이용하여 프린팅될 수 있다.[0101]

프린팅 과정은 프린트된 금속 레이어의 두께를 매우 잘 제어할 수 있도록 하며, 따라서 상기 상단 전극의 두께

를 매우 잘 제어할 수 있도록 한다.

예를 들어, 더 두꺼운 상단 전극이 필요하면, 많은 수의 방울들이 사용되거나, 방울 크기 또는 잉크 부피가 증[0102]

가될 수 있다.  두꺼운 전극(이를 테면 금속 레이어)는 또한, 두꺼운 전극(이를 테면 낮은 저항을 갖는 전극)이

요구되는 영역에는 잉크 방울을 드롭시키는 간격을 줄임으로써 이루어질 수도 있다.

나아가, 프린팅 프로세스는 지역적으로 변경되는 프린트 잉크 각도의 컨택을 가능하게 한다.  또한, 단일의 프[0103]

린팅 과정에서도, 서로 다른 금속 높이/두께 및/또는 라인 넓이가 가능하도록, 상기 기판의 표면 에너지를 지역

적으로 변화시키는 프리프린팅 단계가 적용될 수도 있다.

예를  들어,  상기  전도성  금속  상의  프린팅될  표면은,  상기  금속  프리커서  잉크를  선택적으로  피복하기에[0104]

앞서서, aqueous HF를 포함하는 에치 용액(etch solution) 내에서 에칭될 수 있다.  바람직하게는, 상기 에치

용액은  희석된  aqueous  HF,  또는  이에  대신하여  버퍼된 산소 에치 용액(oxide  etch  solution)  (이를테면,

aqueous HF/NH4F)를 포함할 수 있다.

제2의 예시적인 실시예에서, 상기 표면 프린팅은 불화물들(이를 테면 CF4, C2F6, 등) 및 산소가스들 (이를테면,[0105]

O2, O3, NO2)의 혼합을 사용하는 플라즈마 트리트먼트에 의해 개조될 수 있는데, 예를 들어, 노출된 표면에는

노출된 표면에 한 가스에 비해 다른 가스에서(이를 테면, 산소(들)에 비해서 실리콘에서는)상대적으로 충분히

긴 시간 동안 선택적으로 노출하여 표면 에너지를 바꾸는 식이다.

다양한 구현에서, 상기 전도성 잉크는 이하에서 서술되는(이를 테면, 티타늄, 텅스텐, 니켈, 팔라듐, 플래티늄[0106]

등)의 금속 원소들 중 어떤 것의 프리커서를 포함할 수 있다.  여기에 더하여, 또는 대신하여, 상기 전도성 잉

크는 알루미늄-구리 합금, 알루미늄-실리콘 합금, 알루미늄-구리-실리콘 합금, 티타늄-텅스텐 합금, 몰리브덴-

텅스텐 합금, 알루미늄-티타늄 합금 등, 종래의 알려진 금속 원소의 합금들을 포함할 수 있다.

다른 구현에서는, 전기적으로 전도성인 금속 화합물, 이를테면 금속 원소의 질화물(nitrides) 및/또는 규화물[0107]

(silicides)(이를 테면, 티타늄 질화물, 티타늄 규화물, TiSiN, 티타늄 질화물, 코발트 규화물, 몰리브데늄 규

화물, 텅스텐 규화물, WN, WSiN, 플래티늄 규화물 등)이 상기 전도성 잉크 포뮬레이션 내에 사용될 수 있다.

프리커서 포뮬레이트를 형성하는 이러한 프린트가능 규화물은, Group 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 또는 12 족 금

속 염화물 및/또는 금속 복합물 및 하나 또는 그 이상의 용매를 섞고, 및 상기 금속 염(들) 및/또는 금속 복합
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물(들)을 상기 용매(들)에서 액화(dissolving)하여 상기 포뮬레이션을 형성함으로써 만들어질 수 있다.

일부 실시예들에서, 상기 포물레이션 내의 상기 용매는 상기 포뮬레이션의 코팅 및/또는 프린팅을 만들도록 적[0108]

용되고, 상기 포뮬레이션은 상기 금속 염(들) 및/또는 금속 복합물(들)이 감소되는 경우 가스성 또는 인화성 부

산물(byproducts)를 내부의 원소 금속 또는 합금으로 만드는 성분을 본질적으로 포함하거나, 이로 이루어진다.

다른 구현에서,  상기 금속/전도성 잉크는,  상기 금속 프리커서(들)이 용해될 수 있는 용매 내의 금속 나노[0109]

입자, 유기물 합성물, 및 금속 염으로 구성되는 그룹으로부터 선택되는 하나 또는 그 이상의 금속 프리커서를

포함한다.  예시적인 구현에서, 상기 전도성 잉크의 상기 금속은 고온 처리과정을 견디며, 이를테면 660 ℃,

800 ℃, 900 ℃, 1,000 ℃ 또는 660 ℃ 이상의 어떠한 온도를 견딘다.  이러한 예시적 금속은, 이를테면 크로미

늄(chromium), 몰리브데늄(molybdenum), 텅스텐, 니켈, 팔라듐, 플래티늄 및 이들의 합금(이를 테면, 니켈-크로

미늄 합금, 티타튬-텅스텐 합금, 몰리브데늄-텅서텐 합금 등)을 포함한다.

일부 변경 예에서는,  상기  커패시터 전극을 위한 상기 잉크 프리커서는,  나노입자 및/또는 분자,  소중합체[0110]

(oligomeric), 및/또는 실리콘 중합 합성물(polymeric compounds of silicon), 실리사이드 형성 금속(이를 테

면, Ni, Co, Pd, Pt, Ti, W, 및/또는 Mo), 용해가 어려운 금속들(refractory metals) (이를 테면, Pd, Mo, 및/

또는 W),  또는 그들의 조합을 포함할 수 있다.  상기 잉크 포뮬레이션 내의 상기 나노입자 또는 나노결정은

passivated 또는 unpassivated일 수 있다.

일부 실시예들에서, 상기 금속-함유 잉크는, 상기 잉크 내에서 1 내지 50 wt.%의 양(또는 그 내에서 일정한 범[0111]

위를 갖는 값)을 갖는 금속 프리커서(이를 테면 금속-함유 물질), 상기 금속-함유 물질이 용해되는 용매를 포함

하거나, 실질적으로 이로써 구성될 수 있다.  예시적인 실시예들에서, 상기 금속 잉크는 이하에서 설명되는 어

떠한 금속 원소(이를 테면, 알루미늄, 니켈, 금, 팔라듐, 플래티늄 등) 또는 그 합금을 포함할 수 있다.

일부 실시예에서, 상기 금속 포뮬레이션은 Group 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 또는 12 족 금속 염(들), 및/또는[0112]

금속 복합물(들), 상기 포뮬레이션의 코팅 및/또는 프린팅을 형성하는 하나 또는 그 이상의 용매들로 실질적으

로 구성될 수 있다.  선택적으로, 상기 포뮬레이션은 하나 또는 그 이상의 상기 금속 염 또는 금속 복합물이 감

소되어 원소 금속이나 이들의 합금이 되는 경우의 가스형태의 또는 휘발성의 부산물을 형성하는 하나 또는 그

이상의 부가물(additives)을 포함할 수 있다.

나아가 다른 실시예에서, 상기 잉크 포뮬레이션은 상기 금속 염 또는 상기 금속 복합물이 상기 용매 내에 용해[0113]

되도록 돕는 음이온 소스로 실질적으로 구성될 수 있다(또는 상기 부가물은 이들을 포함할 수 있다).

일부 실시예에서, 상기 금속 잉크는, 반도체를 포함할 수 있다.  다양한 실시예들에서는, 상기 반도체는 헤비[0114]

도핑된 것일 수 있다(may  be  heavily  doped).   실리콘 또는 실리콘-게르마늄의 경우에, 상기 불순물은 보론

(boron), phosphorous 및 arsenic 중에서 선택될 수 있으며, 통상적으로는 종래 기술에 따라, 이를테면 1017

내지 1021, 1018 내지 1021, 1019 내지 1021 atoms/cm 정도의 농도를, 또는 그 내에서 일정한 범위를 갖는 정

도의 농도를 갖는다.  적당한 반도체 잉크는 액상 (폴리-) 및/또는 (사이클로-) 실레인을 더 포함할 수 있다.

액상 반도체 잉크는 반도체 나노입자(이를 테면 passivated Si, Ge, 또는 SiGe 나노입자들) 및/또는 용매(이를[0115]

테면, 유기 용매 또는 그들의 혼합물, NH3, H2O, a C1-C10 알코올, cycloalkane 등)의 용매를 더 포함할 수 있

다.  이러한 포뮬레이트의 상기 나노입자들 또는 나노결정들은 종래의 방법으로 passivated 될 수 있으며, 이

경우 하나 또는 그 이상의 surfactants 또는 표면 리간드, 이를테면 알킬(alkyl), aralkyl, alcohol, alkoxy,

mercaptan, alkylthio, carboxylic acid, 및/또는 carboxylate groups(족)들이 이용된다.  다른 실시예에서는,

상기 나노입자들/나노결정들은 unpassivated될 수도 있다.

다른 실시예들에서, 상기 반도체 잉크는 하나 또는 그 이상의 반도체 합성물(이를 테면, [도핑된] Group IV 합[0116]

성물,  예를  들어  SiGe  또는  SiC,  III-B  합성물들,   GaAs,  CdS,  ZnO  및  ZnS  같은  chalcogenide

semiconductor들,  유기 반도체들 등),  및/또는 하나 또는 그 이상의 반도체 나노입자들(이를 테면, Si,  Ge,

SiGe 등)을, 이들 나노입자들/합성물들이 녹을 수 있거나 서스펜스될 수 있는(suspendable)(이를 테면, 하나 또

는 그 이상의 할로겐으로 대체될 수 있는 C6-C20  branched  or  unbranched  alkane,  -cyclohexane  같은 C20

cycloalkane, cyclooctane 또는 decalin, C6-C10 as toluene, xylene, tetralin 같은 aromatic solvent, 전체

또는 적어도 4 개의 탄소 원자를 갖는 di-C1-C10 alkyl, 및/또는 tetrahydrofuran 또는 dioxane 같은 C4-C10

cyclic  alkyl  등) 용매를 포함할 수 있다.  상기 잉크 포뮬레이션은 또한 표면 장력 감소 애이전트(surface

tension reducing agent), surfactant, binder 및/또는 thickening agent를 포함할 수 있다.

일부 실시예에서, 상기 (상단) 커패시터 전극(들) (160)은 두 개 또는 그 이상의 금속 프리커서들의 혼합물로서[0117]
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프린팅 될 수 있고, 또는 이에 대신하여 하나 또는 그 이상의 금속 프리커서들로서, 및 하나 또는 그 이상의 반

도체 잉크는 연속적으로 프린팅 되고 건조되어 박층 레이어(laminated layers)가 될 수 있다.  상기 혼합물들

및/또는 박층(laminates)은 선택적으로 가열되거나 또는 상기 (반)도체 레이어(160)을 형성하도록 포뮬레이션

된 후에 또는 형성되는 동안 다르게 반응될 수 있다.

상기 프린팅된 금속-함유/프리커서 잉크는 상기 기판을 잉크 내에 용매를 제거하기 충분한 시간과 열로 가열함[0118]

으로써 건조될 수 있다.  용매를 제거하기 위한 온도는 대략 80 ℃ 내지 대략 150 ℃, 또는 그 내에서 일정한

범위를 갖는 온도 대역(이를테면, 약 100 ℃ 로부터 약 120 ℃ 범위)이다.

이러한 온도에서 상기 프린팅된 잉크로부터 용매를 제거하기 위한 시간 길이는 약 1초 내지 약 10분, 10초 내지[0119]

약  5분,  또는  그  내에서  어느  정도의  범위를  갖는  시간  영역(이를  테면,  약  30초  내지  약  5분의  시간

영역)이다.  강열은 종래의 가열판, 또는 종래의 화덕이나 오븐에서 이루어질 수 있다.  선택적으로, 상기 가열

은 불활성 기체, 이를테면 대기, O2, 오존, N2O 또는 스팀, 또는 그들의 조합 내에서 발생될 수도 있다.

상기 금속-함유 잉크가 건조되어 용매가 제거된 후에, 남아있는 물질은, 밑에 있는 유전체 레이어에의 접착 성[0120]

질뿐만 아니라, 요구되는 전기적 및/또는 물리적 성질을 갖기에 충분한 시간과 온도에서 어닐링 과정(이를 테면

경화) 과정을 겪는다.  어닐링 온도 범위는 100 ℃ 내지 약 300 ℃, 또는 그 내의 일정한 범위를 갖는 온도 대

역(이를 테면, 약 150 ℃ 내지 약 250 ℃ 등)이다.  어닐링 시간은 일반적으로 1분 내지 2시간이다.  바람직한

실시예에서, 상기 금속-함유 필름은 10분 내지 1시간의 어닐링 시간, 또는 그 내의 일정한 범위의 시간 영역(이

를 테면, 10분 내지 30분 등)의 어닐링 시간을 갖는다.

다양한 실시예에서, 어닐링은 화덕 또는 오븐에서 이루어지며, 선택적으로는 이하에서 설명되는 불활성 또는 감[0121]

소  기체(inert  or  reducing  atmosphere)에서  이루어진다.   예를  들어,  상기  금속-함유  프리커서  필름은

reducing agent에 노출되며, 기판에 따라서, 약 200-400 ℃ 언저리의 온도 또는 그 이상에 노출된다.  이러한

과정은  기판이  고온에  노출될  수  없는  경우의  실시예(이를  테면,  기판이  알루미늄  박편,  탄소중합체

(polycarbonate), 폴리에틸렌(polyethylene) 및 폴리프로필렌 에스터(polypropylene esters), polyimide 등인

경우)에 특히 유용하다.

밀폐가능한 오븐, 화덕 또는 진공으로 조절되는 급속 열 어닐링 화덕 및 감소/불활성 가스원은 이종 리덕션[0122]

(heterogeneous reduction)을 위한 열(열 에너지)나 기체를 감소시키는 데에 이용된다.  다른 실시예에서, 상기

금속 프리커서 필름은, 공기가 주의 깊게 제어될 수 있는(이를 테면 글로브 박스 또는 드라이 박스) 장치 내의

열원(이를 테면 열판) 열적으로 분해되어 원소 금속으로 된다.

일부 실시예에서, 상기 커패시터 전극(들)을 형성하는 단계는, 반도체 레이어/성분(이를 테면, 실리콘 및/또는[0123]

게르마늄 같은 하나 또는 그 이상의 [도핑된] Group IVA의 원소 프리커서 잉크, GaAs 같은 "III-V" 물질, 및/또

는 유기물 또는 중합체 반도체)를 50 내지 200 nm 두께로 피복하는 단계를 포함한다.  적절한 액상 Group IVA

원소 프리커서 잉크가 이하에서 서술된다.

일부 실시예에서, 상기 (반)도체 레이어는 electro(less) plating 공정에 의해 형성될 수 있다.  이러한 실시예[0124]

에서, 프린팅된 금속 레이어(이를 테면, Pd, Pt, Co 등)은 필요에 따라, electroless 피복 공정 또는 다른 금속

(이를 테면, Ag, Cu, Ni 등)의 electroplating 및/또는 판형 실리사이드를 형성하는 시드로서 역할을 한다.  전

도성 금속(이를 테면 벌크 전도성 금속)은 상기 금속 시드 레이어 상에 또는 금속 실리사이드 상에 편평화

(plated)된다.

그러면 결과 구조는 그 다음에 어닐링되어 상기 실리사이드와 판형 금속 사이의 금속 접속을 향상시킨다.  세척[0125]

및/또는 표면 roughening 단계가 상기 유전체 레이어에 수행되고, 및/또는 상기 유전체 레이어는 상기 유전체

레이어에 편평화되는 금속의 접착성을 향상시키는 금속 잉크를 프린팅 하기 전에 에칭될 수 있다.  상기 전도성

금속을  편평화하는(plating)  단계는  electroless  plating  또는  electroplating일  수  있다.   이러한

실시예에서, 상기 금속의 시드 레이어를 형성하는 데에 이용되는 잉크는 나노입자 및/또는 합성물-기반 금속,

이를테면 PdCl2-함유 잉크일 수 있다.

다른 실시예에서는, 상기 시드 레이어는 코발트, 플래티늄, 팔라듐, 티타늄, 텅스텐 또는 몰리브데늄을 포함하[0126]

는 금속 나노입자들일 수 있다.  그러나, 바람직한 실시예들에서는, 상기 시드 레이어는 팔라듐을 포함한다.

상기 전도성 금속은 Al, Ag, Au, Cu, Pd, Pt, Ni, Cr, Mo, W, Ru, Rh 및 그들의 합금 및/또는 혼합물을 포함한

다.  선택적으로, 상기 벌크 전도성 금속은 하나 또는 그 이사의 물리적 및/또는 전기적 특성을 개선하기 위해

더 어닐링 될 수도 있다.
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일반적으로는 감시/식별 장치 내에 사용되는 커패시터(이를테면, MOS 커패시터 회로)의 응답 주파수를 증가시키[0127]

는 것이 바람직하며, 상기 장치 내의 회로에서 낮은 직렬 저항을 제공하는 것이 바람직하다.

그렇게 하면, 고주파 동작(이를 테면, 8.2 MHz 또는 13.56 MHz를 포함하는 125 KHz 이상의 범위에서의 동작)이[0128]

가능하다.  충분히 낮은 직렬 저항 및/또는 증가된 주파수 응답을 달성하기 위해, 상기 금속은 상기 상단 커패

시터 전극이 재결정화될 수 있도록 형성되는 데에 사용된다.  상기 재결정 과정은 캐리어 모빌리티 및/또는 전

도성  레이어/전극에서의  불순물  활동성을  향상시킬  수  있다.   10  cm2/vs  및  그  이상의  모빌리티는,  낮은

dissipation 및/또는 효과적인 높은 Q를 위해 요구된다.

낮은 dissipation은 일반적으로 낮은 직렬 저항, 바람직하게는 전체 회로에서 ohms 미만을 요구하며, 큰 병렬[0129]

저항(일반적으로는 낮은 누설 유전체에 의해 제공되는)이 104 ohms 이상, 바람직하게는 ≥ 105 ohms, 가장 바람

직하게는 > 106 ohms 정도가 되기를 요구한다.  효과적인 높은 Q는 MHz 범위의 주파수나 그 이상의 주파수 내의

동작의 높은 판독 범위 및/또는 낮은 필드를 제공한다.

일부 실시예들은, 라이트 도핑되거나 헤비 도핑될 수 있는 반도체 레이어를 프린팅함으로써 상기 커패시터 전극[0130]

을 형성하는 단계를 포함한다.  헤비 도핑, 또는 이에 대신하여 상기 반도체 금속을 실리사이딩(siliciding) 하

는 것은 감시/식별 태그 MOS 커패시터 회로의 응답 주파수를 높이고, 따라서 직렬 저항을 감소시킨다.  도핑된

반도체 레이어는 종래의 반도체 불순물을 임플란팅하고, 상기 불순물을 고체 또는 증기의 불순물 원으로부터 상

기 반도체 금속으로 확산하고, 도핑된 반도체 금속 프리커서, 이를테면 B- or P-함유 (cyclo)silane을 프린팅

함으로써, 및/또는 도핑된 반도체 레이어나 불순물 확산 원 레이어의 레이저 지향 전사를 함으로써 형성된다.

다른 실시예들에서, (농도가 < 5 x 1018 cm
-3
 로 전기적 활성 불순물 원자를) 상대적으로 낮은 수준에서 상기 활[0131]

성 반도체 레이어의 상기 벌크 내에 도핑해서, 상기 감시/식별 장치의 CV 슬로프를 제어하고, 상기 반도체 성분

의 직렬 저항을 줄이는 것이 바람직하다.  이러한 것은 높은 Q와 고주파 동작을 가능하게 한다.

v.   안테나 및/또는 인덕터의 형성[0132]

본 발명의 실시예에 따른 방법에 따르면, 상기 커패시터들(이를 테면 하단 커패시터 전극 및/또는 상단 커패시[0133]

터 전극) 및 상기 전기적 전도 스트랩에 전기적으로 연결되고 결합되는 구조 상에 안테나 및/또는 인덕터가 형

성되어, 상기 감시 및/또는 식별 태그 또는 장치를 형성할 수 있다.

상기 안테나 및/또는 인덕터는 안테나, 인덕터 또는 그 둘 모두를 포함할 수 있다.  도 5A 내지 도 5B에 도시된[0134]

제1 일반적 방법에서, (컨택트 패드 영역 172 및 174를 갖는) 상기 안테나 및/또는 인덕터(170)는, 상기 상단

커패시터 전극(160) 및 상기 스트랩(120) 상에 형성되어 전기적으로 연결된다.

도 5B는 상기 상단 커패시터 전극 및 상기 스트랩 상에 형성된 상기 안테나를 도 5A의 A-A' 축을 따라 본 단면[0135]

도이다.  예시적인 실시예들에서, 제1 인터커넥트/컨택트 패드(172)(도 5A 및 도 5B 내에서 "외부 컨택트 패드

(outer contact pad)"로 도시된 것)은 상기 안테나/인덕터 상에 형성되어 상기 전도성 스트랩(120)에서 상기 제

1  유전체 필름(132)로 커버되지 않는 부분에 전기적으로 연결된다.   유사하게,  제2  인터커넥트/컨택트 패드

(174)(도 5A 및 도 5B 내에 "내부 컨택트 패드(inner contact pad)로 도시된 것) 또한 상기 안테나/인덕터 상

에 형성되어 상기 상단 커패시터 전극(160)에 전기적으로 접속된다.  예시적인 실시예들에서, 상기 인터커넥트/

컨택트 패드(172/174)는 금속 범프(metal bump) 또는 ACP(anisotropic conductive paste)를 포함할 수 있다.

일반적으로, 상기 안테나/인덕터는 이하에서 설명되는 어떠한 방법을 이용해서도 형성될 수 있다.  상기 안테나[0136]

/인덕터는 상기 태그 또는 장치 상에 배치되기 적절한 모양과 사이트로 형성될 수 있다.  예를 들어, 상기 안테

나/인덕터는 1 내지 100 μm의 두께, 0.1 to 100 μohm
-cm
 의 저항성(또는 그 내에서 일정한 범위를 가짐)을 갖

도록 형성되고, 상기 안테나/인덕터는 상기 태그/장치 상에 딱 맞을 어떠한 형태의 모양 및/또는 사이즈로(이를

테면, 코일, 나선형 모양 등) 형성될 수 있다.

상기 안테나/인덕터는 본 기술 분야에서 알려진 블랭킷 피복, 포토리소그래픽 마스킹, 및 에칭 과정에 의해 형[0137]

성될 수 있다.  일 실시예에서, 상기 금속/전도체인 안테나/인덕터는 판, 필름 또는 절연 물질의 웹(web), 이를

테면 폴리머 상에 블랭킷 피복되거나 프린팅될 수 있다.

만약 폴리머 판 상에 블랭킷 피복하는 경우라면, 포토리소그래픽 마스킹 하고, 에칭하는 과정이 도 4A 내지 도[0138]

4B의 병렬 커패시터 구조에 롤투롤(roll-to-roll)  처리를 적용함으로써 보조 안테나를 쉽게 제공할 수 있다.
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그러면 상기 안테나들(170-174)은 다양한 값싸 기술들 및/또는 매커니즘들, 이를테면 상기 안테나와 상기 장치

사이의 adhesives 또는 ultrasonic 또는 friction bonding을 사용하여 전기적으로 연결된다.

예를 들어, 일부 실시예에서, 상기 안테나 및/또는 인덕터는, 상기 안테나/인덕터(및/또는 상기 상단 커패시터[0139]

전극 160과 상기 스트랩 120)에 전도성 또는 비전도성 adhesive을 적용하고, 그 후에 상기 안테나 및/또는 인덕

터에 압력을 가해서 상기 안테나에 상기 기판을 붙여서, 커패시터들 (122/160)  및/또는 전기적 전도 스트랩

(120)에 부착될 수 있다.

일부  변형  예에서,  상기  안테나/인덕터는  제2  기판,  어플리케이터  판(applicator  sheet),  또는  다른  보조[0140]

(backing)에 형성되고, 이어서 상기 제1 기판(이를 테면, 상기 커패시터 전극 및 상기 스트랩을 내부에 가지고

있는 기판)에, 상기 장치 및/또는 안테나/인덕터에 허용되는 전도성 접착제를 사용하여 전사되거나, 또는 부착

될 수 있다.

다른 실시예에서, 상기 부착 과정은, 다양한 물리적 결합 기술, 이를테면 풀붙이기, 또는 와이어 연결을 통한[0141]

전기적  인터커넥션(들)을  형성하기,  울트라소닉,  롤투롤  부착,  범프-본딩  또는  플립  칩  접근(flip-chip

approaches)을 포함할 수 있다.  이러한 부착 과정은 종종 열, 일정한 시간, (이를 테면 상기 인덕터의 컨택트

패드와  상기  커패시터  전극  사이의)  마찰  또는  초음파  에너지,  및/또는  UV  노출을  수반할  수  있다.

일반적으로, 200 ℃ 미만의 온도(이를테면, 90-120 ℃ 정도의 150 ℃ 미만, 온도)가 사용될 수 있다.

내부에 안테나/인덕터를 갖는 상기 보조 또는 제2 기판은, 상기 장치 상에서 앞면이 아래로 향하도록 배치된 다[0142]

음에, 상기 장치의 기판들을 깨지 않고 상기 안테나/인덕터를 상기 장치에 붙일 수 있는 정도로 상기 제2 기판

의 뒷면에 충분한 압력이 가해진다.  상기 제2 기판은 필요에 따라 남겨지거나 또는 제거될 수 있다.  상기 안

테나/인덕터는 그러면 상기 제1 및 사기 제2 커패시터들 및 상기 스트랩 사이에 전기적으로 연결된다.

바람직한 실시예들에서, 상기 안테나 및/또는 인덕터들(170-174)은, 이하에서 설명되는 어떠한 프린팅 과정을[0143]

이용하여 금속 또는 전도성 잉크를 (이를 테면 잉크젯 프린팅, 그라뷰어 프린팅, 스크린 프린팅 등의) 프린팅

함으로써 형성될 수 있다.  상기 잉크 포뮬레이션은 상기 안테나/인덕터 (170-174)를 형성하기 위해 추가적으로

건조되거나 및/또는 경화(이를 테면 어닐링)될 수 있다.  적절한 금속 잉크/프리커서가 이하에서 서술된다.

일부 실시예들에서, 상기 안테나 및/또는 인덕터 (170-174)는, 상기 상단 커패시터 전극(160) 및 상기 스트랩[0144]

(120) 상에 (통일 구조(unitary structure))로, 연속적인 패턴으로 프린팅될 수 있다.  그러나, 상기 방법은 이

러한 실시예에 한정되지 않는다.  대신, 상기 안테나/인덕터(10-174)는 멀티 코일 구조(2, 3 또는 그 이상의 개

수의 코일들)을 포함할 수 있다.

추가적 실시예에서, 보조(support or backing) 레이어가 상기 안테나/인덕터(170-174)의 표면에 부가되어, 특히[0145]

뒤에 이어지는 처리 단계 동안 추가적인 메커니컬 서포트, 안정성, 및/또는 장치 보호를 제공할 수 있다.  이러

한 보조 레이어는 페이퍼 또는 플렉서블 폴리메릭 물질(flexible polymeric material)(이를 테면, 폴리에틸렌

(polyethylene),  폴리프로필렌(polypropylene),  폴리  비닐  클로라이드(polyvinyl  chloride),

polytetrafluoroethylene,  폴리카보네이트(polycarbonate),  전기적 절연 폴리마이드(electrically  insulating

polyimide),  폴리스티렌(polystyrene)  등)을  박층화(lamination)함으로써 열이나 및/또는 접착제를 사용하여

부가될 수 있다.

상기 보조 레이어가 유기 폴리머를 포함하는 경우, 딥 코팅, 익스트루션 코팅 또는 다른 두꺼운 필름 코팅 기술[0146]

에 의해 액상 프리커서로부터의 보조 레이어에 적용하는 것이 가능하다.  메커니컬 서포트를 상기 장치에 제공

하는 데에 더하여, 서포트 및/또는 보조 레이어는 다음에 상기 감시/식별 장치를 추적되거나 모니터링되는 물품

상에 부착하거나 위치시킬 수 있도록 하는 접착식 표면을 제공할 수도 있다.

vi.  패시베이션 레이어(Passivation Layer)의 형성[0147]

도 3A 내지 도 B에는 도시되어 있지 않지만, 일부 실시예에서는, 본 발명의 방법(들)은 패시베이션 레이어를 상[0148]

기 기판(이를 테면, 상기 안테나/인덕터, 상기 커패시터 전극들, 상기 전기적 전도 스트랩 등) 상에 형성하는

단계를 포함할 수 있다.   패시베이션 레이어를 형성하는 단계는 물,  산소,  및/또는 집적 회로/장치의 열화

(degradation)나 고장(failure)을 일으킬 수 있는 다른 종류의 물질들의 내입(ingress)을 어렵게 하거나 방지할

수 있다.

상기 패시베이션 레이어를 형성하는 단계 및 그 예시적인 특성들(이를 테면, 길이, 넓이, 두께 등)에 관해서는[0149]
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이하에서 멀티플 커패시터를 이용한 장치들과 관련하여 상세히 서술된다(이하의 "The Passivation Layer"라고

타이틀이 붙여진 섹션(들)을 참고).

상기 패시베이션 레이어는, 상기 기판의 상단 표면을, 이를테면 polysiloxane 및/또는 질화물, 산화물 및/또는[0150]

실리콘 질화산소물 및/또는 알루미늄과 같은 하나 또는 그 이상의 inorganic barrier layer로 코팅하거나, 및/

또는  parylene,  fluorinated  organic  polymer  같은  하나  또는  그  이상의  organic  barrier  layers로

코팅하거나, 또는 본 기술분야에서 알려진 다른 barrier material로 코팅함으로써 형성될 수 있다.

일부 변형에서,  상기 패시베이션 레이어는 이하에서 설명되는 방법 중 어떤 것을 이용하여 형성될 수 있는[0151]

underlying 유전체 레이어를 포함할 수 있다.  상기 underlying 유전체 레이어(underlying dielectric layer)

는 overlying passivation layer에 비해 낮은 스트레스를 갖는 물질로부터 형성될 수 있다.

예를  들자면,  상기  underlying  유전체  레이어는  산화물(이를  테면,  SiO2,  TEOS,  undoped  silicate  glass[0152]

[USG], fluorosilicate glass [FSG], borophosphosilicate glass [BPSG] 등)을 포함할 수 있고, 상기 패시베이

션 레이어는 실리콘 질화물 또는 실리콘 산화물을 포함할 수 있다.  일부 실시예에서, 상기 패시베이션 레이어

는 상기 유전체 레이어(들)의 두께보다 약간 더 큰 두께를 가질 수 있어서 회로의 다양한 액티브 컴포넌트(이를

테면 유전체 레이어 130/132)를 분리시킨다.

[병렬 커패시터들을 이용한 장치를 제조하는 제2 실시예][0153]

병렬 커패시터들을 이용하여 감시 및/또는 식별 장치를 제조하는 방법의 제2 일반적 방법이 도 6A 내지 도 9B를[0154]

참조하여 이하에서 서술된다.  도 6A 내지 도 6B는 각각, 안테나 및/또는 인덕터(270)이 형성된 기판(210)의 평

면도 및 단면도를 도시한다.  특히, 도 6B는 도 6A의 A-A' 축을 따라 본 단면도이다.

상기 제1 실시예의 방법과 함께, 제2 실시예에 따라 병렬 커패시터들로 장치를 제조하는 방법에서도, 전도성 기[0155]

판,  반도체  기판,  또는  절연체  기판을  포함할  수  있다.   그러나,  다양한  실시예에서는,  절연체  기판이

선호된다.  전도성 기판을 포함하는 일부 실시예에서는, 상기 기판은 내부에 하나 또는 그 이상의 절연체 레이

어를 가질 수 있으며, 이는 도 3C를 참조하여 상술한 바와 같다.

i.   안테나 및/또는 인덕터의 형성[0156]

도 6A 내지 도 6B에 도시된 바와 같이, 상기 제2 실시예에 따른 방법에서, 안테나 및/또는 인덕터(270)는 기판[0157]

(210) 상에 형성된다.  상기 안테나/인덕터는 본 명세서에서 서술되는 전도성 물질(들)을 포함할 수 있으며, 패

턴 레이어 또는 특징을 형성하기 위한 본 명세서에서 서술되는 어떠한 방법에 따라서 형성될 수 있다.

예시적 실시예들에서, 인터커넥트 패드 및/또는 컨택트 패드(272)는 상기 안테나/인덕터(270)의 일단부에 형성[0158]

되어, 나중에 형성되는 전기적 전도 스트랩(예를 들어, 도 9A의 구조 220)이 상기 인덕터/안테나(270)을 상단

커패시터  전극(이를  테면,  도  9A의  구조  260)에  전기적으로  연결되도록  하기  위한  인터커넥션  사이트

(interconnection site)를 제공한다.  나아가, 제2 인터커넥션 패드 및/또는 컨택트 패드(274)는 상기 안테나의

일단부에 형성되어, 상기 안테나가 나중에 형성되는 하단 커패시터 전극(도 7B의 구조 250)에 전기적 접속을 이

루게 한다.

도 6A 내지 도 9B에는 도시되지 않았지만, 일부 변형예에서는, 상기 제2 인터커넥션/컨택트 패드(274)는 상기[0159]

하단 커패시터 전극으로서도 역할을 할 수 있다.  이러한 실시예들에서, 상기 안테나는 상기 기판 상에(이를 테

면 프린팅에 의해) 형성될 필요는 없다.  대신, 일부 실시예에서는 상기 기판은 전도성 기판을 포함하며, 다른

구조들(이를 테면 유전체 필름, 커패시터 전극, 전기적 전도 스트랩 등)이 상기 기판에 형성된 후에, 상기 안테

나 및 상기 컨택트 패드들(상기 컨택트 패드/하단 커패시터 274를 포함함)들은 상기 전도성 기판으로부터 패터

닝되거나 또는 에칭될 수 있다.

예를 들어, 상기 전도성 기판은 상기 안테나 및/또는 인덕터를 형성하도록 에칭하는 standard wet (이를 테면,[0160]

aqueous acid) 또는 드라이(dry)(이를 테면, chlorine, boron trichloride)에 의해 에칭될 수 있다.  상기 패

터닝 및/또는 에칭 단계(들)은 열적으로, 또는 선택적으로 전기적 도움을 받아 수행될 수 있다.  다른 실시예들

에서, 상기 전도성 기판은 밀링(milling), 레이저 커팅, 스탬핑, 또는 다이-커팅(die-cutting)과 같은 직접적

수단에 의해 패터닝될 수도 있다.
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ii. 층간 유전체 필름(Interlayer Dielectric Film)의 형성[0161]

도 6C를 참조하면, 층간 유전체 필름(230)(ILD)는 상기 안테나/인덕터(270) 및 상기 기판(210) 상에 형성될 수[0162]

있다.  적어도 하나의 컨택트 홀(234)는 도 6D에 도시되는 바와 같이, 상기 유전체 필름 내에(이를 테면, 컨택

트 패드 274 상측에) 형성되어, 나중에 형성되는 상기 제1 및 제2 병렬 커패시터들의 전기적 연결을 돕는다.

이러한 결과로 생기는 ILD 패턴(232)는 도 6D에 도시된다.  상기 커넥션 패드(274)가 상기 하단 커패시터 전극

으로 역할을 하는 실시예들에서, 상기 유전체 필름(이를 테면 도 6D의 구조 234) 내의 상기 컨택트 홀 또는 개

구부는 상대적으로 작을 수 있다.

상기 유전체 필름 (230/232) 및 상기 컨택트 홀(234)는 본 명세서에서 서술되는 층간 유전체(이를 테면 도 3B[0163]

내지 도 5B 내의 유전체 레이어 130/132) 및 개구부들(이를 테면, 도 3B 내지 도 5B 내에 도시된, 내부에 커패

시터 유전체 필름 140이 형성된 유전체 필름 레이어의 일부분인 130 및 132 사이의 공간)을 형성하기 위한 어떠

한 기술들을 사용하여 형성될 수 있다.

예를 들어, 상기 유전체 레이어(230)은, 본 명세서에서 설명되는 어떠한 기술을 이용해서, 도 6C에 도시된 전체[0164]

구조에 걸쳐서 블랭킷 피복되거나 또는 코팅될 수 있다.  상기 유전체 필름(230)은 그 다음에, 도 6D에 도시된

바와 같이, 상기 컨택트 패드(274)를 노출하는 컨택트 홀(234)를 형성하도록 에칭될 수 있다.  한편, 다른 예시

적 실시예들에서, 상기 유전체 레이어(232)는, 도 6B에 도시된 상기 구조 상에 소정의 패턴으로 선택적으로 프

린팅되어 상기 컨택트 홀(234)를 내부에 포함할 수 있다.

iii. 하단 커패시터 전극의 형성[0165]

도 7A는 상기 기판 상에 형성된 하단 커패시터 전극(250)의 평면도를 도시한다.  도 7B는 도 7A 내의 A-A' 축을[0166]

따라 본 단면도이다.  일반적으로, 상기 하단 커패시터 전극(250)은, 상기 컨택트 홀(이를 테면, 도 6D의 구조

234) 내에서, 상기 안테나/인덕터(270)의 커넥션 패드 도는 인터커넥트 패드(274) 상에서 형성된다.  상기 하단

커패시터 전극(250)은 또한 상기 패드(274)에 인접한 상기 층간 유전체 필름(232)의 일부 상에 형성될 수도 있

다.  상기 하단 커패시터 전극은 본 명세서에서 설명하는 어떠한 전도성 물질을 포함할 수 있으며, 전도성 물질

을 형성하기 위해 본 명세서에서 언급한 기술들 중 어떤 것을 이용하여 형성될 수 있다.

변형 예에서, 상기 안테나의 상기 컨택트 패드(274)는 상기 하단 커패시터 전극으로서 역할하며, 하단 커패시터[0167]

전극을 형성하는 단계는 제거되거나 또는 상기 안테나 형성 과정에 합쳐질 수 있다.

상기 컨택트 패드(274)가 상기 하단 커패시터 전극으로서 역할을 하는 실시예들은, 이러한 방법이 (이를 테면,[0168]

상기 하단 커패시터 전극을 별도로 형성하기 위한) 프린팅 단계를 제거하고 일반적으로 얇은 장치 또는 태그를

만들기 때문에, 유용하다.  다른 한편으로는, 상기 하단 커패시터 전극(270)이 상기 안테나/컨택트 패드(274)

상에 형성되는 실시예들은, 상기 하단 커패시터 전극을 별도 단계로 생성하는 것이 사이즈, 모양, 전극의 특성,

및 따라서 커패시턴스 C1과 C2의 비율들을 훨씬 더 잘 컨트롤하는 것을 제공하기 때문에(도 1을 참조), 유용하

다.

예를 들어, 상기 하단 커패시터 전극이 프린팅되는 경우, 이는 상기 컨택트 패드(274)의 면적보다 상대적으로[0169]

더 큰 면적을 가질 수 있다.  나아가, 상기 하단 커패시터 전극은, 상기 안테나/컨택트 패드(274)를 형성하는

물질과는 서로 다른 물질을 이용하여(이를 테면 프린팅에 의해) 형성될 수 있다.  이러한 과정은, 커패시터의

특성에 대해 훨씬 더 많은 유연성(greater flexibility)을 제공하며, 태그 또는 장치가 특정한 목적에 맞게 고

객 맞춤으로 될 수 있게 한다.

iv. 커패시터 유전체 필름 레이어의 형성[0170]

도 7C 및 도 7D를 참조하면, 상대적으로 얇은 유전체 필름(240)이 상기 하단 커패시터 전극250)의 적어도 일부[0171]

상에 형성되고, 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(280)이 상기 층간 유전체 필름(232)의 일부분과 상기 얇은 유전

체 필름(240) 상에 형성된다.  도 7D에 도시된 바와 같이, 상기 두꺼운 유전체 필름(280)은 내부에 형성되는 적

어도 하나의 홀을 가져서, underlying 얇은 유전체 필름(240)의 일부분을 노출한다.

상기 얇은 유전체 필름(240)은 본 명세서에서 설명되는 성장 또는 피복 기술(이를 테면, 열적 또는 화학적 산소[0172]
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화 및/또는 질소화, 블랭킷 피복, 코팅, 프린팅 등) 중 어떤 것을 이용하여 형성된다.  상기 두꺼운 유전체 필

름(280) 및 그 내부의 상기 컨택트 홀은 유전체 물질을 피복하고, 그리고 상기 유전체를 에칭해서 상기 얇은 유

전체 필름(240)을 노출시키는 상기 컨택트 홀을 형성함으로써 형성될 수 있다.

다른  실시예들에서,  상기  두꺼운  유전체  필름(280)은  상기  유전체  물질을  선택적으로  프린팅함으로써(이를[0173]

테면, 유전체 프리커서 잉크를 소정의 패턴으로 프린팅하고 경화하는 등) 형성될 수 있으며, 컨택트홀이 그 내

부에 형성된다.  일 실시예에서, 상기 얇은 유전체 필름(240)은 상기 하단 커패시터 전극(250) 상에서(이를 테

면, 열적 또는 화학적 산소화(oxidation) 또는 산화(anodization) 등) 성장되고, 상기 두꺼운 유전체 필름(28

0)이 상기 구조 내에서 피복된다(이를 테면, 코팅, 블랭킷 피복, 프린팅 등에 의해).  적절한 유전체 물질들은

본 명세서에서 언급되고 있다.

v. 상단 커패시터 전극의 형성[0174]

도 8A는 상기 얇은 커패시터 유전체 필름 및 상기 두꺼운 커패시터 유전체 필름(240 및 280)의 각각의 상에 상[0175]

단 커패시터 전극(260)이 형성된 모습의 평면도이다.  도 8B는 A-A' 축을 따라 본 단면도이다.

일반적으로, 상기 상단 커패시터 전극(260)은, 전도성 구조를 형성하기 위한 본 명세서에서 언급되고 있는 어떤[0176]

기술을 이용한 것들에 의해, 또는 프린팅에 의해 형성될 수 있다.  상기 상단 커패시터 전극(260)은 상기 얇은

유전체 필름(240) 및 두꺼운 유전체 필름(280)을 통해 상기 하단 커패시터 전극(250)과 용량형으로 결합되며,

따라서 병렬 연결된 제1 및 제2 커패시터들 C1 및 C2를 형성한다.  일반적으로, 상기 제2 커패시터는 상기 두꺼

운 커패시터 유전체 필름(280)을 포함하며, (상기 두꺼운 커패시터 유전체 필름 280에 의해 정의되고 및/또는

단지 상기 얇은 유전체 필름 240을 통해서만 용량형 결합을 이루는)상기 제1 커패시터에 비해 더 큰 커패시턴스

를 갖는다.

바람직한 실시예들에서, 상기 얇은 유전체 필름(240)은 두께가 20 내지 1,000 Å 또는 그 내의 어떤 범위의 값[0177]

을 갖는 두께가 되도록 형성된다.  반면에, 상기 두꺼운 유전체 필름(280)은 바람직하게는, 2,000 내지 20,000

Å의 두께, 또는 그 내의 어떤 범위의 값을 갖는 두께가 되도록 형성된다.

어떤 실시예들에서, 상기 두꺼운 유전체 필름(280)은 3,000 내지 5,000 Å의 두께를 갖도록 형성된다.  나아가,[0178]

상기 얇은 유전체 필름(250) 상측에 형성되는 상기 두꺼운 유전체 필름(280)은, 상기 두꺼운 유전체 필름(280)

을 포함하는 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들 사이의 면적의 20%보다 크지 않은 치수(dimensions)로 형성된

다.  바람직하게는, 상기 개구부는 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들(250/260) 사이의 면적의 5%보다 크지 않

으나, 5%와 20% 사이의 다른 실시예들도 받아들여질 수 있다.

상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체(240)은 바람직하게는, 상기 태그/장치를 비활성화 할 상기 유전체 레이[0179]

어에 걸친 상기 커패시터 내의 전압 차이를 포함하는 라디오 주파수 전자기 필드의 예가 되도록 디자인되고 제

조된다.  많은 실시예들에서, 4 내지 약 50V의 전압 차이, 바람직하게는 약 5 내지 30V 미만의 전압 차이, 보다

바람직하게는 약 4 내지 15V의 전압 차이나 그 내의 어떤 범위를 갖는 전압 차이는, 단락된 상태에 상기 유전체

레이어를 파괴(breakdown)하는 데에(또는 요구되는 주파수에서 상기 태그 회로가 더 이상 공진하지 않도록 상기

커패시턴스가 변화되도록 하는 데에) 충분하다.

따라서,  예시적 실시예들에서,  상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(240)은 (i)  50  내지 400  Å 의[0180]

두께, (ii)(Q 팩터나 유전체 필름의 두께 등에 따라) 4 내지 약 15 V의 파괴 전압으로 형성된다.

vi. 전기적 전도 스트랩의 형성[0181]

도 8C에 도시된 바와 같이, 컨택트 홀(275)는, 상기 층간 유전체 필름(232) 내에(이를 테면, 포토리소그래픽 마[0182]

스킹과 에칭에 의해, 선택적으로 microsyringe를 이용하는 wet etchant의 하나 또는 그 이상의 방울들(drops)의

배치에 의해, 등) 형성되어, 상기 안테나/인덕터(270)의 제2 인터커넥션/컨택트 패드(272)를 노출하여, 상기 유

전체 물질의 일부분이 상기 안테나 (270/272) 및/또는 기판(210) 상에 남아 있거나, 및/또는 이를 커버할 정도

가 되도록 한다(도 8C의 유전체 필름 234 참조).  이 결과의 유전체 패턴은 도 8C 내의 구조 (234 및 232)의 단

면 내에 도시된다.

도 9A에 도시된 바와 같이, 전기적 전도 스트랩(220)은 상기 장치 상에 형성되어, 상기 커패시터들(특히 상단[0183]
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전극 260)과 상기 안테나/인덕터(270)의 노출된 인터커넥트/컨택트 패드(272) 사이의 전기적 통신을 제공한다.

도 9B는 A-A' 축에서 본 도 9A의 단면도를 도시한다.

상기 전기적 전도 스트랩(220)은 본 명세서에서 설명되는 전기적 전도 특성을 형성하기 위한 기술들을 이용하여[0184]

형성될 수 있다.  상기 인터커넥트 패드(274)가 상기 하단 커패시터 전극 및 마스킹과 에칭에 의해 형성되는 상

기 층간 유전체 필름(232) 내의 상기 컨택트 홀의 역할을 하는 실시예들에서, 상기 전기적 전도 스트랩(220)은

상기 상단 커패시터 전극(260)과 동시에 형성될 수 있다.

vii. 패시베이션 레이어의 형성[0185]

도 6A 내지 도 9B에서 도시되지는 않았지만, 상기 제1 예시적 방법으로서, 일부 변형에서는, 상기 제2 예시적[0186]

방법은, 본 명세서에서 설명되는 상기 기판 상의 구조(상기 커패시터 전극들, 상기 커패시터 유전체 레이어들,

상기 전기적 전도 스트랩 등)의 상측에 패시베이션 레이어를 형성하는 단계를 더 포함할 수 있다.

병렬 연결 커패시터를 이용하여 장치를 제조하는 방법의 제3 실시예[0187]

병렬 연결 커패시터를 이용하여 장치를 제조하는 방법의 제3 실시예가 도 10A 내지 도 10B에 도시된다.  본 실[0188]

시예는 도 6A 내지 도 9B에서 도시되었던 방법과 실질적으로는 유사하며, 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전

체 필름(이를테면, 구조 340)을 형성하는 단계(들) 및 상기 스트랩을 형성하는 단계(들)에 약간의 변경을 가한

것이다.

따라서, 상기 제3 실시예의 방법에서, 상기 안테나/인덕터(310), 상기 층간 유전체 레이어(332), 및 상기 하단[0189]

커패시터 전극(350)은 본 명세서에서 설명되는 방법의 어떠한 것을 이용하여 상기 기판 상에 형성된다. 

i. 상대적으로 두꺼운 유전체 레이어 및 상대적으로 얇은 유전체 레이어의 형성[0190]

도 10A에 도시된 바와 같이, 예시적인 실시예에서, 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(380)은 상기 층간 유전체 필[0191]

름(332)  상에, 그리고 상기 하단 커패시터 전극(350)의 일부분 상에 형성된다.  홀 또는 개구부가 상기 상대적

으로 두꺼운 유전체 필름(380) 내에 형성되어서 상기 하단 커패시터 전극(350)의 일부를 노출시키며, 상기 홀

또는 개구부는 상기 개구부를 포함하는 패터닝된 유전체 필름(380)을 프린팅 함으로써, 또는 포토리소그래피와

에칭에 의해 상기 개구부를 형성함으로써 형성된다.

다음으로, 상대적으로 얇은 유전체 필름(340)은, 상기 두꺼운 유전체 레이어(380) 내의 상기 개구부 내에만 있[0192]

는 상기 하단 커패시터 전극(350) 상에 선택적으로(이를테면, 열적 성장에 의해서) 형성된다.  그러면, 상단 커

패시터 전극(360)은 본 명세서에어 설명된 바에 따라 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(380) 및 상기 상대적

으로 얇은 유전체 필름(340) 상에 형성된다. 

ii.  장치의 형성[0193]

다시  도  10A를  참조하면,  안테나  패드(372)  및  상기  전기적 전도 스트랩(320)에  걸친  상기 유전체 레이어[0194]

(332/334) 내의 상기 개구부는, 도 8C 및 도9A 내지 도 9B에 도시된 실시예(들)에 대해 언급한 방법과 동일한

방법으로 형성된다.

이에 대신하여, 상기 스트랩(320)은, (이를테면 블랭킷 피복 및 포토시로그래픽 마스킹/에칭, 커팅, 또는 본 명[0195]

세서에서  설명되는  어떠한  프린팅  프로세스에  의해)  상기  어플리케이터  시트(applicator  sheet)  또는  다른

backing 상에 형성되며, 이어서 전달되거나(transferred) 및/또는 (이를테면, 롤투롤 접착 프로세스(roll-to-

roll attachment process), 픽앤드플래이스 동작(pick-and-place operation) 등에 의해) 상기 태그 회로에 부

착된다.

이러한 실시예들에서, 상기 부착 프로세스는, anisotropic conductive epoxy bonding을 통한 전기적 인터커넥[0196]

션(들)을 만드는 것, 울트라소닉, 범프-본딩, 또는 플립-칩 접근들뿐만 아니라, 이를테면 글루잉(gluing)과 같

은 다양한 물리적 접착(bonding) 기술들을 포함한다.  이러한 부착 프로세스는 열, 시간, 마찰,초음파 에너지

(이를테면, 상기 커패시터 전극 및 상기 인덕터의 상기 컨택트 패드의 사이에서)을 수반할 수 있고, 및/또는 UV
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노출을 수반할 수도 있다.  일반적으로, 200 ℃ 미만의 온도 (이를테면, 150 ℃ 미만, 90-120 ℃, 또는 200 ℃

미만의 온도 범위 중 어느 정도의 범위를 갖는 온도 범위)가 사용된다.

상기 전기적 전도 스트랩은 상기 장치 상에 겉을 밑으로(face down)하도록 배치되며, 상기 스트랩이 상기 장치[0197]

에 붙도록 하기에 충분한 압력이 상기 기판(310)의 뒷면에 가해진다.  상기 보조 레이어(390)은 필요에 따라 제

거되거나, 아니면 그대로 남겨질 수도 있다.  그러면, 상기 스트랩은 상기 제1 및 제2 커패시터들(이를테면 도

1의 C1 및 C2)와 상기 안테나/인덕터(이를테면 컨택트 패드 372) 사이에서 전기적으로 연결된다. 

[직렬 연결된 커패시터를 갖는 장치의 제조 방법의 실시예][0198]

본 발명의 일부 실시예들은, 직렬로 연결된 커패시터를 갖는 감시 및/또는 식별 장치를 제조하는 방법에 연관된[0199]

다.  일 실시예가 도 11 및 도 12를 참조하여 설명된다.  특히, 도 12는 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 예시적

장치의 평면도이고, 도 11은 도 12의 A-A' 축을 따라 본 장치의 단면도이다. 

i.   기판의 준비[0200]

도 11에서 도시된 바와 같이, 제1 유전체 필름 또는 레이어(540)이 기판(510) 상에 형성된다.  상기 기판은 본[0201]

명세서에서 설명되고 있는 어떠한 재질을 포함할 수 있으며, 상기 기판(510)은 바람직하게는 상술한 바와 같이

전기적 전도체 기판(이를테면 금속 판 또는 박편)을 포함한다.

예를 들어, 다양한 실시예에서, 상기 기판의 상기 금속은, 알루미늄, 티타늄, 구리, 은, 그로미늄, 몰리브데늄,[0202]

텅스텐, 니켈, 금, 팔라듐, 플래티늄, 아연, 철(iron), 스틸(이를테면 스테인리스 스틸) 또는 그들의 어떠한 합

금을 포함할 수 있다.  이러한 구현들에서, 상기 전도성 기판의 금속은 유효 커패시턴스를 형성하기 위해 산화

되는 능력에 적어도 부분적으로는 기초하여 선택될 수 있다.

예시적인 실시예들에서, 상기 기판은 5-200 μm 의 명목상 두께(높은 Q가 바람직한 것으로 요구되는 실시예에서[0203]

는  바람직하게 20-100  μm), 및/또는 0.1-100  μohm
-cm
의 저항성(resistivity)  (바람직하게는 0.5-80  μohm

-

cm
)을 갖는다.  나아가, 다음 단계를 수행하기에 앞서서, 상기 전도성 기판은 종래의 기술에 따라 세척되거나 연

마되어 부드럽게 될 수 있다. 

바람직한 실시예들에서, 직렬 연결된 상기 커패시터들은 상기 전도성 기판(이를테면 금속 판 또는 금속 박편)을[0204]

공통 하단 커패시터 전극으로서 공유한다.  그러나, (도 11 내지 도 12에서 도시되지는 않았지만)다른 일실시에

서는, 상기 하단 커패시터 전극은 비전도성 기판 상에 형성될 수도 있고, 상기 제1 유전체 필름(540)은 본 명세

서에서 설명된 방법 중 어느 것을 이용해서 상기 하단 커패시터 전극들 상에 형성될 수 있다.  그러나, 이러한

다른 실시예들에서, 전도성 인터커넥션은 또한 상기 하단 커패시터들 사이에 형성될 수도 있다. 

ii. 제1 유전체 필름 레이어의 형성[0205]

도 11을 참고하면, 제1 유전체 필름 또는 레이어(540)이 상기 (전도성) 기판(510) 상측에 형성된다.  일반적으[0206]

로, 직렬 연결된 커패시터들은 상기 제1 유전체 필름을 커패시터 유전체로서 공유한다.

예시적인 실시예들에서, 상기 제1 유전체 필름(540)은 본 명세서에서 설명한 바에 따라 (이를테면, 상기 기판[0207]

510을 산화(anodizing)함으로써, 또는 상기 전도성 기판 510 상에 액체 산소/질소 프리커서를 피복하고 상기 프

리커서를 경화함으로써) 상기 전도성 기판을 산화하거나 및/또는 질화함으로써 형성된다.

그러나, 다른 실시예들에서는, 상기 제1 유전체 필름(540)은 프린팅에 의해서, 또는 블랭킷 피복 또는 코팅에[0208]

의해서, 그리고 포토리소그래피와 에칭에 의해서 형성될 수 있다.  도 11에서 도시되지는 않았지만, 일부 변형

에서, 상기 유전체 레이어(540)은 선택적으로는, 상기 전도성 기판(510)의 하나 또는 그 이상의 영역들을 노출

하도록 선택적으로 피복되거나 또는 에칭될 수 있다. 

iii. 상단 커패시터 전극들의 형성[0209]
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도 11을 참고하면, 복수 개의 커패시터 전극들(이를테면, 구조 535인 E1과, 구조 530인 E2)가 상기 제1 유전체[0210]

필름(540) 상에 형성될 수 있다.  일반적으로, 상기 상단 커패시터 전극들(530/535)은, 본 명세서에서 설명되고

있는 방법들을 이용하여, 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580) 내의 상기 컨택트홀들 또는 개구부들 내에

전도성 금속(이를테면, 금속 또는 다른 전도성 잉크, 반도체 잉크 등)을 피복함으로써 형성될 수 있다.

바람직한 실시예들에서는, 도 11에서 도시되는 바와 같이, 상기 커패시터 전극들은 상기 전도성 기판에 용량형[0211]

결합을 이루며, 커패시터 전극들 서로간에는 물리적으로 이격된다.  예시적 실시예들에서, 상기 커패시터 전극

들(530/535)은 30 nm 내지 5,000 nm의 두께, 또는 그 내의 어떠한 범위의 두께를 갖도록 형성될 수 있다. 

iv. 상대적으로 두꺼운 유전체 필름의 형성[0212]

예시적인 변형들에서, 상기 커패시터 전극들(530/535)들을 형성하기에 앞서서, 본 명세서에서 언급하는 방법들[0213]

(이를테면, 블랭킷 피복 또는 코팅, 선택적 프린팅 등)을 이용하여, 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)이 선

택적으로 상기 제1 유전체 필름(540) 상에 형성될 수 있다.

일반적으로, 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)은 상기 제1 유전체 필름(540)에 비해 더 큰 두께를 가지[0214]

며, 상기 커패시터 전극들(530/535)를 위해 내부에 복수 개의 컨택트 홀들이나 개구부들을 가진다.  만약, 상기

상대적으로  두꺼운  유전체  필름(580)이  충분히  두껍다면,  상기  상단  커패시터  전극들의  일부분들

사이(이를테면, P1과 P2 사이)의 추가 커패시턴스(extra capacitance) 및 상기 기판(510)은 상기 C1과 C2의 커

패시턴스보다 훨씬 낮게 유지될 수 있다.

일부 실시예들에서, 상기 커패시터 전극들(E1 및 E2)는, 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)을 형성하기[0215]

전에(또는 그러한 형성이 없이), 상기 유전체 필름 C1/C2 상에 직접 선택적 프린팅 될 수 있다.  그러나, 상기

상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)의 형성이, 상기 커패시터 전극들(530/535)의 형성보다 앞서는 것이 바람직

하다.

예시적인 실시예들에서, 상기 전극들은 컨택트 패드들 P1 및 P2를 가지고 형성되며, 상대적으로 두꺼운 유전체[0216]

필름(580) 상에 형성되며, 나중에 형성되는 인덕터 및/또는 안테나에 연결된다. 

v. 층간 유전체 필름의 형성[0217]

도 11에 도시된 바와 같이, 예시적인 실시예들에서, 제2 유전체 필름(이를테면, 층간 유전체 필름(interlayer[0218]

dielectric film [ILD]))(560)은 상기 상단 커패시터 전극들(530/535) 및 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름

(580) 상에 피복되거나 및/또는 패터닝되어, 컨택트 홀들 또는 연결 개구부들이 상기 상단 커패시터 전극들의

상기 컨택트 패드들 P1 및 P2 상에 형성된다.

상기 ILD(560) 및 그 내부의 컨택트 홀들은 본 명세서에서 언급되는 상대적으로 두꺼운 유전체 레이어들을 형성[0219]

하는 방법들(이를테면,  코팅,  포토리소그래픽 에칭,  선택적 프린팅 등)을 이용하여,  형성될 수 있다.  상기

ILD(560)을 형성하는 단계는, 상기 전도성 기판(510)에의 어떠한 직접적 전기적 연결 없이, 상기 컨택트 패드들

P1 및 P2에 전기적 컨택트들을 갖는 인덕터 및/또는 안테나 상에서, 상기 장치의 조립을 허용한다.

일반적으로, 상기 ILD(560)은 상기 제1 유전체 필름(540)보다 더 큰 두께를 갖도록 형성된다.  상기 ILD(560)이[0220]

형성되는 경우(이를테면 프린팅 등에 의해), 상기 컨택트 패드들 P1 및 P2의 노출된 일부분들 주위에서 상기

ILD(560)의 상기 두께는 상대적으로 작다.  이는 상기 안테나의 접착을 더 돕는다. 

vi. 안테나 및/또는 인덕터의 형성[0221]

도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 안테나 및/또는 인덕터(570)이 상기 장치 상에 형성되고, 상기 커패시터[0222]

전극들의 각각(이를테면, P1 및 P2에 연결된 구조 575를 통해)에 전기적으로 연결된다.  상기 안테나/인덕터

(570/575)는,  본 명세서에서 설명되고 있는 어떠한 방법들 및/또는 물질들을 이용하여, 상기 ILD(560) 및 상기

상단 카패시터 전극들(530/535)의 상에 또는 상측에 형성될 수 있다.

많은 다른 실시예들 및/또는 변형들이 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진자들에게는 명백하다.[0223]

따라서, 본 발명은 본 명세서에서 설명되고 있는 일부 실시예들에 의해 제한적으로 해석되어서는 안 된다.  예
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를 들어, 회로 구조를 형성하는 일부 단계들은 반대의 순서로 수행될 수 있으며, 일부 회로 구성은 본 명세서에

서 설명되고 있는 단계의 순서보다 나중에 형성될 수도 있다. 

[멀티플 커패시터를 갖는 예시적 감시 및/또는 식별 장치][0224]

앞서서 설명된 바와 같이, 감시/식별 장치들의 제조 방법의 실시예들에서 언급되었듯이, 본 발명의 일부 실시예[0225]

에서는 병렬 연결된 복수 개의 커패시터들을 갖는 장치가 제시되고(도 1의 회로도를 참조), 및/또는 본 발명의

다른 일부 실시예에서는 직렬 연결된 복수 개의 커패시터를 갖는 장치가 제시된다(도 2의 회로도를 참조).  이

러한 장치들의 예시적 실시예들과 변형들이 이하에서 서술된다. 

[병렬 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치의 제1 실시예][0226]

제1 실시예에 따라, 병렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 태그(100)가 도 5A 및 도 5B에서 도시된[0227]

다(각각, 평면도와 단면도임). 

i. 기판[0228]

본  실시예에서,  감시  및/또는  식별  장치(100)은  전기적  전도  스트랩  또는  특징(120)을  기판(110)  상에[0229]

포함한다.  일반적으로, 상기 기판(110)은 본 기술분야에서 알려져 있는 어떠한 적절한 절연성, 전도성, 또는

반도체성 물질을 포함할 수 있다.

예를 들어, 상기 기판은, 웨이퍼, 플레이트, 디스크, 시트 및/또는 반도체(이를테면 실리콘)의 박편(foil), 유[0230]

리, 세라믹, 유전체, 플라스틱 및/또는 금속, 바람직하게는 실리콘 웨이퍼, 유리 판, 세라믹 판이나 디스크, 플

라스틱 시트 또는 디스크, 금속 박편, 금속 시트 또는 디스크, 및 박층화되거나 층을 이루는 그들의 조합으로

구성되는 그룹으로부터 선택되는 것을 포함할 수 있다.  본 실시예를 위한 적절한 기판은 전도성 및 반도체성

기판을 포함하지만, 바람직한 실시예에서, 상기 기판은 절연 물질(이를테면, 플라스틱 시트 또는 웹 등)을 포함

한다.

일부 변형에서, 상기 기판은 하나 또는 그 이상의 유전체, 버퍼, planarization, 패시베이션(passivation), 절[0231]

연 및/또는 내부의 기계적 보조 레이어(이를테면, polyimide 또는 다른 폴리머, 실리콘 및/또는 알루미늄 산화

물 등)을 더 포함할 수 있다.  이러한 레이어들은 그 자체가 패턴화되고 및/또는 그 내부에 패턴화된 반도체,

도체 및/또는 절연체 특징(features)을 갖는다.

일부 구현에서, 플라스틱 및 금속 기판은 내부에 일정한 planarization 레이어를 더 포함해서 상기 기판의 표면[0232]

거칠기(roughness)를 줄일 수 있다.  또한, 상기 전기적 전도성 기판들(이를테면, 금속을 포함하거나 실질적으

로 금속으로 구성되는)은 일반적으로 절연 레이어(이를테면 대응되는 금속 산화물 레이어) 및/또는 실질적으로

무정형(amorphous) 전도성 레이어(이를테면, titanium nitride, tantalum nitride, 또는 tungsten nitride 과

같은 티타늄 트랜지션 금속 질화물)를 내부에 갖는다.

추가적 실시예들에서, 상기 기판은 상기 장치 회로의 일부일 수 있고, 따라서 그 내부의 전도성 금속을 포함할[0233]

수 있다(도 3C 참조).  도 3C에 도시된 바와 같이, 상기 기판(110)은, 블랭킷 피복되거나/코팅된 절연체(104a)

또는 대응 산소를 갖는 금속 또는 다른 전도성 물질(102)를 포함하는, 멀티-레이어 구조를 포함할 수 있다.

선택적으로, 상기 기판은 보조 레이어(104a)를 상기 금속 레이어(102) 상에 포함할 수 있고, 이는 상기 절연 레[0234]

이어(104a)와 동일한 물질을 포함할 수 있다.  바람직한 실시예들에서, 상기 금속 레이어(102)는 (레이어 104b

상의 레이어 104a) 상에 SiO2 로 피복되거나 코팅된 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 박편을 포함한다.  다른 실

시예들에서, 상기 금속 레이어(102)는 (레이어 104b 상의 레이어 104a) 상에 anodized Al2O3로 피복되거나 또는

코팅된 알루미늄 박편을 포함한다.

ii. 전기적 전도 스트랩[0235]

병렬 커패시터들을 갖는 예시적 감시/식별 장치들은, 상기 커패시터들과 상기 장치의 인덕터/안테나 사이의 전[0236]

기적 통신을 제공하는 전기적 전도 스트랩 또는 다른 전기적 전도 특징부(feature)를 더 포함한다.  도 5B에 도
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시된 바와 같이, 일부 바람직한 실시예들에서, 상기 스트랩(120)은 상기 기판(110) 상에 형성되고, 상기 병렬

연결된 커패시터들은 하단 커패시터 전극(도 5A 및 도 5B 내에 식별 부호 122로 표시된 것)으로서 상기 전기적

전도 스트랩을 공유한다.

도 5A/5B에 도시된 추가적 실시예들에서와 같이, 상기 전기적 전도 스트랩(120)은 상기 하단 커패시터 전극[0237]

(122) 및 상기 인덕터/안테나(170)(이를 테면, 커넥션 패드 172에서)에 전기적으로 연결될 수 있다.

일부 변형에서, 상기 스트랩(120) 및 하단 커패시터 전극(122)는 단일구조(unitary structure)(이를 테면, 동일[0238]

한 제조 공정에서 만들어지고, 예시적으로 프린팅에 의해, 또는 스풋팅(sputtering)과 포토리소그래피 처럼 연

속하는 공정에서 만들어지는)일 수 있으며, 동일한 금속(또는 다른 전도성 물질)을 구조 전체에서 포함할 수 있

다. 

일반적으로, 상기 스트랩(120)은 어떠한 전기 전도성 물질의 어떤 것을 포함할 수 있다.  이를테면, 일부 구현[0239]

에서,  상기  스트랩은  알루미늄,  티타늄,  구리,  은,  트로미늄,  몰리브데튬,  텅스텐,  니켈,  금,  팔라듐,

플래티늄, 아연, 철, 또는 스테인리스 스틸이나 TiW alloy와 NiCr alloy 등과 같은 이들의 합금을 포함할 수 있

다.

예시적인 실시예들에서, 상기 스트랩은 실질적으로, 은, 금, 구리, 또는 알루미늄(또는 전도성을 갖는 이들의[0240]

합금)으로 구성된다.  다른 실시예들에서, 상기 스트랩은 상기 인덕터 및/또는 상단 및/또는 하단 커패시터 전

극들과 동일한 물질을 포함할 수 있다.  그러나, 상기 커패시터 전극들은 각각 서로 다른 물질을 포함할 수 있

다.

일부 구현에서, 불순물들, 실리사이딩 성분들, 또는 다른 워크 펑션 모듈레이션 에이전트 및/또는 터널링 배리[0241]

어 물질이 상기 전도성 스트랩 내에 실질적으로 포함될 수 있다.  이러한 포함은 직렬 저항을 줄이고, Q를 증가

시키고, 감시 및/또는 식별 장치의 전체적 성능을 향상시킬 수 있다.

상기 스트랩(120)은 상기 장치 또는 태그에 배치되기에 적당한 사이즈와 모양(이를 테면 사각형, 직사각형, 둥[0242]

근형 등)을 가질 수 있다.  다양한 실시예들에서, 상기 스트랩은 30 nm 내지 5,000 nm의 두께를 가지고, 바람직

하게는 50 nm 내지 2,000 nm, 더 바람직하게는 80 nm 내지 500 nm의 두께(또는 이러한 수치들 내의 범위를 갖는

값들)를 가진다.

iii. 예시적 유전체 필름 레이어[0243]

도 5B에서 도시되는 장치는, 기판(110) 상에, 또한 상기 전기적 전도 스트랩(120)(도 5B의 구조 132 참조) 상에[0244]

또는 상측에, 제1 유전체 필름(130)을 포함한다.

이러한 실시예들에서, 상기 제1 유전체 필름(130/132)는 상기 스트랩(120)의 일부를 노출하고 상기 하단 커패시[0245]

터 전극(122)의 일부분 위에 개구부를 갖는다.  또한, 상기 도 5B의 실시예는 상기 제1 유전체 필름(130/132)

내의 상기 개구부 내의 상기 하단 커패시터 전극(122) 상에 커패시터 유전체 필름(140)을 더 포함한다.

일반적으로, 상기 제1 유전체 필름(130/132)는 단일체(unitary)이고, (i) 상기 안테나/인덕터 코일(170)의 패드[0246]

(172)에 전기적 연결이나 ohmic contact를 형성하는 스트랩(120)의 일 단부, 및 (ii) 내부에서 얇은 유전체 필

름(140)이 형성되는 상기 제1 유전체 필름(130/132) 내의, 상대적으로 작고, 일반적으로 원형 또는 사각형인 개

구부 를 제외하고는 상기 스트랩(120) 및 하단 커패시터 전극(122)를 완전히 커버한다. 

도 5B의 실시예들(및 다양한 변형들)에서, 상기 커패시터 유전체(140)은 상기 제1 유전체 필름(130)보다 현저히[0247]

작은 두께를 가진다.  예를 들어, 상기 커패시터 유전체 필름(140)은 바람직하게는 20 내지 1,000 Å의 두께를

가진다.

그러나 상기 제1 유전체 필름(130/132)는 바람직하게는 2,000 내지 20,000 Å의 두께를 가진다.  예시적 실시예[0248]

들에서, 상기 제1 유전체 필름(130/132)는 2,000 내지 20,000 Å의 두께를 가진다.  일반적으로, 상기 하단 커

패시터 전극(122) 위의 상기 제1 유전체 필름(130/132) 내의 상기 개구부는, 상기 제1 유전체 필름(130/132)를

포함하는 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들 사이의 면적의 20% 미만의 면적을 갖는다.  바람직하게는, 상기

개구부는 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들 사이의 면적의 5% 미만의 면적을 갖는다.

상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체(140)은 바람직하게는, 상기 라디오 주파수 전자기장을 비활성화 하는 응[0249]

용예는 아래의 비활성화가 가능한 데에 충분한 정도의 두께 및/또는 파괴 전압을 가지며, 이러한 비활성화는,
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상기 유전체 레이어를 가로지르는 상기 커패시터 내의 전압 차이가 상기 태그/장치를 비활성화 하여(이를 테면,

4 내지 약50 V의 전압 차이, 바람직하게는 5 내지 30V 미만의 전압 차이, 보다 바람직하게는 4 내지 15V 또는

그 내의 어떤 범위의 전압 차이 정도), 상기 태그 회로가 더 이상은 요구되는 주파수에어 공지하지 않도록 상기

유전체 레이어가 파괴되어 단락되거나 커패시턴스가 변화되는 결과를 가져온다.

따라서, 어떤 실시예들에서, 상기 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 레이어는, (i) 50 내지 400 Å의 두께 및/[0250]

또는 (ii) 4 내지 약 15V의 파괴 전압을 갖는다. 

일반적으로, 상기 유전체 필름(들)은 어떠한 전기적 절연 유전체 물질을 포함할 수 있으며, 이러한 물질은 금속[0251]

또는 실리콘 산화물 및/또는 실리콘 질화물, 또는 다른 세라믹이나 유리(이를 테면, silicon dioxide, silicon

nitride,  silicon  oxynitride,  aluminum  oxide,  tantalum  oxide,  zirconium  oxide  등),  polysiloxane,

parylene,  polyethylene,  polypropylene,  undoped  polyimide,  polycarbonate,  polyamide,  polyether와 같은

중합체(polyimer), 또는 이들의 copolymer, 또는 그것들의 불화물들(fluorinated derivative) 등이다.

바람직한 실시예들에서, 상기 유전체 필름(들)은 산화 알루미늄, 이산화 규소, 및/또는 상기 하단 커래시터 전[0252]

극 및/또는 상기 전기적 전도 스트랩 등과 같은 전도성 구조의 제조에 사용되는 대응하는 금속 산화물을 포함하

거나, 실질적으로 이들로 구성될 수 있다. 

일부  실시예들에서,  상기  유전체  필름(들)은  무기물  절연체(inorganic  insulator)를  포함할  수  있다.[0253]

이를테면, 상기 유전체 필름(들)은 금속 산화물 및/또는 MxOyNz 식으로 표현되는 금속 질화물(여기서 M은 실리

콘이나, 또는 알루미늄, 티타늄, 징코늄, 탄탈륨, 하프늄, 바나듐, 크로미늄, 몰리브데늄, 텅스텐, 로븀, 레늄,

철, 루데늄, 구리, 아연(zinc), 인듐, 틴(tin), 란탄족 금속(lanthanide metals), 액티나이드(actinide), 금속

들, 및 그들의 조합들로부터 선택되는 금속임)을 포함한다.

추가적 실시예에서, 상기 무기물 절연체는 일리케이트, 알루미네이트, 및/또는 알루미노실리케이트나 그러한 금[0254]

속들의 혼합물들을 포함한다(y/2 + z/3는 M의 산소 결합 상태수인 x와 같음). 

예시적 실시예들에서,  상기 유전체 필름(들)은 하나 또는 그 이상의 스핀 온 글라스들(photodefinable  또는[0255]

non-photodefinable일 수 있으며, 후자인 경우는 직접 프린팅 또는 뒤의 피복 리소그래피에 의해 패터닝됨); 폴

리마이드들(polyimides)(photodefinable하고  및/또는  열적으로  sensitized되어  열적  레이저  패터닝되거나,

non-photodefinable 해서 직접 프린팅이나 포스트 디포지션 리소그래피에 의해 패터닝됨); BCB 또는 SiLKㄾ 절

연 물질과 같은 다른 유기 절연체(여기서 SiLK는 Midland/MI  소재의 Dow  Chemical  Co.  사의 등록상표이다);

sol-gel  기술에  의해  형성되는  low-k  층간  유전체들;  플라즈마  강화  PE(plasma  enhanced)  TEOS  (특히,

tetraethylorthosilicate의 plasma-enhanced CVD에 의해 형성되는 SiO2); 및 폴리에틸렌, 폴리에스테르, 또는

PES, polymide 같은 더 높은 온도 중합체, 또는 연속하는 고온 과정에 호환되는 다른 물질들을 포함하거나,이들

로부터 형성된다. 

예시적 실시예들에서, 상기 유전체 필름(들)은 Group IVA의 산소 및/또는 질소를 포함할 수 있으며, 종래의 보[0256]

론 및/또는 산화인(phosphorous oxide) 변형체 등을 종래에 알려진 정도로 포함할 수 있다.

따라서,  Group  IVA  원소들은,  이산화규소,  질화규소,  silicon  oxynitride,  a  borosilicate  glass,  a[0257]

phosphosilicate glass, or a borophosphosilicate glass, 단, 이들 중에서는 이산화규소가 바람직함)을 포함

하거나, 실질적으로 이들로써 구성된다. 

iv. 커패시터 전극의 실시예[0258]

다시  도  5B를  참조하면,  상기  하단  커패시터  전극(122)는  상기  전기적  전도  스트랩(120)에  전기적으로[0259]

연결된다.  바람직하게는, 상기 병렬 연결 커패시터들은 상기 스트랩(120)을 상기 하단 커패시터 전극(122)으로

서 공유한다.  따라서, 상기 하단 커패시터 전극은 일반적으로 상기 전기적 전도 스트랩에 대해 언급한 것과 동

일한 물질(들) 및/또는 특성들을 포함한다.

나아가, 상기 도 5B의 장치는 상기 제1 유전체 필름(130) 및 상기 커패시터 유전체 필름(140) 상에 상단 커패시[0260]

터 전극(160)을 포함한다.  상기 상단 커패시터 전극(160)은 상기 하단 커패시터 전극(122)에 결합되어 상기 병

렬 연결된 커패시터들(이를 테면, 도 1의 C1 및 C2)를 형성한다.  일반적으로, 병렬 연결된 상기 제1 커패시터

는 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 레이어(140)을 포함하고, 상기 제2 커패시터는 상대적으로 두꺼운 유전체

필름(130)을 포함한다.  상기 제2 커패시터는 상기 제1 커패시터에 비해 훨씬 큰 면적을 갖고, 따라서 더 큰 커
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패시턴스를 갖는다.

일부 실시예에서, 상기 상단 커패시터 전극(160)은 상기 커패시터 유전체 레이어 상측에 직접 형성되어, 상기[0261]

상단 커패시터 전극(160)이 상기 유전체 레이어(140)을 완전히 커버할 수 있다. 

일반적으로, 상기 커패시터 전극들(이를 테면 하단 및 상단 커패시터 전극들 122/160)은 본 명세서에서 언급되[0262]

는 어떠한 적절한 전도성 물질을 포함할 수 있으며, 이를테면 금속, 두 개 또는 그 이상 금속의 합금, 또는 전

도성 합성물(이를 테면, a refractory metal nitride 또는 실리사이드, 여기서 a refractory metal은 Ti, Zn,

Ta, Hf, Cr, Mo, W, Re, Rh, Co, Ni, Pd, Pt 등을 포함할 수 있음)일 수 있다.

예시적인 실시예에서, 상기 커패시터 전극(들)은 금속을 포함한다.  예를 들어, 상기 상단 및/또는 하단 커패시[0263]

터  전극(들)은  알루미늄,  티타늄,  구리,  은,  크로미늄,  몰리브데늄,  텅스텐,  니켈,  금,  팔라듐,  플래티늄,

아연, 철, 또는 그것들의 합금(이를 테면, 스테인리스 스틸 등)을 포함할 수 있다.

일부  구현에서,  상기  커패시터  전극들은  doped  polythiophene,  polyimide,  polyacetylene,  polycyclo-[0264]

butadiene  및/또는  polycyclooctatetraene  같은  전도성  중합체(polyimer);  titanium  nitride,  tantalum

nitride, indium tin oxide 등과 같은 전도성 무기 화합물 필름; 및/또는 doped silicon, doped germanium,

doped  silicon-germanium,  doped  gallium  arsenide,  doped  (including  auto-doped)  zinc  oxide,  zinc

sulfide, cadmium sulfide 등의 도핑된 반도체를 포함할 수 있다.

일부 실시예에서, 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들(166/122)는 동일한 금속을 포함할 수 있다.  이러한 실시[0265]

예들에서, 상기 동일한 금속은 바람직하게는 알루미늄, 은, 금, 팔라듐, 또는 니켈을 포함하거나, 또는 실질적

으로 이것들로 구성될 수 있다.  그러나, 본 발명은 이러한 실시예에 한정되지 않으며, 상기 상단 및 하단 커패

시터 전극들은 서로 다른 금속을 포함할 수도 있다.

나아가, 추가적 실시예에서, 상기 상단 및/또는 하단 커패시터 전극들은 동일하나 금속을 상기 전기적 전도 스[0266]

트랩 및/또는 상기 안테나/인덕터(본 명세서에서 언급되는 금속들로부터 선택될 수도 있는 것)로서 포함할 수도

있다.

예시적 실시예들에서, 상기 상단 및/또는 하단 커패시터 전극들은 30 nm 내지 2,000 nm의 명목상 두께(이를 테[0267]

면, 50 내지 2,000 nm, 200 내지 1,000 nm, 그 내에서 어떠한 범위를 갖는 값)을 가질 수 있고, 및/또는 0.1-

10 μohm-츠의 저항성(resistivity) (바람직하게는 0.5 내지 5 μohm
-cm
, 본 명세서에서 언급되고 있는 바와 같

이 그 내의 어떤 범위의 값, 이를테면 3 μohm
-cm
)을 갖는다.

상기 커패시터 전극들이 실질적으로는 상기 장치의 중심에 배치될 수 있지만(이를 테면, 도 5A/5B의 122/160),[0268]

이들은 또한, 디자인적인 선택이나 필요에 따라 상기 장치의 어느 위치에도 배치될 수 있다.  또한, 상기 커패

시터 전극들은 요구되는 어떠한 모양, 이를테면 라운드, 정사각형, 직사각형, 삼각형을 가질 수 있으며, 상기

전극(들)이 상기 감시/식별 장치 내에서 또는 상에서 맞도록(fit)하는 어떠한 치수일수도 있다.

바람직한 실시예들에서, 적어도 하나의 커패시터 전극(이를 테면, 상기 상단 커패시터 전극160)은 돔 모양의 프[0269]

로필(dome-shaped profile)을 갖는다. 

바람직하게는,  상기  커패시터  전극들은  (i)  넓이,  길이  및  두께,  또는  (ii)반격  및  두께에  관한  치수들[0270]

(dimensions)을 가지며, 여기서 상기 두께는 실질적으로는 다른 치수(들)보다는 작다.

예를 들어, 상기 하단 커패시터 전극은 25 내지 10,000 μm의 반경 (바람직하게는 50 내지 5,000 μm, 100 내지[0271]

2,500 μm, 또는 그 내의 어떤 범위의 값)을 가지거나, 또는 내부에서, 50 내지 20,000 μm, 100 내지 10,000

μm, 250 내지 5,000 μm, 또는 그 내의 범위의 값인 넓이 및/또는 길이를 갖는다.

유사하게, 상기 상단 커패시터 전극은 20 내지 10,000 μm의 반경(바람직하게는, 40 내지 5,000 μm, 80 내지[0272]

2,500 μm, 또는 그 내의 어떤 범위의 값), 또는 40 내지 20,000 μm, 80 내지 10,000 μm, 150 내지 5,000 μ

m 또는 그 내의 어떤 범위의 값인 넓이 및/또는 길이를 갖는다.

v.   안테나 및/또는 인덕터[0273]

도 5A 및 도 5B에서 도시된 바와 같이, 컨택트 패드들(172/174)을 더 포함할 수 있는 안테나 및/또는 인덕터[0274]
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(170)은 상기 상단 커패시터 전극(160) 및 상기 스트랩(120)과 전기적으로 연결될 수 있다.

따라서, 본 실시예에서, 상기 안테나/인덕터는 바람직하게는 상기 회로 또는 장치 내의 다른 구조들 상에 또는[0275]

상측에 형성될 수 있다(도 5B 참조).

일반적으로, 상기 안테나 및/또는 인덕터는 본 기술 분야에서 알려진 어떠한 전도성 금속을 포함할 수 있다.[0276]

그러나, 바람직한 실시예들에서, 상기 안테나/인덕터는 금속을 포함한다.  상기 금속은 상업적으로 유통되는 것

일 수 있으며(이를 테면, 알루미늄, 구리, 또는 스테린리스 스틸과 같은 그들의 어떤 합금 등), 전도성 구조에

관해 상술한 일반적 종류의 금속(이를 테면, 상기 커패시터 전극들, 상기 스트랩, 전도성 기판 등에 관해 본 명

세서에서 언급했던 종류), 및/또는 동일한 형성 방법으로 형성되는 것일 수 있다.

이를테면,  예시적  실시예에서,  상기  안테나/인덕터는  알루미늄,  은,  또는  underlying  팔라듐  레이어  및[0277]

overlying 벌크 컨덕터(이를 테면 구리, 은 등)을 포함하거나, 실질적으로 일들로 구성된다. 

예시적인 실시에에서, 상기 안테나/인덕터는, 상기 인덕터/안테나를 상기 커패시터 전극들에 연결하기 위한(이[0278]

를 테면, 컨택트 패드 영역(174)), 및/또는 전기적 전도 스트랩에 연결하기 위한(이를 테면, 컨택트 패드 영역

(172)) 하나 또는 그 이상의 컨텍터/인터커넥트 패드 영역을 더 포함할 수 있다.

예시적인 실시예들에서, 상기 컨택트 패드들은 금속 범프 또는 ACP(anisotropic conductive paste)을 포함한다.[0279]

상기 안테나/인덕터의 컨택트 패드들은 상기 커패시터 전극들 및/또는 상기 전기적 전도 스트랩에, 전도성이거

나 비전도성이 접착제에 의해, 접착되거나(attached) 및/또는 고정될(affixed) 수 있다.  상기 안테나/인덕터는

연속적인 구조일 수 있으며, 또는 비연속적이고 한 커패시터 전극에 연결되는 제1 (외부) 인덕터 및 제2 커패시

터 전극에 연결되는 제2 (내부) 인덕터를 포함한다.  다양한 실시예들에서, 보조(backing and/or support) 레이

어가 상기 인덕터에 부착될 수 있다.  상기 보조(backing and/or support) 레이어는 상기 감시/식별 장치를 추

적되거나 모니터링되는 물품에 부착하거나 배치하기 위한 접착식 표면(adhesive surface)을 가질 수 있다. 

예시적 실시예들에서, 상기 인덕터/안테나는 복수 개의 루프 또는 링들을 갖는 코일을 포함할 수 있다.  명확하[0280]

게 예를 들자면, 도 5A 및 도 5B에 도시된 인덕터는 두 개의 루프, 링들 또는 코일들을 갖는다.  그러나, 루프

들, 링들 또는 코일들의 개수는 어떤 적절한 값이라도 가능하며, 이는 응용 예에 따른 요구 사항과 디자인적인

선택/선호에 달려 있다.

일반적으로, 디자인 룰을 만족시키고, 제조상 톨러런스를 만족하는 한에서 그 수는 많이 존재한다.  상기 안테[0281]

나 및/또는 인덕터는 인덕터로서 사용되는 종래의 어떠한 형태 및/또는 모양이라도 채택할 수 있으며, 바람직하

게는 코일 또는 공심 나선형 형태(concentric spiral loop form)일 수 있다.

제조공정을 쉽게 하고 및/또는 장치 면적의 효율을 높이기 위해, 상기 코일 루프들은 일반적으로 정사각형 또는[0282]

직사각형 모양을 갖지만, 또한 팔각형, 원형, 라운드형 또는 타원형 모양, 다른 어떤 다각형 모양, 또는 그들의

조합을 가질 수도 있으며, 및/또는 그들은 디자인적 선택이나 선호에 따라서 하나 또는 그 이상의 모서리 없는

코너들(truncated corners)을 가질 수 있고, 각각의 연속한 루프는 앞선 루프와 태그/장치의 최외각면 사이에

실질적으로는 완전히 위치된다. 

도 5A를 참조하면, 상기 안테나/인덕터 코일(170)의 공심 루프들 또는 링들은 적당한 넓이와 피치(특히 링-내부[0283]

공간)을 가지며, 상기 넓이 및/또는 피치는 루프와 루프 간에 또는 링과 링 간에 변경될 수 있다.

그러나, 어떤 실시예들에서, 각각의 루프 내의 와이어(또는 각 루프 또는 링의 각 사이드 내에서)는 독립적으로[0284]

2 내지 2,000 μm의 넓이 또는 두께를 가질 수 있고(바람직하게는 5 내지 1000 μm, 10 내지 500 μm, 10 내지

100 μm 또는 그 내의 어떤 범위의 값), 100 내지 50,000 μm, 250 내지 25,000 μm, 500 내지 20,000 μm, 또

는 그 내의 어떤 범위의 값인 길이를 가질 수 있다(이 경우, 상기 인덕터 와이어 세그먼트들의 길이는 상기 감

시/식별 정치를 초과하지 않음).

다른 실시예에서, 상기 인덕터 내의 상기 루프 또는 링의 와이어 각각의 반경(radius)은 250 내지 25,000 μm[0285]

(바람직하게는 500 내지 20,000 μm)이다.  유사하게, 인덕터의 인접한 공심 루프들 또는 링들 내의 와이어들

사이의 피치는 2 내지 1,000 μm, 3 내지 500 μm, 5 내지 250 μm, 10 내지 200 μm, 또는 그 내의 어떤 범위

의 값일 수 있다.  나아가, 넓이-피치 비율은 하한이 1:10, 1:5, 1:3, 1:2 또는 1:1이고, 상한이 1:2, 1:1,

2:1, 4:1 또는 6:1, 또는 그 내의 어떤 범위이다.  바람직한 실시예들에서, 상기 안테나 및/또는 인덕터는 0.1

내지 100 μohm
-cm
의 저항성(resistivity)를 가질 수 있다.
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유사하게, 상기 커패시터 전극들 및/또는 상기 전기적 전도 스트랩의 컨택트 사이에서 전기적 통신 및/또는 물[0286]

리적 컨택트를 제공하는, 상기 컨택트/인터커넥트 패드(들) (172/174)는, 필요에 따라, 라운드, 정사각형, 직사

각형, 삼각형 등 어떠한 모양을 가질 수도 있다.

나아가, 상기 인터커넥트/컨택트 패드(들)은 상기 감시/식별 태그 또는 장치 상에 또는 그 내부에 꼭 맞도록 하[0287]

는 어떠한 크기 정도를 가질 수 있으며, 상기 커패시터 전극들 및/또는 상기 전기적 전도 스트랩 사이의 전기적

통신 및/또는 물리적 컨택트를 제공할 수 있다.

바람직하게는, 상기 인터커넥트 패드(들) (172/174)는 이하의 치수들을 가지며, (i) 넓이, 길이 및 두께, 또는[0288]

(ii) 반경과 두께, 여기서 두께는 실질적으로 다른 치수(들)보다 작음.

예를 들어, 상기 안테나 내에 얼마나 많은 수의 코일들이 필요하며 및/또는 상기 안테나에 필요한 집적 회로 또[0289]

는 태그 면적의 비율이(예를 들어 퍼센트 단위로) 어떻게 되는지를 고려하여, 상기 인터커넥트 패드(172/174)는

하한 25 μm로부터, 태그가 허용하는 어떠한 반경 또는 넓이의 상한 사이의 반경 또는 넓이를 갖는다.  따라서,

상기 영역 치수(이를 테면, 넓이 및/또는 길이)는 50 내지 5,000 μm, 100 내지 2,000 μm, 200 내지 1,000 μ

m, 또는 그 내의 범위의 값일 수 있다.

vi. 패시베이션 레이어[0290]

도  5A  및  도  5B에  도시되지는  않았지만,  어떤  실시예들에서,  상기  장치는  패시베이션  레이어(passivation[0291]

layer)를 상기 구조 상에 또는 상측에 더 포함할 수 있다.  예를 들어, 상기 장치는 패시베이션 레이어를 상기

상단 커패시터 전극 및 상기 안테나/인덕터(또는 기판 위에 형성된 다른 구조들) 상에 또는 상측에 포함할 수

있다.

상기 패시베이션 레이어는 물, 산소 및/또는 집적회로/장치의 열화나 고장을 야기할 수 있는 다른 종류의 물질[0292]

의 내입(ingress)을 어렵게 하거나 방지한다.  게다가 상기 패시베이션 레이어는 상기 장치를 기계적으로 서포

트할 수 있는데, 특히 다음 프로세스 단계들을 수행하는 동안 그러하다.

상기  패시베이션  레이어는  일반적으로  종래의  기술에서  알려져  있으며,  parylene,  polyethylene,[0293]

polypropylene, a polyimide, 이들의 copolymers, a fluorinated organic polymer, 또는 다른 어떤 barrier

material과 같은 유기 중합체를 포함할 수 있다.

다른 실시예들에서, 상기 패시베이션 레이어는 무기 유전체, 이를테면 산화 알루미늄, 이산화규소(이를 테면,[0294]

종래의 기술에 따라 도핑된 것 또는 spin-on-glass, silicon nitride, silicon oxynitride, polysiloxane, 또

는 그들의 조합, multilayer structure의 mixture)를 포함할 수 있다. 

일부  변형들에서,  상기  패시베이션  레이어는,  underlying  유전체  레이어를  더  포함할  수  있으며,  이는[0295]

overlying 패시베이션 레이어에 비해 낮은 스트레스를 갖는 금속을 포함할 수 있다.  예를 들어, 상기 유전체

레이어는 산화물, 이를테면 SiO2 (e.g., TEOS, USG, FSG, BPSG, 등)을 포함할 수 있고, 상기 패시베이션 레이

어는 silicon nitride 또는 silicon oxynitride를 포함한다.  이러한 실시예들에서, 상기 패시베이션 레이어는

상기 underlying 유전체 레이어의 그것보다 약간 큰 두께를 가질 수 있다. 

예시적인  예들에서,  상기  패시베이션  레이어는  일반적으로  상기  감시/식별  장치의  동일한  넓이와  길이를[0296]

갖는다.  또한, 상기 감시/식별 장치를 위한 어떠한 적절한 두께를 가질 수도 있다.  이를테면, 상기 패시베이

션 레이어는 0.5 내지o 100 μm, from 3 내지 50 μm, 10 내지 25 μm, 또는 그 내의 어떤 범위의 값을 두께로

가진다.

본 발명의 실시예들에 의한 장치는, 상기 인덕터의 표면 상에 (도 5B에서 도시되지는 않았지만) 보조(support[0297]

and/or backing) 레이어를 더 포함할 수 있다.  상기 보조(support and/or backing) 레이어는 종래에 알려진

감시/식별 장치 분야의 것일 수 있다.

일반적으로, 이러한 보조 레이어는 (1) 다음에, 추적되거나 모니터링되는 물품 상에 부착하거나 배치하기 위한[0298]

접착성 표면, 및/또는 (2) 상기 감시/식별 장치 스스로를 위한 기계적 보조부를 제공한다.  예를 들어, 본 태그

/장치에는 가격이나 물품 식별 라벨의 뒤에 접착식 코팅이 태그 반대편에 존재하고(선택적으로는 종래의 태그가

사용도기 전까지 릴리즈하는 종래의 커버된 방법), 이러한 가격 또는 물품 식별 라벨은 종래의 감시/식별 장치/

태그 시스템에 사용되기 적합하다.
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또한 이에 대신하여, 본 발명의 장치는 물품이나 아이템에 상기 장치를 접착시키지 않고도, 물품 또는 아이템[0299]

내에 배치되어 식별되거나 및/또는 추적될 수 있다(보안상 목적으로).

[병렬 커패시터를 갖는 감시/식별 장치의 제2 실시예][0300]

병렬 커패시터를 갖는 감시 장치(200)의 제2 실시예가 도 9A 및 도 9B에 도시된다(각각 평면도 및 단면도). [0301]

i. 기판[0302]

도 9B의 실시예에서, 감시 및/또는 식별 장치(200)은 기판(210) 상에 안테나 및/또는 인덕터(270)를 포함한다.[0303]

상기 언급된 대로, 상기 기판은 어떤 적절한 절연체, 전도체, 또는 반도체(이를 테면, 플라스틱 시트 또는 웹,

유리, 웨이퍼, 금속 박편 등)일 수 있다.  그러나, 절연체 물질을 포함하는 기판이 바람직하다.  나아가, 도 9A

및 도 9B의 장치의 기판은 예시적인 기판들과 관련하여 상술한 특성의 어떤 것이라도 가질 수 있다.

ii. 안테나 및/또는 인덕터[0304]

도 9B에 도시된 바와 같이, 상기 안테나 및/또는 인덕터(270) 실시예는 기판(210) 상에 배치된다.  나아가, 상[0305]

기 안테나/인덕터는 하나 또는 그 이상의 컨택트/인터커넥트 패드 영역을 더 포함하여, (컨택트 패드 272는)상

기 스트랩과, 및/또는 (컨택트 패드 274는)상기 커패시터 전극들과의 전기적 연결을 할 수 있다.

일부 실시예에서, 컨택트 패드(274)는 또한 상기 하단 커패시터 전극으로서도 역할을 할 수 있다.  다른 일부[0306]

변형에서는, 상기 안테나/인덕터는 상술한 바와 같이 전도성 기판(포토리소그래피 패터닝 및 에칭에 의해, 등)

으로부터 형성될 수도 있다. 

일반적으로, 상기 안테나/인덕터(270)(및 상기 컨택트 패드 영역 272/274)는 상기 언급된 대로, 기판에 배치되[0307]

거나 연결되기에 적합한 어떤 모양, 사이즈 및/또는 치수(dimension)을 가질 수 있다.

나아가, 도 9B의 실시예에서, 상기 안테나/인덕터(270)는 상술한 어떠한 전도성 물질이라도 포함할 수 있으며,[0308]

바람직하게는 상기 안테나/인덕터는 금속을 포함한다.  그러나, 안테나가 전도성 기판으로부터 형성되는 실시예

에서, 상기 인덕터는 그러한 기판 및/또는 하단 커패시터 전극과 동일한 재질을 포함할 수 있다. 

iii. 예시적 유전체 필름[0309]

병렬로 연결된 커패시터들을 갖는 예시적 장치는 일반적으로 복수 개의 유전체 필름 레이어를 포함한다.  예를[0310]

들어, 도 9B 내에 도시된 바와 같이, 상기 장치는 유전체 필름(232), 제1 유전체 필름(280), 및 상대적으로 얇

은 커패시터 유전체 필름(240)을 포함한다. 

도 9B에 도시된 바와 같이, 상기 층간 유전체 필름(2323)는 기판 및/또는 안테나/인덕터의 일부 상에 또는 상측[0311]

에 있으며, 일반적으로는 내부에 형성된 하나 또는 그 이상의 컨택트 홀들을 가져서, 상기 안테나/인덕터와 병

렬 커패시터들 사이의 전기적 연결을 돕는다.

예를 들어, 안테나 패드(274)를 노출시키는 층간 유전체 필름(232) 내의 제1 컨택트 홀 및 안테나 패드(272)를[0312]

노출시키는 층간 유전체 필름(232)의 제2 컨택트 홀이 존재한다. 

상기 제1 유전체 필름(280)은 상대적으로 두꺼운 커패시터 유전체 필름을 포함할 수 있고, 상기 하단 커패시터[0313]

전극들(250), 상기 얇은 커패시터 유전체 필름(240) 및 선택적으로, 상기 층간 유전체 필름(232)의 일부분 모두

의 상에 형성된다.  상기 제1 유전체 필름(280)은 적어도 하나의 컨택트 홀을 내부에 가져서, (이를 테면 컨택

트 홀 272는)적어도 상기 안테나 및/또는 인덕터(270)의 적어도 일부를, 그리고 상기 하단 커패시터 전극(250)

상측의 개구부를 노출시킨다.

상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(240)은 상기 하단 커패시터 전극(250) 상에 있으며, 상기 제1 유전체 필[0314]

름(280) 내의 상기 개구부 내에 있다.  상기 얇은 커패시터 유전체 필름(240)의 두께는 제1 유전체 필름(280)의

두께보다 현저히 작다.
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  나아가, 예시적 실시예들에서, 상기 층간 유전체 필름(232)는 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필름(240)의[0315]

두께에 비해 더 큰 두께를 갖는다.

도 9B의 실시예에서 상기 유전체 필름은 상술한 상기 유전체 필름과 연관된 어떤 재질이라도(이를 테면, 금속[0316]

산화물, 실리콘 산화물, 세라믹, 유리 등) 포함할 수 있다.  나아가, 상기 유전체 필름들은 상술한 특성들이나

치수들의 어떤 것이라도 가질 수 있다.

예를 들어, 상기 얇은 커패시터 유전체 필름(240)은 20 내지 1,000 Å의 두께 (이를테면, 50 내지 400 Å, 또는[0317]

그 내의 어떤 범위의 값) 및/또는 4 내지 약 15 V의 파괴 전압을 가지며, 상기 제1 유전체 필름(280)은 2,000

내지 20,000 Å의 두께 (이를테면, 3,000 내지 5,000 Å, 또는 그 내의 어떤 범위의 값)를 가진다.

iv. 예시적 커패시터 전극들[0318]

도 9B에서 도시된 바와 같이, 하단 커패시터 전극(250)은 기판 상에 또는 상측에 있으며, 안테나 및/또는 인덕[0319]

터(270)와 (이를 테면 컨택트 패드 274)에서 전기적 컨택을 갖는다.  상단 커패시터 전극(260)은, 얇은 유전체

필름(240)을 통해서 하단 커패시터 전극(250)과 용량형으로 결합되며, 또한 별도로, 두꺼운 유전체 필름(280)을

통해서 병렬 연결된 커패시터들을 형성한다.

도 5B에 도시된 제1 예시적 정치에서, 제1 커패시터는 (가장 바람직하게는) 상기 상대적으로 얇은 유전체 필름[0320]

(240)의 일부 분의 아래에 있고, 제2 (더 큰) 커패시터는 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(280) 위에 있다.  상

기 전기적 전도 스트랩(220)은 상기 상단 커패시터 전극(260)과 상기 안테나 및/또는 인덕터(270)  사이에서,

(이를 테면 컨택트 패스 272에서) 전기적 통신을 제공한다.

도 9B에 도시된 실시예에서, 상기 상단 커패시터 전극(260)은 상기 커패시터 유전체 레이어(240)을 완전히 커버[0321]

하지는 않으므로, 상기 커패시터 유전체 레이어(240)의 하나 또는 그 이상의 일부분들이 노출될 수 있다.

상기 커패시터 전극들(250/260)은 독립적으로 상술한 바와 같이 어떤 전도성 물질을 포함하거나 및/또는 잉크[0322]

포뮬레이션에 의해 형성(이를 테면, 금속 프리커서 잉크, 금속 나노입자들, 금속 염 및/또는 금속 복합체, 도핑

된/또는 도핑되지 않은 반도체, 전도성 중합체 등)될 수 있다.

예를 들어, 상기 전극들은 상술한(이를 테면 알루미늄, 구리, 은 등) 금속들을 포함할 수 있으며, 또는 그들의[0323]

합금(이를 테면, 스테인리스 스틸)을 포함할 수 있다.  나아가, 상기 커패시터 전극들(250/260)은 상술한 어떤

특성, 모양 또는 다른 치수들을 가질 수 있다.

v.   전기적 전도 스트랩[0324]

도 9A 및 도 9B에 도시된 바와 같이, 제2 실시예에 따른 예시적인 장치들은 상기 상단 커패시터 전극(250), 상[0325]

기 유전체 레이어(들)(이를 테면, 도 9B의 240, 280, 및 234), 상기 안테나/인덕터(270/272) 상에 전기적 전도

스트랩(220)을 포함한다.  일반적으로, 상기 전기적 전도 스트랩(220)은 상단 커패시터 전극(260) 및 상기 인덕

터/안테나(270) 사이의(이를 테면, 커넥션 패드 272에서) 전기적 통신을 제공한다.  상기 스트랩(220)은 상술한

어떠한 전기적 전도 물질을 포함할 수도 있으며(바람직하게는 금속), 상술한 어떤 사이즈 및/또는 모양을 가질

수 있다.

일부 실시예에서, 상기 스트랩(220)은 상기 상단 커패시터 전극(이를 테면, 260) 및/또는 안테나/인덕터(이를[0326]

테면, 패드 272)와 직접적으로 연결된다.  이에 대신하여, 상기 스트랩(220)은, 전도성 또는 비전도성 접착제를

사용하여 상기 커패시터 전극(260) 및/또는 상기 안테나/인덕터 패드(272)에 연결될 수도 있다.  나아가, 스트

랩(220)은 전도성 구조(이를 테면, 상기 커패시터 전극 260 및/또는 안테나/인덕터 270/272)에 연결되기 위해

하나 또는 그 이상의 인터커넥트/컨택트 패드들(이를 테면 패드 부분)을 가질 수 있다.

병렬 연결 커패시터를 감시 및/또는 식별 장치의 제3 실시예[0327]

병렬 연결된 커패시터들(300)을 갖는 제3 실시예에 따른 감시 장치가 도 10A 및 도 10B에 도시된다.  상기 도[0328]

10A 및 도 10B의 실시예는 상기 도 9A 및 도 9B의 실시예와 실질적으로 유사하다.
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예를 들어, 도 10A에 도시된 바와 같이, 상기 장치는 기판(바람직하게는 절연 물질을 포함하는 것) 상에 안테나[0329]

/인덕터(370)을 포함한다.  상기 안테나/인덕터는 또한 컨택트 패드들(372 및 274)를 포함할 수도 있다.  층간

유전체 레이어(332)는 안테나/인덕터(370) 상에 있고, 상기 안테나 컨택트 패드들(372/374)를 노출하는 컨택트

홀들을 가진다.

하단 커패시터 전극(350)은 상기 층간 유전체 필름(332) 상에 있고, 상기 컨택트 패드(374) 위의 상기 컨택트[0330]

홀 내에 있다.  제1 유전체 필름(380)은 안테나 및/또는 인덕터(370) 및 상기 하단 커패시터 전극(350) 상에 또

는 상측에 있으며, 내부에 컨택트 홀을 가져서 상기 하단 커패시터 전극(350) 및 상기 컨택트 패드(372) 중 일

부를 노출한다.

도 9A 및 도 9B와는 대조적으로, 도 10A의 장치는, 상기 하단 커패시터 전극(350)을 노출하는 제1 유전체 필름[0331]

(380) 내의 상기 컨택트 홀 내에서만 상기 하단 커패시터 전극(350) 상에 상대적으로 얇은 커패시터 유전체 필

름(340)을 포함하며, 도 9B에 도시된 바와 같이 하단 커패시터 전극 전체에 걸치지는 않는다.

그러나, 병렬 연결 커패시터들을 갖는 상기 제1 및 제2 예시적 장치에서 미리 언급한 바와 같이, 도 10A의 장치[0332]

의 상기 상대적으로 얇은 커패시터 전극(340)도, 상기 제1 유전체 필름(380)보다는 현저히 작은 두께를 가지며,

층간 유전체 필름(332)도 가진다.

예를 들어, 일부 실시예들에서, (이를 테면 구조 380과 같은) 상기 제1 유전체 필름의 두께는 상기 상대적으로[0333]

얇은 유전체 필름(이를 테면 340)의 적어도 다섯 배의 두께를 갖는다.  상단 커패시터 전극(360)은 상기 장치

상에 형성되며, 하단 커패시터 전극(350)과 용량형 결합을 이루어서, 병렬 연결된 커패시터들을 형성한다.  전

기적 전도 스트랩(320)은 상단 커패시터 전극(360)과 상기 안테나/인덕터와 컨택트 패드(372)에서 연결된다.

일반적으로, 도 10A 내의 장치의 상기 전도성 구조(이를 테면, 안테나/인덕터 370/372/374, 상단 및 하단 커패[0334]

시터 전극들 350/360, 및 전기적 전도 스트랩 320)은 상술한 어떤 전도성 물질을 포함할 수 있다.  유사하게,

상기 유전체 필름들(이를 테면, 층간 유전체 필름 332, 상대적으로 얇은 유전체 필름 380, 및 상대적으로 얇은

유전체 필름 340)은, 상술한 어떤 절연 물질들을 포함할 수 있다.

나아가, 도 10A의 장치의 다양한 구조들(이를 테면, 기판, 상기 유전체 필름들, 상기 커패시터 전극들, 상기 스[0335]

트랩 및/또는 안테나)는 상기 구조와 관련한 서술들에서 언급한 사이즈, 모양 및/또는 특성들을 가질 수 있다.

일부 실시예들에서, 도 10A의 장치는 또한 상기 전기적 전도 스트랩 및 상단 커패시터 전극들의 상측에 상술한

패시베이션 레이어를 포함할 수도 있다.

도 10B에서 도시되는 바와 같이, 일부 변형에서는, 보조(backing and/or support) 레이어(390)이 나중의 핸들링[0336]

및/또는 프로세싱을 위해 상기 장치에 안정성이나 보호성을 제공하도록 구비될 수도 있다.

이러한  보조  레이어는  페이퍼와  같이  박층화되거나  또는  유연한  중합체  물질(이를  테면,  polyethylene,[0337]

polypropylene,  polyvinyl  chloride,  polytetrafluoroethylene,  a  polycarbonate,  an  전기적  절연인

polyimide, polystyrene, 또는 그들의 copolymers 등)일 수 있다.  상기 장치에 기계적 보조를 제공하는 데에

더하여, 상기 보조 레이어는 나중에 감시/식별 장치를 추적되거나 모니터링 되는 장치와의 접착성이나 배치성을

제공하는 접착성 표면을 제공할 수도 있다.

[직렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치의 실시예][0338]

직렬 연결된 커패시터들을 갖는 예시적 감시 및/또는 식별 장치(500)이 도 11 및 도 12에 도시된다(각각 단면도[0339]

및 평면도임).

i. 기판[0340]

도 11에 도시된 바와 같이, 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치는 기판(510) 및 제1 유전체[0341]

필름(540)을 포함한다.  예시적인 실시예들에서, 상기 기판은 전기적 전도성(이를 테면, 전기적으로 기능하는)

물질들을 상기한 서술에서와 같이 포함한다.

예시적 실시예들에서, 상기 전도성 기판은 알루미늄을 포함하거나, 상술한 바와 같이 실질적으로 알루미늄으로[0342]

구성된다.  예시적 실시예들에서, 상기 전기적 전도성 기판을 위한 금속은 실효적 유전체 필름에 산화되는 능력
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에 적어도 부분적으로 기초하여 선택될 수 있다.  바람직한 실시예들에서, 상기 커패시터들은 상기 전기적 전도

성 기판(이를 테면, 금속 시트, 금속 박편 등)(510)을 공통적 하단 커패시터 전극으로서 공유한다(도 2의 박편

(foil) 노드 참조).

그러나, 상기 장치는 전기적 전도성 기판으로 한정되지 않는다.  대신, 일부 변형 예에서는, 상기 장치는 상술[0343]

한 절연 기판(이를 테면, 유리, 세라믹, 플라스틱 등)을 포함할 수 있다.

절연 기판을 포함하는 실시예들에서, (도 11에서 도시되지는 않았지만) 상기 절연 기판 상에 전도성 레이어(이[0344]

를 테면, 상기 하단 커패시터 전극들)이 있을 수 있으며, 일부 실시예에서는, 상기 커패시터들은 상기 전도성

레이어를 공통적 하단 커패시터 전극으로서 공유한다.  나아가, 일부 실시예세서, 상기 장치는 전도성 또는 비

전도성  접착제를  상기  (전기적  전도성)  기판  상에  포함하여,  상기  장치/태그를  아이템(도시되지  않음)에

붙인다.

예시적 실시예들에서, 상기 전도성 기판은 1 내지 300 μm의 명목상 두께 (이를테면, 3 내지 200 μm, 5 내지[0345]

100 μm, 또는 그 내의 어떤 범위의 값)을 가진다.  바람직하게는, 상기 기판은 1 내지 100 μm의 두께, 또는

그  내의  어떤  범위의  두께를  가진다.   나아가,  상기  전도성  기판은  1  내지  100  μohm
-cm

 의  저항성

(resistivity)(바람직하게는 0.5 내지 5 μohm
-cm
)을 갖는다.

ii. 커패시터 전극들의 실시예[0346]

도 11에 도시된 바와 같이, 복수 개의 커패시터 전극들(530/535)이 상기 제1 유전체 필름(540) 상에 있고, 상기[0347]

커패시터 전극들은 상기 기판(510)에 용량형으로 결합된다.  결과적으로, 상기 전기적 전도성 기판(510), 상기

제1 유전체 필름(540), 및 상기 복수 개의 커패시터 전극들(535/530)은 직렬 연결된 커패시터들 C1 및 C2를 형

성한다(도 2 참조).

예시적인 실시예들에서, 상기 상단 커패시터 전극들은, 상기 커패시터들을 상기 안테나 및/또는 인덕터(이를 테[0348]

면 도 11 및 도 12의 구조 570 및 575)와 전기적으로 연결하기 위한 컨택트 패드(이를 테면 도 11 및 도 12의

P1 및 P2)를 포함한다.

다른 예에서, 상기 상단 커패시터 전극들은 상기 컨택트 패드들에 전기적으로 연결될 수 있다.  그리고, 상기[0349]

상단 커패시터 전극들(530 및 535)은 나란히 형성될 수 있으며, 그러나 서로간에는 일반적으로 물리적으로 격리

가 이루어진다.

예를 들어, 상기 커패시터 전극들은, 상기 전극들(530/535)가 형성되는 개구부들을 갖는 제1 유전체 필름(540)[0350]

상에 상기 상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)에 의해 물리적으로 격리되거나 분리될 수 있다.

상기 커패시터 전극들은, 상술한 전도성 구조들 및/또는 전도성 구조를 형성하기 위한 방법에서 언급한 바와 같[0351]

이, 어떠한 전도성 물질(이를 테면, 금속, 전도성 중합체, 전도성 무기 화합물, 도핑된 반도체 등)을 포함할 수

있다.

일부 실시예에서, 상기 상단 및 하단 커패시터 전극들은 이와 동일한 물질을 포함할 수도 있고, 다른 예에서는[0352]

다른 물질들을 포함할 수도 있다.  예를 들어, 일부 실시예들에서, 상기 전도성 기판(또는 전도성 레이어)은 제

1 금속을 포함하고, 상기 상단 커패시터 전극들은 제2 금속을 포함한다.

앞서 언급한 바와 같이, 바람직한 실시예들에서, 직렬 연결된 상기 커패시터들은 전도성 기판(또는 절연 기판[0353]

상의 전도성 레이어)를 하단 커패시터 전극들로서 공유한다.

결과적으로, 상기 하단 커패시터 전극들은 상기 예시적인 기판들에 관해 언급한 것과 동일한 특성을 가진다.[0354]

상기 상단 커패시터 전극들은 (원형, 정사각형, 직사각형, 삼각형, 돔 모양 등) 필요에 따라 어떠한 모양도 될

수 있고,  어떠한 특성들,  사이즈 및 치수들도 상술한 감시/식별 장치 상에 또는 그 내에 맞도록 채택될 수

있다.

iii. 유전체 필름 레이어들의 실시예[0355]

도 11을 참조하면, 본 발명의 실시예들은 복수 개의 유전체 필름 레이어들(이를 테면, 커패시터 유전체 필름[0356]
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540, 두꺼운 유전체 레이어 580, 및/또는 상기 상단 커패시터 전극 레이어 560)을 포함한다.  상기 커패시터 유

전체 필름(540)은 상기 전도성 기판(510)의 일부 또는 전부 상에 형성되어서, 상기 전도성 기판(이를 테면 하단

커패시터 전극들)을 상단 커패시터 전극들(530/535)과 분리한다.

일반적으로, 상기 커패시터 유전체 필름(540)은 50 내지 400 Å의 두께, 또는 그 내의 어떤 범위의 두께를 가진[0357]

다.  상대적으로 두꺼운 유전체 필름(580)은 상기 커패시터 유전체 필름(540) 의 일부 상에 형성되며, 일반적으

로 하나 또는 그 이상의 컨택트 홀들/커패시터 전극 개구부들을 가진다.

바람직한 실시예들에서, 상기 두꺼운 유전체 필름(580)은 상기 상단 커패시터 전극들(530/535)들 사이의 커패시[0358]

턴스를 유지할 수 있기에 충분한 두께를 가지면(이를 테면, 컨택트 패드들 P1 및 P2에서), 이는 상기 두꺼운 유

전체 필름(580) 및 상기 기판(510) 상에서 상기 제1 유전체 레이어(540) 상의 복수 개의 커패시터들(이를 테면

C1 및 C2)의 커패시턴스보다 현저히 작은 값이다.

도 11에 도시된 바와 같이, 상기 장치는 또한 상기 상단 커패시터 전극들(530/535) 상에 또는 상측에 유전체 레[0359]

이어(이를 테면, 층간 유전체 레이어 560)를 포함한다.  상기 유전체 레이어(560)은 내부에서 상기 탑(top) 전

극들의 일부를 노출하는 컨택트 홀들 또는 커넥션 개구부들을 가지며, 예를 들면 컨택트 패드 P1 및 P2가 이에

해당한다.

이러한 구조는 상기 장치를 안테나 및/또는 인덕터(570) 상에 전기적 컨택트들(575)과 조립하는 것을 허용하며,[0360]

이 경우 이러한 조립은 상기 전기적 전도 기판(510)에 직접적인 전기적 연결을 요구하지 않고도, 컨택트 패드들

P1 및 P2에서 일어난다.  일부 실시예들에서, 상기 상단 전극들(이를테면, ILD 560)상의 상기 유전체 레이어는

상기 기판(510) 상의 상기 커패시터 유전체 필름(540)보다 큰 두께를 갖는다.

일반적으로, 상기 유전체 필름들은 상술한 어떠한 전기적 절연 유전체 물질(이를 테면, 상기 무기물 절연체, 액[0361]

상 유전체 프리커서 잉크 등),  또는 이들과 동일하거나 유사한 특성을 가지는 상술한 어떠한 것을 가질 수

있다.

iv. 안테나 및/또는 인덕터[0362]

직렬 연결 커패시터들을 갖는 예시적인 장치는, 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 상기 상단 커패시터 전극[0363]

들과(이를 테면 컨택트 패드들 P1 및 P2에서) 전기적으로 연결하는 안테나 및/또는 인덕터를 포함한다.  직렬

연결 커패시터들을 갖는 상기 장치의 안테나 및/또는 인덕터는 상술한 내용에서와 동일하거나 유사한 특성을 갖

는다.  그러나, 병렬 커패시터들을 갖는 실시예에서와는 대조적으로, 상기 직렬 연결 커패시터를 갖는 장치는,

일반적으로 전기적 전도 스트랩은 포함하지 않는다.

따라서, 도 11 및 도 12에서 도시되는 상기 안테나/인덕터는 상기 상단 커패시터 판들(plates)을 전기적으로 연[0364]

결하며, 상기 상단 커패시터 전극들을 전기적 전도 스트랩에 연결하지 않는다.

일반적으로, 상기 안테나/인덕터는 상술한 전도성 금속의 어떤 것을 포함하며, 바람직하게는 상기 안테나/인덕[0365]

터는 금속(이를 테면, 알루미늄, 구리, 그들의 합금 등)을 포함한다.

일부 실시예들에서, 상기 안테나는 하나 또는 그 이상의 컨택트 패드 영역을 포함하여, 상기 안테나를 상기 상[0366]

단 커패시터 전극들에 연결한다.  상기 안테나/인덕터는, 전도성 또는 비전도성 접착제에 의해 상기 커패시터

전극들에 접착될 수 있으며, 상기 장치/태그를 물품이나 상품에 붙이거나 배치하기 위한 보조 레이어(backing

and/or support layer)를 더 포함한다.  그러나, 상기 보조 레이어는, 이에 대신하여 상술한 바와 같이 상기 레

이어의 패시베이션 상에, 또는 상기 기판 상에 있을 수 있다(도 3C의 레이어 104b 참조).

상기 안테나/인덕터는 상술한 복수 개의 루프들 또는 링들을 가지는 코일을 포함할 수 있고, 그러한 안테나들[0367]

및/또는 인덕터들에 적합한 어떠한 모양 및/또는 형태를 가진다.  예를 들어, 본 장치의 상기 안테나(및 선택적

으로는 상기 컨택트/인터커넥트 패드들)는, 상술한 어떤 모양들, 치수들 또는 디자인들을 가질 수 있다.  나아

가, 상기 본 장치는 상술한 바와 같거나 유사한 패시베이션 레이어 또는 보조 레이어를 포함할 수도 있다.

상기 감시 및/또는 식별 장치를 이용하여 아이템을 감지하는 방법의 실시예[0368]

나아가, 본 발명은 감지 구역 내의 아이템 또는 물체를 감지하는 방법에도 연관되며, 상기 방법은: (a) 상기 본[0369]

발명의 장치(들)에, 상기 장치가 감지 가능한 전자기파를 방사하고, 반사하고, 산란(backscatter)하고, 또는 흡

수하기에 충분한 정도의 전류를 유기하는 단계(바람직하게는, 인가된 전자기장의 배수 또는 인수의 주파수);
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(b)  선택적으로,  상기  감지  가능한  전자기  방사를  감지하는  단계;  (c)  선택적으로  상기  장치를  비활성화

하거나, 상기 장치가 액션을 취하도록 하는 단계를 포함한다.

일반적으로, 본 발명에서 인가되는 전류 및 전압은, 상기 장치가 오실레이팅하는 전자기장을 포함하는 감지 구[0370]

역 내에 있는 경우에, 감지 가능한 전자기파를 방사하고, 반사하고, 산란(backscatter)하고, 또는 흡수하기에

충분한 정도이다.  이러한 오실레이팅하는 전자기장은 종래의 감시/식별 감지 장비 및/또는 시스템에 의해 만들

어지거나 생성된다.

본 발명의 장치 사용 방법은, 상기 장치를 감지될 물체나 물품 상에 붙이거나, 또는 내부에 포함시키는 단계를[0371]

더 포함한다.  나아가, 본 발명의 장치의 장점에 따라, 상기 태그 또는 장치는 임계값(thresholds)의 비휘발성

시프팅(non-volatile shifting)(특히, 전압에 따른 CV 곡선의 위치 변화)에 의해, 또는 상기 장치 내에서 실효

적 오실레이팅 주파수가 전류, 전압 및/또는 공진을 일으키기에 충분한 정도의 세기를 갖는 전자기장을 인가함

으로써 상기 장치가 비활성화 될 수 있다.  통상적으로, 상기 장치는, 물체나 물품이 감지 존 내에 있지 않거나

다른 알려진 이유가 있는 경우에는 비활성화 된다.

도난이나, 또는 소매 상점에서의 인가되지 않은 물품의 이동을 감지하고 및/또는 방지하기 위한 전자 및/또는[0372]

무선 식별 및 보안 시스템의 사용(이를 테면, 도서관에서, 등)은, 이미 보편적으로 사용된다.

일반적으로, 감시/식별 장치 시스템은, 보안의 대상이 되어 감지되어야 할(보호되는) 물품이나 아이템 내에 부[0373]

착되거나 내부에 내장되는 라벨이나 보안 태그/장치(이를 테면, EAS, RF, RFID, 등)를 도입한다.  감시/식별 태

그는 많은 종류의 사이즈, 모양, 및 형태를 가지며, 이는 사용될 시스템의 특별한 타입, 물품 등의 사이즈나 타

입에 달려있다.

일반적으로, 이러한 시스템은 이러한 장치들이 붙여지는(또는 내장되는) 보호 대상 물품이 능동형 보안 태그를[0374]

가진 채로 존재하거나 부재하는 상황을 감지하고, 보안 또는 감시 구역을 나가거나, 또는 체크 포인트 주변을

지나가는 경우를 감시한다.  그러나, 본 발명이 보안 분야에 한정되는 것은 아니다.  예를 들어, 본 발명의 감

시/식별  자치는 감지 구역 내에서 감지되는 경우에 상기 장치가 어떠한 동작을 하도록 하는 더  많은  로직

(logic)을 포함할 수도 있다.

본 발명의 태그는 RF(radio frequency) 전자기장 내에서 외란(disturbances)을 감지하는 전자 보안 시스템과 함[0375]

께 적어도 부분적으로는 동작할 수 있다.  이러한 전자 보안 시스템은 일반적으로, 어떠한 물품이 제어되는 공

간(controlled premises)(이를 테면, 소매점)을 통과해야만 하는 입구(portals)에서 정의되는 제어되는 영역 내

의 전자기장을 확립한다.

공진 회로를 갖는 태그/장치는 각각의 물품에 부착되고, 상기 회로 시스템이 제어 구역 내에 존재하는 것이 수[0376]

신 시스템에 의해 감지되어, 인가되지 않은 물품 반출을 감지한다.  상기 태그 회로는 알람 동작을 갖는 장비의

제어되는 구역을 통해 반출이 허가된 자로부터, 공간(premises)이나 허용된 패키지에서, 비활성화 되거나, 디튠

되거나(detuned) 또는 제거된다.  이러한 원리로 동작하는 대부분의 태그들은 일회성 도는 제거 가능 태그이고,

따라서 싼 값에 많은 양을 다시 만들 수 있게 디자인 된다.

본 발명의 태그는(필요에 따라, 재-사용 가능) 많은 상업적 응용 하에서 사용될 수 있으며, 그러한 상업적 응용[0377]

을 위한 어떠한 주파수 내에서 실질적으로 사용될 수 있다.  예를 들어, 상기 본 발명의 태그들은 아래 표에 나

타난 바와 같은 주파수들, 필드 및/또는 영역들에서 사용될 수 있다:

표 1

[표 1: 예시적 응용예들][0378]

주파수 바람직한 주파수 감지/응답의 범위/필드 바람직한  감지/응
답의 범위/필드

예시적  상업  응용예
(들)

100-150
KHz

125-134 KHz up to 10 feet up to 5 feet animal  ID,  car
anti-theft
systems,  beer  keg
tracking
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about
8.2 MHz

8.2 MHz up to 10 feet up to 5 feet anti-theft,
inventory  tracking
(e.g.,  libraries,
apparel,  auto/
motorcycle  parts),
building
security/access

about
13.56
MHz

13.56 MHz up to 10 feet up to 5 feet inventory  tracking
(e.g.,  libraries,
apparel,  auto/
motorcycle  parts),
building
security/access

800-1000
MHz

868-928 MHz up to 30 feet up to 18 feet pallet  and
shipping  container
tracking,  shipyard
container tracking

2.4-2.5
GHz

about 2.45 GHz up to 30 feet up to 20 feet auto toll tags

비활성화 방법은 일반적으로, 비활성 태그가 포함된 물품이 관리 영역을 떠났을 때에도 그대로 남아 있는 방법[0379]

의 원격 전자적 비활성화 과정을 포함한다.  공진 식별/감시 태그의 전자적 비활성화 는 감시 공진 주파수를 파

괴하거나 바꾸는 과정을 수반하여, 상기 보안 태그가 더 이상 보안 시스템에 의해 활성화된 보안 태그로서 감지

되지 않도록 한다.

이러한 전자적 비활성화를 가능하게 하는 방법은 여러 가지가 있다.  그러나, 일반적으로, 알려진 방법들은 공[0380]

진 회로의 일부를 단락시키거나, 또는 일부를 개방하여 상기 회로의 Q를 망치거나(spoil) 또는 공진 주파수를

통상적인 감지 시스템의 공진 주파수 밖의 것으로 변경하거나, 또는 그 두 가지를 모두 수행하여 이루어진다.

통상적으로는 감지 신호보다 높은 에너지 레벨이며, 일반적으로는 FCC 기준 내에 있는 에너지 레벨에서, 상기[0381]

비활성화 장치는 상기 하단 커패시터 전극과 상기 상단 커패시터 전극 사이에 충분한 전압을 인가하여 파괴

(break down)시키는 과정을 포함한다.  따라서, 상술한 본 발명의 감시/식별 장치(들)은, 상기 비활성화 장치

또는 태그가 놓이는 체크 아웃 카운터 또는 다른 유사한 위치에서 비활성화 될 수 있다.

따라서, 본 발명은, 기준 주파수(fundamental frequency)(이를 테면, 13.56 MHz)에서 보호되는 영역에 전송되[0382]

는 전자기 파들에서의 물품 감시 기술들, 및 그러한 환경에서 본 발명의 감시/식별 장치(들)에 의해 전자기 방

사가 방출되거나 흡수되어 감지되는 영역 내에서 비 인가된 상태를 식별하는 과정을 포함한다.  이러한 방출되

고 흡수되는 전자기 방사는 센서-방출 구성, 라벨들, 또는 본 발명의 무선 감시 장치가 붙어 있거나 내장된 물

품들에서 방사되는 파동의 제2 고조파 또는 그 다음 고조파들이, 감지되는 공간으로부터 허가 받아 방출될 때의

물품들을 비활성화 하는 과정일 수 있다.

물품 감시 방법, 도난 감지, 또는 본 발명에 따른 다른 식별 방법은, 이하에서 설명되는 순차적인 단계들에 의[0383]

해 수행될 수 있다.  본 발명의 감시/식별 태그(이를 테면, 가격 표에 집적되어 형성된)는 아이템, 물품 또는

감시 시스템 하의 객체에 부착된다.  그리고, 값이 지불되거나, 다른 어떤 허가된 과정에서 방출되는 물품에서

는, 감시되는 공간의 관리자(체크아웃 직원 또는 보안원)에 의해 상기 태그가 비활성화 된다.  그리고 나서, 물

품들이 방출되는 감지 공간(이를 테면, 출구 또는 인증 공간)을 통해 이동되는 장치/태그가 아직 비활성화되지

않은 경우 전자기 파 또는 에너지의 고조파 방출 또는 재방사 신호는, 기본 주파수 전자기 파 또는 전자 공간

에너지 필드에 존재한다.

이러한 영역에서 상기 고조파의 감지는 인증 받지 않은 상황이나, 활성중인 장치/태그를 가진 물품을 확인 없이[0384]

제거하려는 시도를 지시하며, 문이나 검색대를 잠그고 감시 알람이 작동한다.  본 발명의 사용 방법에서, 반송

파 또는 독출 전송 주파수의 2 배 또는 1/2 배의 주파수 신호를 감지하는 경우, 도는 다른 고조파 신호, 이를테

면 제3 또는 그 이상의 고조파를 감지하는 경우는 기본 주파수나 다른 서브고조파 신호를 감지하는 것과 함께

이용될 수 있다.

[결론 / 요약][0385]
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따라서, 본 발명은, 병렬 연결된 커패시터들 또는 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 감시 및/또는 식별 장치를 제[0386]

공하고, 이러한 장치들을 제조하는 방법을 제공한다.  본 발명의 일측은, 병렬 연결된 커패시터들을 가지는 감

시 및/또는 식별 장치에 연관된다.  병렬 연결된 커패시터들을 갖는 장치는, 높은 정확도의 커패시턴스와, 쉬운

태그 비활성화를 위한 낮은 파괴 전압을 만든다.

일부 실시예에서, 단일의 커패시터가 상기 감시 및/또는 식별 장치에 사용되어, 병렬 연결된 복수 개의 커패시[0387]

터들을 대체할 수 있다.  일반적으로, 커패시터들 중의 하나는 다른 것(들)보다 더 두꺼운 유전체를 가지며, 따

라서 대 면적 커패시터가 된다.  상기 대 면적 커패시터의 공간적으로 큰 특징은 상기 커패시터가 높은 정확도

의 커패시턴스를 가지면서, 커패시터를 형성하기 위해 사용되는 프린팅 또는 패터닝 과정에서 톨러런스가 크도

록 한다.

그리고, 작은 커패시터인 두 번째 커패시터는 훨씬 얇은 유전체 필름으로 형성된다.  이러한 과정은 감시 태그[0388]

를 비활성화 하기 위해 요구되는 낮은 파괴 전압을 가능하게 한다.  나아가, 상기 작은 커패시터의 커패시턴스

는 상기 대 면적 커패시터보다 작아서, 상기 대 면적 커패시터에 비해서 상대적으로 열악한 정확도의 커패시턴

스를 가지게 제조될 수 있으며, 그럼에도 불구하고, 이는 전체 장치의 커패시턴스에는 큰 영향을 주지 않는다.

본 발명의 다른 추가적 측면은, 직렬 연결된 커패시터들을 갖는 태그/장치들에 연관된다.  커패시터들을 직렬[0389]

연결되도록 제조함으로써, 작은 커패시터의 측면 치수(lateral dimensions)가 증가될 수 있다.  이러한 과정은

상기 커패시터가 프린팅 프로세스와 같이, 상대적으로 한정된 분해능을 가질 수 있는 기술을 이용하여 쉽게 제

조될 수 있도록 한다.

일부 실시예들에서, 단일의 커패시터가 상기 직렬 연결된 커패시터들(이를 테면, 도 2의 C1 및 C2)을 대체할 수[0390]

있고, 바람직하게는 하나의 공통 전극을 공유한다.  상기한 바와 같이, 1/CT = 1/C1 + 1/C2의 공식에 의해, 전

체 실효 커패시턴스 CT가 상기 장치에 적용된다.  만약 C1과 C2의 커패시턴스가 동일한 경우, 상기 C1 및 C2 모

두는 상기 네트(net) 커패시턴스 CT의 두 배가 되며, 따라서 CT 크기의 하나의 단일 커패시터에 비해서는 두 배

의 면적을 갖는다.  이러한 과정에 의해, 커패시터 영역을 형성하는 데에 사용되는 어떠한 프린팅 또는 패턴닝

과정에서의 증가된 치수 톨러런스가 가능해진다.

이상에서는, 예시적인 설명을 위해 특정 실시예를 참고하여 본 발명을 설명하였다.  그러나 본 발명은 이러한[0391]

한정적인 특정 실시예에 의해 제한적으로 해석되지 않으며, 서술되지 않았던 실시예들이라도 본 발명의 사상을

벗어나지 않는 범위에서 다양한 변형이나 응용이 가능하다.

상기 선택적으로 설명된 실시예들은 실제 응용을 위한 본 발명의 바람직한 일부 실시예에 불과하며, 본 발명의[0392]

기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 별다른 어려움 없이 본 발명의 사상의 범위 내에 있는 다양한 변형 또

는 응용 실시예들을 수행할 수 있다.  따라서, 본 발명의 범위는 상기한 일부 실시예에 의해서가 아니라, 특허

청구범위에 기재된 사항 및 이들에 균등한 사항의 범위에서 해석된다.
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